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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 521: DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES

PREAMBULE
1) Les dlécisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prépa "Etudes

ol snt représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment ¢ e possible

un afcord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisi i i i i &é elles par lesComijtés nationaux.
3) Dan nt dans
leury mettent.

Tout ossible,

étre Indiquée en termes clairs dans cette derniére.

Cenl rée aux
semicof complé-
ments tpnant compte des develop ents ind i ircuits intégrés a i en plus
complekes et miniaturisés.

11 a pté entrepris & partir g cument
47(VEI|07)(Secrétariat)l a ét§ 4-ont été

ajoutéI ce projet poyf t& ir co éveluti 3 ité f 0t 1977 quun

premiey projet comple breuses
et fondamentales, ce préjet t 1(VEI
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 521: SEMICONDUCTOR DEVICES
' AND INTEGRATED CIRCUITS
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2)

nductors, published in 1956. It was also essential to imtroduce i
tripl developments in the field 68 gly d\mini

FOREWORD

the latter.

This new chapter of the IEV is intended to feplace the pa

The work was comme

iwhich all the
international

littees in that

1ld adopt the
y divergence
indicated in

ihg with semi-

tcount indus-

ment 47(IEV

07)(Secretariat)1, was circulate a 3 nmitiees for.comments in September 1971. Additions were[made to this
dpaft taking accodnt of pIme e work of Technical Committee No. 47; and it was only in Augugt 1977 that a
figst complete (Central Qffice)1090, was submitted for voting. Owing to numerous cpmments of a
fundamental natuxe’t ceepted without considerable amendment, and a further draft, Doqument I(IEV

53

I)(Central Office as -submi the\N4tional Committees for approval under the Six Months’ Rule in

The Natipnal Committees &following countries voted explicitly in favour of publication:

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Union of Soviet

Israel . Socialist Republics

April 1981.

Italy United Kingdom

I L P W) LA .
Japair CTIIICU STatts O ZuneTIicea

Korea (Republic of) Yugoslavia
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1)

MEXJIYHAPOJHAS JIEKTPOTEXHUYECKA S KOMUCCHUA

MEXIYHAPOIHBIN SJIEKTPOTEXHUUYECKUWUM CJIOBAPD

TJIABA 521: ITIOJYIIPOBOJAHUKOBBIE ITPUBOPBI U
UHTEI'PAJIBHBIE CXEMbI

MNPEAVCIOBHUE

Odufmanbabie pellennst i cornamesus MOK 1o TeXHHYECKHM BONpOCaM, IQRTOTOBIEH
KOMHTETaMHK, B KOTOPLIX TIPEACTaB/ICHb! BCE 3aMHTEPECOBAHHbBIC HALINOHAILHBIE KOMUTE
TOYHP, MEXKIYHAPOIHYIO TOUKY 3peHUs B AaHHOR 06J1aCTH.

PCKUMH
iKHOCTH

2) Jlanble peiieHusl NPEACTABISIFOT Co0OM peKOMeHJalMu 1JIsi  MEXIyHapo, BHAE
NPUHKUMAIOTCS HAIIMOHAJIBHBIME KOMUTETAMH.

3) B uefiax comeiicTust MexayHapoaHoil yHuoukammu MOK BbIpaxaeT TOKe Beg HAIMQHATBLHBIE KOYMTEThI
OPUHSIN 32 OCHOBY CBOHMX TOCYNApCTBEHHBIX CTaHIAPTOB PEKOMEHAQAIMY cr1oBYst
nanHol cTpasbl. JI1oOble pacXoXAgHUsl, KOTOPbIE MOTYT HMETh TBETCT-
BYIOJUMMH HAIMOHATBHBIME CTAHAAPTaMH, JOJKHbI ObITh, HACKOJ
Hac 'TOPOTO

yio B 1956 . B 5Ty HOByto Il1aBy HeobRoaumo

uznanufi MOC, NOCBSILIEHHYIO I0JIyIIPOBOIHIKOB
6110

€CTH MHOI'MC NOIIOJIHEH

: A TEXHU4ECKOTO pasBUTHS U, B IEPBYHO (uUepensb,
‘npoiiecfOB MHHHUATIOPU3ALIHH BO B OJIyNIPOBOAHUKOBBIX HHTETPATBHEIX CXEM.

Pabd B . A nroit 2 /Texauueckoro komuteTa NQ 47. TlepBbili NpoeK1| IaBkl,
IOKyM¢ e MOTPEHNE HANMOHAILHBIM KOMHTETaM B CeHTs0pe 1 71r. K
TIPOEKT aToB neaTenbHocT Texnudeckoro komuteTa NQ 47, U fuiib B
aBIyCTg 2C 521)(1lentpanbHoe 6:0po)1090, ObLT pasocnaH Ha FoJ0CO-
BaHHE. EMEFOILIMMH [IPHHIMITHANLHBIN XapaKkTep, 3TOT NPOEKT HE MOr GITh
MIPUHST wii fpoext, nokyment 1(MAC 521)(LientpansHoe 610po)1163, b1t mpenc-
TaBJICH M o Ipasuny miecty Mecsiues B anpese 1983 .

3an DJOCOBAIM ClIeAyIOIE CTPaHbI:

Coemunennbie llITaTl AMEpHKH
Coio3 CoBeTcKux
Conmanuctnyeckux Pecrybink

OpOJIBCTBO ®pannus
[iBeiinapust
HIgenust
Hcnauust KOrocnasus
WUranus KOxnas Kopes

Hxuo-Adpukarckas Pecniybnnka

Snouus
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CHAPITRE 521 : DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS ET CIRCUITS INTEGRES
CHAPTER 521 : SEMICONDUCTOR DEVICES AND INTEGRATED CIRCUITS
I'JIABA 521: TIOJYNPOBOJHMKOBBIE ITPUBOPbI 1 MHTEI'PAJIBHBIE CXEMBbI

SECTION 521-01 — NOTIONS DE PHYSIQUE ATOMIQUE
SECTION 521-01 — INTRODUCTION TO ATOMIC PHYSICS
PA3JIEN 521-01 — BBEJEHWE B ®M3UKY ATOMA

521-01-01
systéme non quatifié (de particules)

Systéme de partjcules dont on sup-
pose que les éngrgies sont suscepti-
bles de varier d¢ maniére continue.
Le nombre ded états microscopi-
ques, défini par|les positions et les
vitesses des parficules 4 un instant
donné, est alors|non limité.

521-01-02
systéme quantifi

Systeme de part
gies ne peuvent
leurs discrétes.

non-quantized system (of particles)

A system of particles whose ener-
gies are assumed to be capable of
varying in a continuous manng€

and in which the nymhbe i

limited.

d_system-(Of particles)

particles the energies of
ave discrete values only.

KBAHTOBaAHHasl CUCTEMa (‘IaCTHH)

CucreMa acTul, OSHEPIrust KOTO-
PBIX HUMECT TOJIBKO IUCKPETHBIC
3HaAYCHUs.

nicht quaptisiertes System
(von Tleilchen) ;
klassisches System

sistema np cuantificado (de
particylas)

sistema non quantico (di
particgile)

niet-gequantiseerd stelsel

uklad nigkwantowany
(czastdk)

okvantisdrat system

quantisieytes System (von
Teilchen)

sistema quantificado (de
particplas)

sistema dquantico (di
partic¢lle)

gequantigeerd stelsel

uklad kwantowany (czastek)

kvantisetjat system

521-01-03

statistique de Maxwell-Boltzmann

Ensemble de probabilités des états
macroscopiques d’un systéme non
quantifi¢ de particules déterminé
par les valeurs moyennes des coor-
données de position, des vitesses ou
de I'énergie, dans un volume trés
petit, mais non nul du systéme.

Maxwell-Boltzmann statistics

The probability distribution of the
macroscopic states of a non-quan-
tized system of particles, defined by
the average values of the position,
velocity or energy co-ordinates, in a
very small, but finite, volume of the
system.

craTucruka Makceseia-
Boabimana

COBOKyHHOCTb BEPOSITHOCTH Ma-
KPOCKOIMTNYECKUX COCTOSIHUH  CHUC-
T€Mbl HCKBAHTOBBIX YaCTHMIL, OIIpe-
OCIAEMbIX  KOOpAuWHaTaMu Cpel-
HMX 3HAYCHUH, MECTOPaCHnOJOXKE-
HUA, CKOPOCTH WIH DJ3HEPruu B
O4Y€Hb MalioM, HO KOHE€YHOM 00B-
€ME€ CHUCTEMBEL,

Maxwell-Boltzmann-Statistik

estadistica de
Maxwell-Boltzmann

statistica di
Maxwell-Boltzmann

Maxwell-Bolzmann statistiek

rozklad
Maxwella-Boltzmanna

Maxwell-Boltzmann-fordel-
ning
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521-01-04
relation de Boltzmann

Relation exprimant que, & une
constante additive prés, I'entropie
d’un systéme de particules est égale
au produit du logarithme népérien
de la probabilité de son état ma-
croscopique par la constante de
Boltzmann.

Boltzmann relation

The equation stating that, apart
from an additive constant, the en-
tropy of a system of particles is
equal to the product of the Napieri-
an (natural) logarithm of the proba-
bility of its macroscopic state and
the Boltzmann constant.

ypaBHeHue Boabuvana

VpaBHeHHe, KOTOpOE YyCTAaHaBIIH-
BAaeT, YTO C TOYHOCTHIO OO &IIU-
THUBHO# IOCTOSTHHOW 3HEPrusl CUc-
TeMbl 4aCTHiLl paBHA MpPOMU3BEJE-
HHUIO HATypajbHOro Jorapupma
BEPOSITHOCTH  MAaKPOCKOHMWYECKOTO
COCTOSIHUS Ha MOCTOSIHHYIO
BoJsibrivaHa.

50(521) © CEI 1984

Boltzmannsche Beziehung
relacion de Boltzmann
relazione di Boltzmann
Boltzmannvergelijking
zaleznos¢ Boltzmanna
Boltzmanns-ekvation

521-01-05

loi de distributipn des vitesses de
Maxwell-Boltzmann

Relation algéprique donnant le
nombre dN df particules d’un sys-
téme non quantifié dont les compo-
santes de vitesse sont comprises res-
pectivement dans les intervalles (u,
u + du), (v, v - dv), (W, w + dw):

ou:

N désigne le npmbre total de parti-
cules

m la masse d’upe particule

T la tempérafure - thermo -
que

k la constante|de Boltzmann

Note. — dN/N représente la proba
bilité| pour quihe_pacti-
cule &
de vitesse/sompxises dan
les infergalles oqnsidére

dN =

Maxwell-Boltzmann velocity-
distribution law

The algebraic equation giving the
number dN of particles of a non-
quantized system, the components
of velocity of which are comprised
in the intervals (u, ¥ + dw), (v, v +
dv), (w, w + dw) respectively:

_ 2 2
A-exp[ mu? 5+ wd)

where:

(3 components of velocity
within the intervals con-
sidered.

N — nojHOe YHCIO 4acCTUILL

m — macca 4aCTulbl
T — TEPMOIUHAMUYECCKAA TEMIIE-

patypa

k — mnocrosunas bonbivana
Ipuvievarne. — dN/N BblpaxaeT
BEpOSITHOCTh,  YTO  4acTHLa

HMeeT CBOM KOMIIOHEHTBI CKO-
pOCTH BHYTIPH paccMaTpUBae-
MBIX HHTEPBAJIOB.

I-Boltzmannsche
windigkeitsverteilung
istribucion de las

snelheiflsverdelingswet van
Maxwell-Boltzmann

prawo fozkladu predkosci
Maxwella-Boltzmanna

Maxwéll-Boltzmanns
hastighetsfordelning

521-01-06
atome de Bohr

Modéle de I'atome fondé sur les
conceptions de Bohr et de Sommer-
feld, d’aprés lesquelles les €lectrons
d’un atome décriraient autour du
noyau des orbites circulaires ou el-
liptiques discrétes.

Note. — A chacun des degrés de li-
berté de l'atome corres-
pond une série d’états
énergétiques qui détermi-
nent les séries spectrales
susceptibles d’étre émises
par Patome.

Bohr atom

The model of the atom based on the
conception of Bohr and Sommer-
feld, according to which the elec-
trons of an atom move around the
nucleus in discrete circular or ellip-
tical orbits.

Note. — To each of the degrees of
freedom of the atom there
corresponds a series of
energy states which deter-
mine the spectral series
that may be emitted by
the atom.

atom bopa

Mogeny aToMa, OCHOBaHHass Ha
koruenmuu bopa u  3ommep-
(enbna, COrNACHO KOTOPOH 3JIEK-
TPOHB! B 4TOME JBHXYTCS BOKDYT
siApa IO UCKPETHBIM KPYTOBBIM
WY SJUTAIITHYECKHM OpOuTaMm.

Tlpuvevarne. — Kaxno#t crenenu
cBOOOIBI 4TOMA COOTBETCTBYET
PSII 3HEPTETHYECKUX COCTOSAHMUM,
KOTOpbIE  ONpEHENsroT — CHeK-
TpajbHble CEpUM, HCIYyCKaeMble
aTOMOM.

Bohrsches Atommodell
atomo de Bohr

atomo di Bohr
atoommodel van Bohr
atom Bohra

Bohrs atommodell
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521-01-07

nombre quantique (d’un électron
dans un atome donné)

Chacun des nombres caractérisant
les degrés de liberté d’un électron
dans un atome donneé:

— le nombre quantique principal n

— le nombre quantique
secondaire /

— le nombre quantique de spin s

— le nombre quantique interne j

quantum number (of an electron in
a given atom)

Each of the numbers characterizing
the degree of freedom of an elec-
tron in a given atom:

— the principal quantum number r
— the orbital quantum number /

-— the spin quantum number §
— the total angular momentum
quantum number j

KBaHTOBOE “HCJIO
(3meKTpOHA IAHHOTO aToMa)

Kaxnoe umucno, xapakTepu3ayroliee
cTrereHu CBOGOIBI 3JIEKTPOHA AaH-
HOTO aToma:

— IJIaBHOE KBaHTOBOE HHCIO 1
— BTOpOE KBAHTOBOE HHCIIO [

— CHHMHOBOE KBAHTOBOE YMCJIO §
— KBAaHTOBOE YHCJIO HOJHOTO yTI-
JIOBOFO MOMEHTa j

Quantenzahl (eines
Elektrons in einem
gegebenen Atom)

numero cuantico (de un
electron de un atomo
dado)

numero quantico (di un
elettrone di un
determinato atomo)

quantumgetal

liczba kwantowa (elektronu
W atomie)

kvanttal

521-01-08

nombre quantiqug principal
n (symbole)

Nombre quantigue entier positif qui
caractérise les |variations impor-
tantes du niveau| d’énergie des élec-
trons dans un atpme.

Note. — Selon | le modéle de
I'atom¢ de Bohr, le nom-
bre gpantique . principal
peut étre considéré
commg¢ caractérisant la
grandqur de 'orbite d’'un
électrop.

521-01-09

secondaire
orbital

nombre quantiq
nombre quantig
I (symbole)

Nombre quanti
dre toutes les

zéro a n—1, n dési
quantique princ

Note. — Selon

l’atomg

bre qy

peut étre

commg gcaracterisant le
momeht,  ginétique de

principal quantum number
first quantum number
n (symbol)

The positive integer number charac-
terizing the important changes of
energy level of the electrons in an
atorm.

considered
ing the size g
orbit.

— According . to the Bohr
atom model, the orbital
quantum number may be
considered as characteriz-
ing the angular momen-
tum of the electron in its

rJ1aBHO€ KBAHTOBOE MHUCAO
nepBoe KBAHTOBOE 'INCI0

QIEKTPOHHOH OpOUTBHI.

BTOpPOE KBAHTOBOE YHC/IO
I (cumBOm)

KsanToBoe  uucio, KOTOpoOe
MOXET MPUHAMATL JIIOOBIE Le-
nbie 3nadenus, or 0 go n—1,
npuieM n o0003Ha4aeT TIaBHOE
KBaHTOBOE YMCHO.

Ipumedanne. — COTIacHO MO-
nend atoma bopa MOXHO ¢u-
TaTh, YTO BTOpPOE KBAHTOBOE
YHCJIO XapaKTepu3yeT YIrIoBoi
MOMEHT 3JIEKTPOHA IpHU €ro
OpOUTANILHOM JBIKEHUH.

k(Krst-) Quantenzahl

antico principal

impolo)

imero quantico-principale

(primg) n (simbolo)

hoofdqugntumgetal

liczba kwantowa glowna ;
liczba kwantowa pierwsza ;
n (symbol)

huvudkvanttal

Umlauf-{Zweit-)
Quantgnzahl /

numero quantico secundario
I (simbolo)

numero quantico
(secondario) orbitale
I (simbolo)

nevenquantumgetal ;
azimutaal quantumgetal

liczba kwantowa orbitalna ;
liczba [kwantowa druga ;
I (sympol)

bikvanttgl

I’électromr—dans—somrmron
vement orbital.

521-01-10

(nombre quantique de) spin
s (symbole)

Nombre quantique qui caractérise
le moment -cinétique de I’électron
considéré comme une petite sphére
chargée en rotation autour de son
axe.

Note. — Le spin peut
deux valeurs:
—-1/2.

prendre
+1/2 et

Josiarl o Atla
orotarmotron—Touha—nc

nucleus.

- spin (quantum number)

s (symbol)

A quantum number which gives the
angular momentum of the electron
considered as a small charged
sphere revolving rotating around its
axis.

Note. — The spin may have two
values: +1/2 or —1/2.

CNHHOBOE KBAHTOBOE YMCIIO
s (cuMBO)

KBantoBoe 4HCIO, XapaKkTepH-
3yIOllie YIJIOBOM MOMEHT 3JiekK-
TPOHA, KOTOPBIA PacCMaTpHBAETCS
B KayecTBe HEOOJBIION 3apsKeH-
HOH cbeprl, Bpalarolleicss Bo-
KpyTr CBOEH OCH.

Hpuvieyarne. — CnyHOBOE YHCIIO
MOXET UMETh /(B 3HAYEHUS:
+ % umm — Y.

Spin-Quantenzahl s

espin s (simbolo)

numero quantico di rotazione
s (simbolo)

spin

liczba spinowa ;
s (symbol)

spinnkvanttal
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521-01-11

nombre quantique interne
J (symbole)

Nombre quantique qui caractérise
la résultante des champs magnéti-
ques engendrés par I’électron, d’une
part dans son mouvement orbital et
d’autre part dans son mouvement
de rotation.

Note. — Les valeurs de ce nombre
j forment umne suite de
nombres semi-entiers et

total angular momentum quantum
number
J (symbol)

The quantum number which gives
the resultant of the magnetic field
engendered by the electron due to
its orbital movement and due to its
revolving on its own axis.

Note. — The values of this number
j form a set of integral
and semi-integral values.

KBaAHTOBO€ YHUC/I0 NMOJHOro
yraoBoro MOMeEHTa

J (cumBomn)
KBaHTOBOE 4HCIIO, XapaKkTepu-
3yroLuee PaBHOAEHCTBYIOIIYIO

CHIJTy MAarHuTHOTO MOJisl, BO30YX-
JAEMOTO JJIEKTPOHOM NPH €ro op-
OUTanbLHOM [BMXKCHHM W Bpallle-
HHY BOKPYT CcBoeit ocu.

Ilpuvmevanwe. — 3HaveHUs OT
yucia j 0Opa3yroT psax LeJbIX U
MOJIYLENbIX 3HaYeHHH.
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Gesamt-Drehimpulszahl j

niimero cuantico interno
J (simbolo)

numero quantico del
momento angolare totale
J (simbolo)

totaal/inwendig quantumgetal

liczba kwantowa momentu
katowego calkowitego ;
j(symbol)

kvanttal for totalt
rirelsemiingdsmoment

entiers:

521-01-12

niveau d’energie

Energie correjpondant a un état
quantifi¢ d’un gystéme physique.

521-01-13

diagramme énefgétique

Diagramme
veaux d’énergi 2
systéme quantjifié

horizontales, ayant pqur ordQnnges
I’énergie de ce: e

energy level (of a particle)

The energy associated with a quan-
tum state of a physical system.

representing the energy
e particles of a quantized
system by horizontal lines, having
for/ ordinates the energy of these
particles.

RMArpaMMa J>HeprerHYecKux
ypoBHeii

HuarpamMmMa, Ha KOTOPOW 3Hepre-
THYECKHAE YPOBHHU YacCTHLl KBaHTO-
BOH CHCTEMBI IIPENCTaBJIEHbI TIO-
PU3OHTAJNILHBIMH NIPSIMBIMH, Op-
AWHATaMH KOTOPBbIX SIBJIAIOTCS
JHEPTHH 3THX YaCTHI.

Energieniveau (eines
Teil¢hens)

nivel d¢ energia (de una
particula)

nivel energeético (d¢ una
particula)

livello dli energia (di una
particella)

energieniveau
pozionjlenergetyczny (czastki)

energiniva

Energieniveau-Diagramm
diagrama energético
diagramma energetico
energieniveauschema
wykres|poziomow
energetycznych (czastek)
energirlivadiagram

521-01-14

principe d’exclusion de Pauli-Fermi

Principe suivant lequel chaque ni-
veau d’énergie d’un systéme quanti-
fié ne peut contenir que zéro, une
ou deux particules.

Note. — Dans le cas de deux élec-
trons, les spins sont de
signes contraires.

Pauli-Fermi exclusion principle
Pauli principle

The principle stating that each ener-
gy level of a quantized system can
include only none, one or two par-
ticles.

Note. — In the case of two elec-
trons, the spins are of op-
posite sign.

npuHun 3anpera [layan-®epvin
npunnun Ilayam

IlpuHIUI, B COOTBETCTBUU C KO-
TOPBIM KaXIbIH JHEPreTHYecKuil
YPOBEHb  KBAaHTOBOH  CHCTEMbI
MOXeET OBITH JIHMOO CBOOOIHBIM,
b0 conepkath OOHY HJIM JBE
JaCTHIIBL.

Hprnvevarwe. — B mocnennem
cllyyae CIIMHBI HMEHT NPOTUBO-
NOJIOKHBIE 3HAKH.

Pauli-Fermi-Ausschlussprin-
zip ; Pauli-Prinzip

principio de exclusion de
Pauli-Fermi

principio di esciusione di
Pauli-Fermi ; principio di
Pauli

Pauliverbod

zasada Pauliego-Fermiego ;
zakaz Pauliego

Pauli-Fermis princip
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521-01-15

statistique de Fermi-Dirac
statistique de Fermi

Ensemble de probabilités des états
macroscopiques d’un systéme quan-
tifié de particules, satisfaisant au
principe d’exclusion de Pauli-Fer-
mi.

Fermi-Dirac statistics
Fermi statistics

The set of probabilities of the ma-
croscopic states of a quantized sys-
tem of particles, with only discrete
energy levels, obeying the Pauli-
Fermi exclusion principle.

cratucruka ®epvn-npaka
craricTka ®epvin

COBOKYIIHOCTH BEpPOSITHOCTEH Ma-
KPOCKOIHYECKUX COCTOSHUI KBaH-
TOBOH CHCTEMBI YaCTHI, HMEIO-
[IMX TOJIGKO JUCKPETHBIE SHEpPre-
THYECKHE YPOBHHU, B COOTBETCTBUH
¢ mnpuHuunoMm 3ampera Ilaymu-
Pepyn.

Fermi-Dirac-Statistik ;
Fermi-Statistik

estadistica de Fermi-Dirac ;
estadistica de Fermi

statistica di Fermi-Dirac;
statistica di Fermi

Fermistatistiek

rozklad Fermiego-Diraca

fermistatistik

521-01-16
fonction de Ferm}-Dirac

Fonction qui exgjrime la probabilité
P (E) pour qu'ure particule satisfai-
sant a la statistiqgie de Fermi occupe
un niveau d’énergie autorisé E.

e (A

k est la consthnte de Boltzmann
T  est la température thermody-

namique
Er estle niveap de Fermi

et ol ce niveau gst quantifié et peut
contenir 0, 1 ou |2 électrons.

521-01-17
niveau de Fermi

Dans un solidd,

inoccupés a la tpmpérature de
kelvin.

Note. — Quand aun€ bande inter-
dite sé = =
pés des états inoccupes, le
niveau de Fermi est as-
signé au milieu de la
bande interdite.

521-01-18
électron célibataire

Electron qui se trouve seul sur un
niveau d’énergie.

Fermi-Dirac function

A function expressing the probabili-
ty P(E), for a particle obeying Fer-
mi statistics, that it will occupy a
permitted energy level (E).

P(E) =

In a) solid, the energy level sep-
arating the occupied states from
the unoccupied states at a tempera-
ture of zero kelvin.

Note. — When a forbidden band

and unoccupied states,
the Fermi-level 1is as-
signed to the centre of the
forbidden band.

lone electron

An electron which is alone on an
energy level.

osiHHas bonbliMaHa
TEPMOAMHAMMYECKAS TeM-
epatypa

ypoBeHs ®epmu

PUYEM ITOT ypOBEHbL KBAHTOBAH
U MoxeT comepxatb 0, 1 miu
2 3MEKTPOHA.

ypoBens Pepvn

B TBepmoM Tese 3HEPreTHYECKMH
YpOBEHb, OTACJISAIOIIMA 3aHSTHIC
COCTOSIHHUSA OT  HE3aHSATBIX TIpHU
TeMnepaType abCONIOTHOrO HyJst.

Ipurvieyanne. — Ecnu 3anpeineH-
HA _OTHENseT 3aHAThbIe
COCTOSIHUSL OT HE3aHSITBIX, YpO-
BeHb MepMH NPUXOIUTCS HA Ce-
peNMHY 3ampeLieHHON 30HbL

OMHOYHBI SJEKTPOH

DNeKTPOH,  CGOVHCTBEHHBIH  HA
SHEPTETUUCCKOM YDOBHE.

Dirac-Funktion

funkcja Hermiego-Diraca
Fermi-Dirac-funktion

Fermi-Nlveau
nivel de Fermi
livello di|Fermi
Ferminiveau
poziom Hermiego
ferminivi

Einzelelektron
electron suelto
elettrone solitario
enkel elektron
elektron samotny
ensam elektron
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521-01-19

loi de distribution des vitesses de
Fermi-Dirac-Sommerfeld

Relation algébrique donnant le
nombre de particules d’un systéme
quantifié en équilibre, dont les com-
posantes de vitesses sont comprises
dans des intervalles (u, u + du), (v,
v+ dv), (w, w + dw):

Fermi-Dirac-Sommerfeld velocity
distribution law

The algebraic equation giving the
number dN of particles of a quan-
tized system in equilibrium, the ve-
locity components of which are in-
cluded in the intervals (u, u + du),
(v, v + dv), (w, w + dw) respective-
ly:

3aKOH pacnpejesieHUsi CKOpoOCTei
depvin-/Inpaka-3ovvepdennna

Asrebpanyeckoe ypaBHEHHE, BbI-
paxatowiee uucno qactun dN
KBAaHTOBOW CHCTEMbl B paBHOBE-

CHM, . KOMIIOHEHTBI CKOpOCTe# KO-
TOPBIX 3aKJIFO4YeHBl B HHTepBajax
(v, u+dw), v v+dv), W
w+ dw), COOTBETCTBEHHO:

50(521) © CEI 1984

Fermi-Dirac-Sommerfeldsche
Geschwindigkeitsverteilung

ley de distribucion de las
velocidades de
Fermi-Dirac-Sommerfeld

legge di distribuzione delle
velocita di
Fermi-Dirac-Sommerfeld

verdelingswet volgens
Fermi-Dirac-Sommerfeld

prawo rozkladu predkosci
Fermiego-Diraca-Sommer-
felda

fermiférdelning

m3 du-dv-dw m3 du-dv-dw m?3 du-dv-dw
dN = 2N-I5 E-Eyy NN E—Ey V=2V E— Ey
l+exp( T ) 1+exp( T ) 1+exp(—l—(—T———)
ou: where: rae:
N  désigne Je nombre total de N  isthe total number of particles N -— ofluee 4ucno 4agTy
particule
m  la masse d’une particule m is the mass of the particle m
T la tempg¢rature thermodyna- 7T  is the thermodynamic temper- T
mique ature
k  la constapte de Boltzmann k  is the Boltzmann constant k
h la constapte de Planck h is the Planck constant h
E  Ténergie|cinétique d’une par- E  isthe kinetic energy of a parti- FE
ticule, cle,
E=%(42+v2+w2) E=§("2+v2+w2)
Ey lafonctign de travail interne Ey s the inner work

dN/N représeifte  la  probabilité
pour q'une particule ait ses
composhntes de vitesse com-

prises fans les intervalles
considéfeés.
521-01-20

9,

Phénomeéne élpctrique produyi
I’absorption dq photons.

effet photoélecqrique

521-01-21

dN/N represents
that a particle ha
nents withip
considered.

BEPOATHOCTE
KOMIIOHECHTHI
YaCTHLBl JIEXKAT B onpene-
JICHHBIX HWHTEpBaJiax.

tdororaekTputecknii dppext

3.]'ICKTpI/I‘I€CKO€ SIBJICHNE, TTPOU3BO-
JHUMO€ TOTJIOLICHUEM (bOTOHOB.

effet photovoltaique

Effet photoélectrique dans lequel
I’absorption de photons produit une
force électromotrice.

521-01-22
effet photoconductif

Effet photoélectrique caractérisé
par une variation de conductivité
électrique.

photovoltaic effect

A photoelectric effect in which an
e.m.f. is produced by the absorption
of photons.

photoconductive effect

A photoelectric effect characterized
by the variation of electric conduc-
tivity.

photoelektrischer Effekt ;
Photoeffekt

efecto fotoeléctrico

effetto ffotoelettrico

foto-el¢ktrisch effect

zjawisKo fotoelektryczne

fotoelektrisk effekt
(poToranneanmiecknn ap@exr __ sperrschicht-photoeffekt

efecto fotovoltaico
@oTo3neKTpHHECKHH 3DCKT, IPH  offetto fotovoltaico
KOTOpOM [OIJjiollueHne (POTOHOB fotospanningseffect

BbI3bIBAET
cHy.

NEKTPOABHAKYLLYIO

doTonpoBoAMMOCTH

DrexTpuveckas NPOBOAXMOCTD,
obycnopneHuas -QOTO3JEKTpHYec-
KuM 3ddexToMm.

zjawisko fotowoltaiczne
fotoelektromotorisk effekt

Photoleitungseffekt
efecto fotoconductivo
effetto fotoconduttivo
fotogeleidingseffect
zjawisko fotokonduktywne
fotokonduktiv effekt
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521-01-23

effet photoélectromagnétique

Dans un semiconducteur soumis a
un champ magnétique et a un
rayonnement  électromagnétique,
apparition d'un champ électrique
perpendiculaire au champ magnéti-
que et au flux des porteurs de
charge engendrés par effet photoé-
lectrique et diffusant dans le semi-
conducteur.

photoelectromagnetic effect

In a semiconducteur subjected to a
magnetic field and electromagnetic
radiation, the development of an
electric field perpendicular to the
magnetic field and to the flow of
charge carriers generated by the
photoelectric effect and diffusing in
the semiconductor.

(hOTOMArHUTOIIEKTPHIECKHI

apdext

Bo3HHMKHOBEHHE B  IOJIYIIPOBOJ-
HHUKE 10 OeHCTBHEM MArHMTHOIO
TIOJIS1 M 3JNEKTPOMATHUTHOrO M3JIy-
YeHHsi HANPSDKCHHOCTH  3JICKTPH-
4eCKOro MO, NEPIEeHANKYISIPHOR
MarHUTHOMY TIONIO U [OTOKY
nubyHIUpyOIUX B HOJYNpO-
BOIHWKE HOCUTeNeH 3apsanoB, IO-
poxnaeMbIX  QOTOINEKTPHIECKUM
adexToMm. ‘

photoelektromagnetischer
Effekt

efecto fotoelectromagnético

effetto fotoelettromagnetico

foto-elektromagnetisch effect

zjawisko fotomagneto-
elektryczne

fotoelektromagnetisk effekt

521-02-01
semiconducteur

Substance dont|la conductivité to-
tale due aux pofteurs de charge des
deux signes est|normalement com-
prise entre celle|des métaux ¢
des isolants, et |[dont la densité de
porteurs de chapge peut étre modj
fiée par des excjtations extérieupe

Note. — Le tgrme «so
teury s’a i
lemepnt “a
teurs| de charge son
électfons ou de
521-02-02

e term “semiconduc-
tor” generally applies
where the charge carriers
are electrons or holes.

DJIYNIPOBOTHHK

BelteCTBO,  HNEKTPOIMPOBOIHOCTD
KOTOpOro, oOyCIOBJIEHHAsT HOCHTe-
JgMH 3apsna  obOMX  3HAKOB,
OBBLIYHO HAXOMUTCS B JAMANA30HE
MEXIY 3JIEKTPOTNPOBOIHOCTBIO Me-
TaqIoB ¥ W30JATOPOB, 4 KOHLEH-
Tpauus HocuTeseH zapsna MOXeT
W3MEHATECST MO  BO3JAEHCTBHEM
BHEHIHUX (HaKTOPOB.

THpunvevanne. — TepMUH «IIOJTY-
NPOBONHKUK» YINOTpebdeTcs, B
OCHOBHOM, B TOM CIlIy4ae, Koraa
HOCUTENSIMUA  3apsiia  SIBJISIFOTCS
3JIEKTPOHB! UNH JbIPKH.

Halbleitpr
semiconductor
semiconduttore
halfgeleijder
polprzewodnik
halvledafe

semiconducteur élémentaire

Semiconducteur constitué a I'état
pur d’un seul élément.

521-02-03
semiconducteur composé

Semiconducteur constitué a l'état
pur de plusieurs éléments dans des
proportions proches de leur compo-
sition steechiomeétrique.

single-element semiconductor

A semiconductor which in the pure
state consists of a single element.

compound semiconductor

A semiconductor which in the pure
state consists of several elements in
proportions close to the stochiomet-
ric composition.

npocTol MOJIYNpOBOXHIK

TMoaynpoBOJHUK, KOTOPBIA B 4HC-
TOM BHUIE COCTOMT M3 OJHOIO 3Jle-
MEHTA.

CJIOKHBII MOTYNPOBOAHHK

TTonynpoBONHUK, B YUCTOM BHIE
COCTOSILIMH 13 HECKOJILKUX 2JIEMEH-
TOB, IIPOTIOPUHUS KOTOPBIX OJIM3KA K
HX CTEXMOMETPHHYECKOMY COCTaBY. |

Einzelelement-Halbleiter
semiconductor elemental
semiconduttore elementare
elementaire halfgeleider
potprzewodnik pierwiastkowy
ettelementshalvledare

Verbindungshalbleiter
semiconductor compuesto
semiconduttore composto
samengestelde halfgeleider
polprzewodnik zlozony
sammansatt halvledare
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521-02-04
impureté

1. Atomes étrangers dans un semi-
conducteur élémentaire.

2. Atomes étrangers ou atomes en
excédent ou déficit par rapport a
la composition steechiométrique
d’un semiconducteur composé.

impurity

1. Foreign atoms in a single-ele-
ment semiconductor.

2. Foreign atoms or either an excess
or a deficiency of atoms with re-
spect to the stoichiometric com-
position of a compound semi-
conductor.

npuMech

1. JTocTopoHHME aTOMBI B YHCTOM
HIPOBOAHUKE.

2. IlocTOopoHHHE aTOMBI MJH HX
H30BITOK MM HEIOCTATOK OTHO-
CHTEJIBHO CTEXMOMETPUUECKOrO
COCTaBa CIOXKHOIO MOJIyIIPOBOL-
HHKA.

50(521) © CEI 1984

Storstelle

impurezas

impurita

verontreiniging

domieszka ; zanieczyszczenie
stérimne

521-02-05
energie d’activation des impuretes

Ecart entre un|niveau d’énergie in-
termédiaire d|a une impureté et la
bande énergétifjue voisine.

521-02-06
semiconducteur|ionique

Semiconducteur dans lequel la
conductivité élgctrique due au mou-

vement des iops est prédomjuftante
par rapport a felle due au ® &
ment des électons et des trousy

521-02-07

semiconducteur|intrinséqueé
semiconducteur|type I

Semiconducteuf pratiquement pur
dans lequel, a I'équilibre thermody-

impurity activation energy

The gap between an intermediate
energy level due to an impurity and
the adjacent energy band.

intrinsic semiconductor
I-type semiconductor

An effectively pure semiconductor
in which, under conditions of ther-

AOHHBI NOJIYIPOBOTHUK

ITonynpoBoaHUK, B KOTOPOM 3JieK-
TPOIPOBOIHOCTh, OBYCIOBJIEHHAS
fepeMellieHHeM HOHOB, Ipeodiia-
aeT Hal SJEKTPONPOBOIHOCTBHIO,
0OYCIIOBIICHHOH ~ IepeMelLeHIeEM
JNEKTPOHOB U JILIPOK.

coOCTBeHHBI MOJYNPOBOAHUK
noJynpoBoaHnk I-runa

[lonynpoBOOHUK, He COAepKalluii
pUMeceil, B KOTOpOM B YCJIOBUSIX

Orsteflenaktivierungsener-

gie

de activacion de

impyrezas

energia d’attivazione delle
impyrita

activeringsenergie van de
verontreiniging

energia aktywacji domieszek

aktiver|ngsenergi for
stérdtom

Ionenhalbleiter
semiconductor ionico
semiconduttore ionico
ionenhalfgeleider
polprzewodnik jonowy
jonhalvledare

Ibleiter ; I-Halbleiter
semicopductor intrinseco ;
semifonductor tipo I

semicopduttore intrinseco
"

namique, les nombres volumiques
des porteurs de charge de chaque
signe sont pratiquement égaux.

521-02-08
semiconducteur extrinséque

Semiconducteur contenant des im-
puretés ou d’autres imperfections et
dans lequel les nombres volumiques
de porteurs de charge de chaque
signe sont différents.

mal equilibrium, the charge carrier
densities of each sign are practically
equal.

extrinsic semiconductor

A semiconductor having impurities
or other imperfections and in which
the charge carrier densities of each
sign are different.

TEIJIOBOTO PABHOBECHUA KOHUICHTPA-
HUM  HOCHTEJIeH 3apsiga  Kaxuaoro
3HAaKa NPaKkTU4YECKU paBHEIL.

TIPMMECHRIH NOJYNPOBOAHUK

[MomynpoBogHUK, comepKaiui
HpUMECH WM [JpYITue HECOBEP-
LIEHCTBA, B KOTOPOM KOHHEHTpa-
LHH HOCHTeNne#l 3apsmoB Ka)aoro
3HaKa pas3IuYHBL.

intrinsieke halfgeleider ;
halfgeleider van het I-type

polprzewodnik samoistny

egen(halv)ledare ; I-ledare

Storstellenhalbleiter
semiconductor extrinseco
semiconduttore estrinseco
extrinsieke halfgeleider
polprzewodnik niesamoistny
stor(halv)ledare
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521-02-09

semiconducteur type N
semiconducteur par excés
(terme désuet)

Semiconducteur extrinseque dans
lequel le nombre volumique des
électrons de conduction est supé-
rieur au nombre volumique des
trous mobiles.

N-type semiconductor
electron semiconductor

An extrinsic semiconductor in
which the conduction electron den-
sity exceeds the mobile hole density
under conditions of thermal equilib-
rium.

noJynpoBoaHuK N-Tuna
3JIEKTPOHHEIH MOTyNPOBOAHUK

TTpumecHBI TOJIyIIPOBO/IHUK, B KO-
TOPOM KOHIIEHTpALMs 3JIEKTPOHOB
[IPOBOJUMOCTY INPEBBIINAET KOH-
LEHTPALMIO MOJBUXKHBIX IbIPOK B
YCIIOBUSIX TEIIOBOIO PAaBHOBECHSL.

N-Halb

leiter ;

Elektronenhalbleiter
semiconductor tipo N
semiconduttore tipo N
halfgeleider van het N-type
polprzewodnik typu N

N-ledar:

(3

521-02-10

semiconductenr
semiconducteur
(terme désuet

ype P
ar défaut

Semiconducteur|] extrinseque dans
lequel le nombpre volumique des
trous mobiles ept supérieur a celui
des électrons del conduction.

521-02-11

semicenducteur fompensé

Semiconducteug dans lequel les”e
fets des impurefés d'un type domné
sur le nombre folumique deg po
teurs de chargg sont partigllemhent
ou totalement annulés par le &
des impuretés de type opposé.

9,

P-type semiconductor
hole semiconductor

An extrinsic semiconductor in

which the mobile hole density ex-
ceeds the conduction electron den-
sity under conditions of thermal
equilibrium.

CKOMIEHCHPOBAHHDII1
NOJIyNIPOBOIHUK

TlonynpoBOIHUK, B KOTOPOM BIIUS-
HUE OpUMeceil AaHHOTO THIA HA
KOHUEHTPAIIMIO HOCUTENS 3apsaaa
9aCTUYHO WM HOJHOCTBIO YCTpa-
HSIET BJIHsiHHE NpuMeceil Apyroro
TUDA.

jelter ;
rhalbleiter
emicondluctor tipo P
semicongluttore tipo P

halfgelejder van het P-type
potprzewodnik typu P

P-ledard

Kompenkationshalbleiter
semiconfluctor compensado
semiconfluttore compensato

potprze
skom
kompen

odnik
ensowany
erad halvledare

gecomijnseerde halfgeleider

521-02-12
semiconducteur non dégénéré

Semiconducteur dans lequel le ni-
veau de Fermi est situ¢ dans la
bande interdite, loin de ses limites, a
une distance au moins égale a deux
fois le produit de la constante de
Boltzmann par la température ther-
modynamique.

Note. — Les porteurs de charge
d’un semiconducteur
non dégénéré sont régis
par la statistique de
Maxwell-Boltzmann.

non-degenerate semiconductor

A semiconductor in which the Fer-
mi level is situated in the energy gap
away from the boundaries at a dis-
tance at least twice as great as the
product of Boltzmann’s constant
and the thermodynamic tempera-

ture. ]

Note. — The charge carriers in a
non-degenerate semicon-
ductor are governed by
Maxwell-Boltzmann sta-
tistics.

HEBbIPOKAEHHbII N0JIyNPOBOAHMK

TlonynpoBOLHUK, B KOTOPOM YpO-
penb depMil pacloNoXeH B JHEpPre-
THYECKOH 30HE Ha PAcCTOSTHUU OT
€e TpaHUL, KOTOpOe IO MeHbLUEH
MEpE IBAXIbI TPEBbILAeT IIPO-
W3BeneHUE NOCTOSIHHON bonblivaga
HA TEPMOIMHAMHYECKYIO TeMIepa-

Typy-

Ipuveganne. — Hocutenu 3aps-
JIOB B TaKOM IMOJYNpPOBOJHUKE
NOAYUHSIIOTCS CTaTHCTHKE Makc-
Besia-bonbivana.

nichtentarteter Halbleiter

simiconductor no degenerado

semiconduttore non
degenerato

niet-ontaarde halfgeleider

polprzewodnik

niezd

egenerowany
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521-02-13
semiconducteur dégénérée

Semiconducteur dans lequel le ni-
veau de Fermi est situé dans la
bande de conduction ou dans la
bande de valence, ou a une distance
de ces deux bandes inférieure a
deux fois le produit de la constante
de Boltzmann par la température
absolue.

Note. — Les porteurs de charge
d’un semiconducteur dé-
généré sont régis par les
lois tstt
mi-Dirac.

521-02-14
¢électrons de corlduction

Electrons dans [la bande de conduc-
tion d’un semi¢onducteur, qui peu-
vent se déplacgr sous I'action d’un
champ électrigge.

521-02-15
courant de conducti

Transport de porteurs de
bres dans un ¢orps, proyogué par
un champ élecfrique;
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degenerate semiconductor

A semiconductor in which the Fer-
mi level is situated in the conduc-
tion band, or in the valence band or
is closer than twice the product of
Boltzmann’s constant and the ther-
modynamic temperature to either
band.

Note. — The charge carriers of a
degenerate semiconduc-
tor are governed by Fer-

conduction electrops

The electrons
band of a semicondu
free to flow under
electric field.

conduction current

e directed movement of free
charge carriers in a medium under
the influence of an electric field.

BhIPOYKACHHbIH MOJIYNPOBOAHHK

ITonynpoBOZHMK, B KOTOPOM YpO-
BeHb DepMH PaACHOJIOKEH B 30HE
NPOBOAMMOCTH WJIM B BaJICHTHOH
30He, WM OJmxke X 1000l U3 3THUX
30H, 4€M [OBOWHOE IpOM3BENEHHE
noctosiHHON bosiblivaHa Ha TepMo-
IMHAMUYECKYIO TeMIepaTypy.

IHpuyeverne. — Hocutenu 3apa-
OB B TaKOM HOJIyIPOBOJHUKE
MO X4HHSIOTCS

CTATUCTHKE

50(52t) © CEI 1984

entarteter Halbleiter
semiconductor degenerado
semiconduttore degenerato
ontaarde halfgeleider
polprzewodnik
zdegenerowany

OCTH TONYHNPOBOIHUKA,
OphIie MOTYT NEPEMEIATHECA IO
BUCM 3JICKTPHUYCCKOTO I10JIs.

TOR NPOBOAUMOCTH

HanpasneHHoe IepeMelleHue CBO-
GOMHBIX HOCUTENEH 3apsifoB B TEIE,
BLI3BAHHOE BJIMSIHHEM BHEILIHETO
3JTEKTPHIECKOTO MO,

Leitungselektronen
electrorles de conduccion
elettronf di conduzione
geleidingselektronen
elektrony przewodzenia
ledningselektron

Leitungsstrom
corriende de conduccion
corrent¢ di conduzione
geleidirnigsstroom

prad prrewodzenia
ledning$strom

521-02-16
conducteur

Substance dans laquelle des por-
teurs de charge libres peuvent se dé-
placer sous l’action d'un champ
¢lectrique.

conductor

A substance having free charge car-
riers which can be moved by an
electric field.

NPOBOAHHK

BeitiecTBO, B KOTOpOM CBOOOTHBIE
HOCHTENIA 3apAOoB MOIYT MIEpEMeE-
WaTeCsl [oA ACHCTBUEM JJICKTPU-
YECKOro noJis.

Leiter
conductor
conduttore
geleider
przewodnik
ledare
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521-02-17
trou

Lacune apparaissant dans un bande
d’énergie normalement pleine, et se
comportant comme un porteur
d’une charge positive élémentaire.

Note. — Un trou est fréquemment
produit par le passage
d’un électron de la
bande de valence a la
bande de conduction, ce
qui donne naissance a

une pire-éleetren-tron——————————tron-hole-pair

521-02-18
conduction par tyous

Conduction das un semiconduc-
teur due au déplacement de trous
du réseau cristpllin sous I’action
d’un champ éledtrique.

521-02-19
conduction par électrons

Conduction dags un semiconduc-
teur due au déplhcement d’électrons
du réseau crisfallin sous I'g
d’un champ éledtrique.

521-02-20

conduction intrirjséque

Conduction daps un,_semiconduc-
teur, due au dép)| acement de trous et
d’électrons de Q
provenant de la productlon de
paires de porteurs de charge.

521-02-21
conduction ionique

Conduction dans un semiconduc-
teur, due au déplacement continu
d’ions provoqué par un apport per-
manent d’énergie extérieure.

— 11 —

hole

A vacancy appearing in a normally
filled energy band, behaving like a
positive charge carrier.

Note. — A hole is frequently pro-
duced by the elevation of
an electron from the val-
ence band to the conduc-
tion band; this produces
what is called an elec-

JbipKa

Bakancus, MOSIBJISFOLIASACS B
OOBLIMHO  CILIOLIHOM  3HEpreTHye-
CKOM 30HE W XapaKTePH3YHOILAsCH
KaKk HOCHTEJ]b HMOJOXUTEJIBHOIO
3apsina.

Ipumedanne. — [lpIpka  4acro

BO3HMKAEeT MPH TEpexoie 3JeK-
TpoHa M3 BAJICHTHOM 30HBI B
30HY TIPOBOAMMOCTH, 4YTO MPUBO-
IUT K BO3HUKHOBEHHMIO Iapbl
3JIeKTPOH-ABIPKA.

Loch ; Defektelektron
hueco

lacuna

gat

dziura

hal

hole conduction

A conduction in a semiconductor,
in which holes in a crystal lattice are
propagated through the lattice un-
der the influence of an electric field.

eleciron conduction

mtrfinsic conduction

A conduction in a semiconductor
caused by the movement of holes

due to the thermal generation of
pairs of charge carriers.

ionic conduction

A conduction caused by the direct-
ed movement of charges due to the
displacement of ions, the movement
being maintained by a continuous
contribution of external energy.

FIEKTPOHHAS NMPOBOAUMOCTh

IMpoBoguMOCTs B MOJYTPOBOA-
HHUKE, TpPHA KOTOPOH 3JIEKTPOHBI
HIPOBOJUMOCTH B KPHCTAILTNYECKOM
peuleTke  IepeMeIaroTCa MO
NEWCTBHEM JIEKTPUUECKOTO OIS,

co0cTBenHas (BHYTPEHHSI)
NPOBOMMOCTb

IpoBoOUMOCTE B TIOJIYIPOBOI-
HHUKE, OOYyCJIOBIIEHHas HepeMele-

JIUMOCTH, 06pa3OBaHHbIX BCIIEACT-
BHE TEHEpaluW Map HOocHTesed
3apsOoB.

HOHHas NPOBOAUMOCTD

IpoBoauMoCTb,  OOYCIOBJIEHHAS
HANPAaBJICHHBIM [epeMeLeHneM
3apsA0B BCIIEACTBHE CMEIIERUs HO-
HOB, IIPY 3TOM TepeMeIleHHe HOon-
JIEP’KUBAETCSl HEMPEPBIBHOK I04a-
yeil SHepruM H3BHE.

ocherlejtung
conduccipn por huecos
conduziope per lacune
gatengel¢iding
przewodzenie dziurowe
halledning

Elektronenleitung
conduccipn por electrones
conduzigne per elettroni
elektronengeleiding

przewodzenie elektronowe

elektronledning

Eigenleifung
conduccion intrinseca
conduzigne intrinseca
intrinsieke geleiding
przewodzenie samoistne
egentedning ; I-ledning

Ionenleitung
conduccion ionica
conduzione ionica
ionengeleiding
przewodzenie jonowe
jonledning
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5210222
bande de conduction

Bande permise partiellement occu-
pée par des électrons libres de se
mouvoir sous linfluence d'un
champ électrique.
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conduction band

A permitted energy band partially
occupied by electrons that are free
to move under the influence of an
external electric field.

30HA NMPOBOAUMOCTH

CpobonHass 30H&, YaCTUYHO 3aHs-
Tass 3JEKTPOHAMH, KOTOPBIE CBO-
BOOHO TIepPEeMEeLIAloTCsl oI AEHCT-
BHEM 3JIEKTPHYECKOIO MOJISL.

50(521) © CEI 1984

Leitungsband

banda de conduccion
banda di conduzione
geleidingsband
pasmo przewodzenia
ledningsband

521-02-23
bande de valende

Bande permiseloccupée par les élec-
trons de valende

Notes 1. — Dpns un cristal, la
bqnde de valence est
ugpe bande pleine au
zdro kelvin.

2. — Upn manque délec-
ns dans la bande de
vdlence donne nais-
ce & des trous dans
bande de valence et
des électrons de
nductions dans la
nde de conduction.

=
—

(o2l e B -~vall ]

521-02-24
écart énergetiqye

Ecart entre le
plus bas de la pande~de conductign
et le niveau d’épergie le p &
la bande de valence.

valence band

The permitted band occupied by the
valence electrons.

Notes 1. — The valence band in
an ideal crystal is com-
pletely occupied at the
temperature of zero
kelvin.

2. — Electrbn

gap between the Jower energy
boundary of the conduction band
and the upper energy boundary of
the valence band.

BaJICHTHas 30HA

OTCyTCTBHE
BAJICHTHOH 30HE

IIMPUHA 3aMpPEIeHHON 30HbI

WnrepBan Mexay HUKHHUM 3Hepre-
TUYeCKUM YPOBHEM 30HBI IIPOBOIM-
MOCTH M BEPXHUM IHEPreTUYECKUM
YPOBHEM BaJICHTHO} 30HBL

band

a de valencia
handg’di valenza
valenti¢band
valencyjne
valensbpnd

Energi¢abstand ;
Energieliicke

separadion energética

salto erjergetico (di energia)

bandafstand

przerwg energetyczna

energigap

521-02-25

bande d’énergie
bande de Bloch

Ensemble pratiquement continu de
niveaux d’énergie dans une subs-
tance.

energy band
Bloch band

A virtually continuous set of energy
levels in a substance.

JHepreTHueckasi 30Ha
3oHa baoxa

Psin HenmpepbIBHBIX 3HEPTETUYECKUX
YPOBHEH B BELIECTBE.

Energieband ; Bloch-Band

banda de energia ; banda
de Bloch

banda di energia (banda di
Bloch)

energieband ; Blochband

pasmo energetyczne ; pasmo
Blocha

energiband
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521-02-26

bande d’énergie
(dans un semiconducteur)

Ensemble des niveaux d’énergie des
électrons dans un semiconducteur,
limité par les valeurs minimale et
maximale des énergies.

— 13 —

energy band
(in a semiconductor)

A range of energy levels of elec-
trons in a semiconductor, limited by
the minimum and maximum values
of the energies.

JHepreruyecKas 3oHa
(noNynpoBOJHUKA)

Pz sHepreTUUECKUX YPOBHEH 3J1eK-
TPOHOB B IOJIyTIPOBOJHHUKE, OTpa-
HUYCHHBI MHHUMAJIBHBIM U Mak-
CHMaJIbHBIM 3HAYEHUSIMM 3HEPTHH.

Energieband (in einem
Halbileiter)

banda de energia (en un
semiconductor)

banda di energia (in un
semiconduttore)

energieband (in een
halfgeleider)

pasmo energetyczne (w
potprzewodniku)

energiband (i en halvledare)

521-02-27
bande partiellem¢nt occupée

dont tous les ni-
s occupés par deux
S Opposés.

Bande d’énergig
veaux ne sont p.
électrons de spi

521-02-28

bande d’excitatidn

Bande d’énergie|ayant un ensemble

de niveaux d’énergie voisins /qui
correspondent § des états -@
d’excitation dep électrons diyne

substance.

521-02-29

bande permise

Bande d’énergip ‘dont chaque ni-

partially occupied band

An energy band not all the levels of
which correspond to the energy of
each of two electrons with opposite
spins.

permitted band

An energy band each level of which

oHa BO30Y:KIEHHS

DHepreTHyeckasl 30HA, MMEHOLIAs
06J1aCTh COCEIHMX YHEPTeTHYECKUX
ypOBHEH, COOTBETCTBYIOIIMX BO3-
MOXHBIM COCTOSIHHSIM  BO30YXe-
HUsL 9JIEKTPOHOB B BEILIECTBE.

paspelneHHasi 30HA

DHepreTuyeckast 30HA, KaXIbIHA

veau peut &tre occupé par des élec-
trons.

521-02-30
bande interdite

Bande d’énergie qui ne peut étre oc-
cupée par aucun électron.

may be occupied by elecirons.

forbidden band

An energy band that cannot be oc-
cupied by electrons.

YPOB€Hb KOTOPpOM MOXCET Obllb
3aHST 3JICKTPOHAMH.

3anpeineHHas 30Ha

DHepreTuyeckasi 30Ha, kKOTopas He
MOXET OBITH 3aHATA IEKTPOHAMHU.

ilweise pesetztes Band

nda parcialmente ocupada
banda pdrzialmente occupata
gedeelteljjk bezette band
pasmo zdpelnione czgSciowo
delvis besatt band

Anregungsband
banda ddq excitacion
banda di|eccitazione
excitatiepand
pasmo p¢budzenia
excitatiopsband

erlaubtes Band
banda pé¢rmitida
banda plrmessa
toegestane band
pasmo dozwolone
tillatet band

verbotenes Band
banda reservada
banda proibita
verboden band
pasmo zabronione
forbjudet band
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521-02-31
isolant

Substance dans laquelle la bande de
valence est une bande pleine sépa-
rée de la premiére bande d’excita-
tion par une bande interdite d’une
largeur telle que, pour faire passer
dans la bande de conduction des
électrons de la bande de valence, il
faut une énergie assez grande pour
entrainer une décharge disruptive.
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insulant

A substance in which the valence
band is a filled band separated from
the first excitation band by a forbid-
den band of such width that the en-
ergy needed to excite electrons from
the valence band to the conduction
band is so large as to disrupt the
substance.

H30J5TOP

BeuiecTBO, B KOTOPOM BaJIEHTHAss
30HA 3amOJHEHA U OTAeNeHa OT
nepBoit 30HbI BO30YKACHUS 3aIIpe-
LIIEHHON 30HOW TakoW IIMPUHEI,
npu KOTOpPOi 3Heprusi, HeobXomu-
Mast U1 IepeMeLIeHNs 3JIEKTPOHOB
13 BaJIEHTHON 30HBLI B 30HY IIPOBO-
JIMMOCTH, CTOJIb BEJINKA, YTO paspy-
IUKAT BELLECTBO.

50(521) © CEI 1984

Isolator
aislante
isolante
isolator
nieprzewodnik ; izolator
isolator

521-02-32
bande pleine

Bande permis¢ dans laquelle, a la
température dg zéro kelvin, tous les
niveaux d’énerngie sont occupés par
des électrons.

521-02-33
bande vide

Bande permis¢ dans laquelle, a la
température dp zéro kelvin, gucun

niveau d’énergie n’est occupé par
des électrons.

521-02-34

bande de surfafe

Bande d’énerg

e\permise constituée
dana PR ) et

521-02-35
niveau local

Niveau situé dans une bande inter-
dite et dii a une imperfection du ré-
seau cristallin, dans le cas d’une fai-
ble concentration de défauts.

filled band

A permitted band in which, at a
temperature of zero kelvin, all the
energy levels are occupied by elec-
trons.

surface band
A permitted band

formed by the

local level

An energy level in a forbidden band
caused by a lattice imperfection in
the case of a low concentration of
defects.

3an0/THCHHASY 30Ha

cBo0oAHAA 30Ha

PaspeitieHHas - BHEpreTHYecKas 30-
Ha, B KOTOPOH INpH TemIepaType
HoJb Tpanycos KenpBUHA HH OOMH
JHEpreTHveckuil ypoBeHb HE 3aHAT
3JIEKTPOHAMH.

NOBEPXHOCTHAA 30HA

PaspeliieHHas 30Ha, oOpa3oBaHHas

JNOKAJbHBI YPOBEHB

DHepreTHYECKH#l YPOBEHb, pPacmo-
JIOKEHHBIH B 3aIpEIleHHON 30HE U
0o0yCloBJIeHHBIH  fedekToM  pe-
IETKA MPY Maiofl KOHIeHTpaLuu
nedexTos.

banda piena
volle band
pasmo gapeinione
fyllt band

leeres Band
banda yacia
banda yuota
lege bapd
pasm;Puste
tomt band

Oberfljichenband
banda {le superficie
banda {li superficie

erviakteband
pasmo powierzchniowe
ytband

ortliches (lokales) Nivean
banda de impurezas
banda di impurezza
plaatselijk niveau

poziom lokalny

lokal niva
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521-02-36
niveau d’impureté

Niveau local di 4 une impureté.

521-02-37

— 15 —

impurity level

A local level due to the impurity.

NpUMeCHbLIA YpPOBEHD

JIoKaTbHBEIA YPOBEHb, O0YCIOBIIEH-
HbIA IIPUMECHIO.

Stor(stellen)niveau
nivel local

livello locale
verontreinigingsniveau
poziom domieszkowy
storimnesniva

bande d’impuret]

Bande d’énergiq constituée par ’en-
semble des nivepux d’impureté d’'un
type donné et gituée en totalité, ou
en partie, dans ine bande interdite.

521-02-38
donneur

Imperfection dfun réseau cristallin
qui, lorsqu’ellq est dominante, a
pour conséqugnce la conduction
par électrons, par suite de la libéra-
tion d’électrons '

521-02-39
accepteur

Imperfection d
qui, lorsqu’ellq
pour conséqu
par trous par
d’¢électrons.

impurity band

An energy band formed by the
combination of impurity levels of
one type and entirely or partially
located in the forbidden band.

donor

NpHMECHadA 30Ha

DHepreTudeckasl 30Ha, OQpEa3oBaH-
Hasi COBOKYIIHOCTBIO
YpOBHEl OIHOIO T¥

pe-

aAKHeNTop

Hedexr  XpHCTATMH4ECKOH - pe-
IIETKH, KOTOPbIH, €CIIU OH SABJISIETCS
npeobnafaromuM, 06yClIoBINBACT
OBIPOYHYIO — MPOBOAHUMOCTH B
pe3yIbTaTe 3aXBaTa 3JIEKTPOHOB.

Donator
donadot
donator|
donor
donor
donator]

L0

Akzeptor
aceptador
accettoge
acceptor
akceptdr
acceptor

521-02-40
niveau donneur

Niveau d’impureté intermédiaire
voisin de la bande de conduction
dans un semiconducteur extrinsé-
que.

Note.— Le niveau donneur est
plein 4 la température du
zéro kelvin; a toute autre
température, il peut four-
nir des électrons a la
bande de conduction. Les
niveaux donneurs peu-
vent former des bandes
d’impureté étroites.

donor level

An intermediate impurity
close to the conduction band in an
extrinsic semiconductor.

Note. — The donor level is filled at
the temperature of zero
kelvin; at any other tem-
perature it can supply
electrons to the conduc-
tion band. The donor
levels can form narrow
impurity bands.

level

JIOHOPHDII YPOBEHB

[MpoMexXyTOUHbIN TPUMECHBIA YPO-
BeHb BOJIM3U 30HBI NPOBOJHUMOCTH
MPUMECHOTO MOJIYIIPOBOIHHKA.

Ilpuviedanne. — JIOHOPHBIA ypoO-
BEHb 3aI0JIHAETCS [IPU TeMIlepa-
Type HOJb rpaxycos KenbsuHa;
Opy JHOOBIX APYTUX TEMIEpaTy-
pax OH MOXEeT OTIaBaTb 3JIeK-
TpOHBI B 30HYy MPOBOTHMOCTH.
JIOHOpHBIE YPOBHH MOTYT obpa-
30BBIBATH  y3KHE  IIPUMECHBIE
30HBIL.

Donatorniveau
nivel donador
livello del donatore
donorniveau
poziom donorowy
donatorniva
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521-02-41
niveau accepteur

Niveau d’impureté intermédiaire
voisin de la bande de valence, dans
un semiconducteur extrinséque.

Note.— Le niveau accepteur est
vide 4 la température de
zéro kelvin; & toute autre
température, il peut rece-
voir des électrons prove-
nant de la bande de va-
lence. Les niveaux accep-
teurs peuvent former des

— 16 —

acceptor level

An intermediate impurity level
close to the valence band in an ex-
trinsic semiconductor.

Note. — The acceptor level is
empty at the temperature
of zero kelvin; at any
other temperature it can
receive electrons from the
valence band. The accep-
tor levels can form nar-
row impurity bands.

aKueﬂTOprlﬁ YpoBens

[IpomexyTO4YHBIH TPHMMECHBIH YPO-
BeHb BOJIM3Y BAJICHTHOH 30HBI NMPH-
MECHOTO IOJIYITPOBOIHHUKA.

Ilpuvedanre. —  AXUENTOPHbLIA
ypOBEHb IIYCT IpU TeMIepaType
HoJb rpanycoB KenbBuna; mpu
JIOOBIX  OPYTHX TeMIepaTypax
OH MOKET IOJy4YaTh. J1EKTPOHEI
U3 BaJleHTHOH 30HBL AKIENTOp-
Hble YPOBHHU MOIYT 0Opa3oBbl-
BaTh Y3KHE [IPUMECHBIE 30HBL
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Akzeptornivean
nivel aceptador
livello defl’accettore
acceptorniveau
poziom akceptorowy
acceptorniva

bandgs—d*mpurett ot
tes.

521-02-42
niveau de surfade

Niveau local di} & la présence d’une
impureté ou dune autre imperfec-
tion & la surfacg du cristal.

521-0243
énergie d’ionisation d’un donneur

Energie minimple a fournir a un
électron situé hu niveau donneur
pour le transfdqrer a la bande de
conduction.

521-02-44
énergie d’ionisation d’uiivaceepte

Energie minimpled & fournir a un
¢lectron de la|ba
pour le transférer au niveau accep-
teur.

521-02-45
cristal idéal

Cristal & structure parfaitement pé-
riodique, qui ne contient donc ni
impuretés ni autres imperfections.

surface level

A local level caused by the presence
of an impurity or other imperfec-
tion at the surface of the crystal.

ionizing energy of acceptor

to transfer it to the acceptor level.

ideal crystal

A crystal which is perfectly periodic
in structure, and accordingly con-
tains no impurities or other imper-
fections.

AHEPrufd MOHU3AMU JOHOpa

MunuMaibHas SHEPrusi, KOTOPYIO
HYXKHO COODLIUTHL 3JIEKTPOHY, Ha-
XOmsILLIeMYyCsl Ha TOHOPHOM YPOBHE,
9T00b! HEPEMECTUTH €ro B 30HY
HPOBOIUMOCTH.

JHEPrus HOHM3ALNHK aKHenTepa

JICHTHOH 30HBI, YTOOBI

nepemec-
THUTh €r0 HaA AaKIENTOPHBIA YpO-
BEHb.

HAeaNbHbI KPUCTAILT

Kpucrann, koTopsiii uMeer cosep-
LIEHHYIO [EPUOIUUYECKYI0 CTPYK-
TYpPY Y He COAEPXKHUT NpUMece win
Jpyrux nedexrTos.

Oberflichenniveau
nivel defsuperficie
livello dii superficie
oppervlakteniveau
poziom powierzchniowy
ytniva

Donator-Ionisierungsenergie

energia [le ionizacion de un
donador

energia fi ionizzazione di un
donatore

ionisati¢-energie van een
donoy

energia jonizacji donora

joniseringsenergi for donator

Akzeptqr-Ionisierungsenergie

energia [de ionizacion de un

aceptador

ergia-di ionizzazione di un

accettore

ionisatie-energie van een
acceptor

energia jonizacji akceptora

joniseringsenergi for acceptor

Idealkristall
cristal ideal
cristallo ideale
perfect kristal
krysztal idealny
ideal kristall
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521-02-46
composition stechiométrique

Composition chimique d’un corps
dans lequel les éléments chimiques
existent dans les proportions pré-
cises représentées par sa formule
chimique.

— 17 —

stochiometric composition

The chemical composition of a
compound in which the elements
exist in the precise proportions re-
presented by its chemical formula.

crexuomerpwiemnﬂ cocTan

XUMHUECKUH COCTAB COeJUHEHUS, B
KOTOPOM 3JIEMEHTBl HAXOHATCHd B
TOYHOI NPONOPLUMH B COOTBETCT-
BHH C €ro XuMu4eckoit Gopmysioi.

stochiometrische
Zusammensetzung

composicion estequiomeétrica

composizione stechiometrica

stoechiometrische
samenstelling

sklad stechiometryczny

stokiometrisk
sammansittning

521-02-47

imperfection (d’yn réseau cristallin)

Ecart de structhpre par rapport a
celle d’un cristallidéal.

521-02-48
conductivité intripséque

Conductivit¢é d’in semiconducteur

intrinséque.

521-0249

conductivité de type N

teur due au muvement des élec-

Conductivité dIls un semiconduc®
trons d’un donneur.

imperfection (of a crystal lattice)

A deviation in structure from that
of an ideal crystal.

N-type conductivity

Conductivity caused by a flow of
electrons from a donor.

nedexTnl (B KpucTaIiye
pelLeTKe)

OTkI0HEHUS

CTPYKTYPBI
Tamna.

coOCTBEHHASA )JIEKTPONPOBOAHOCTL

JICKTpUUECKas TNIpOBOAUMOCTH
COGCTBEHHOIO MOJIYIIPOBOAHHKA.

3JIEKTPONPOBOAHOCTE N-THNa

DnekTpuueckas IPOBOAUMOCTb I10-
JIyIIPOBOZAHHKKA, OOYC/TOBJICHHAS I1e-

521-02-50
conductivité de type P

Conductivité dans un semiconduc-
teur due au mouvement des trous
d’un accepteur.

P-type conductivity

Conductivity caused by a flow of
holes from an acceptor.

JEKTPONPOBOIHOCTL P-THNa

DnexTpuiecKas [IPOBOTUMOCTb,
obycrioBiieHHas repeMeIeHueM
ZILIPOK OT AKLENTOopa.

b (cines

fllgitters)

cion (de un solido
no)

one (di un lattice di
cristalfo)

imperfectie

defekt (sjeci krystalicznej)
storning (i ett kristallgitter)

Eigenleitfahigkeit
conductiyidad intrinseca
conduttiYita intrinseca
intrinsieke conductiviteit ;
intringieke soortelijke
geleidlng
przewodnictwo samoistne
egenkondluktivitet

elektronengeleiding
przewodnictwo typu N
elektronkonduktivitet

P-Leitfahigkeit
conductividad tipo P
conduttivita di tipo P
gatenconductiviteit ;
soortelijke gatengeleiding
przewodnictwo typu P
halkonduktivitet
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521-02-51
porteur de charge

Dans un semiconducteur, électron
de conduction libre, ou trou ou ion.

— 18 —

charge carrier

In a semiconductor, a free conduc-
tion electron, or a hole, or an ion.

HOCHTEIL 3apsiia

B nosynpoBOQHMKE CBOOOIHBIN
SNEKTPOH  IPOBOAMMOCTH  MIIA
JBbIpKa, JIH HOH.

50(521) © CEI 1984

Ladungstriiger
portador de carga
portatore di carica
ladingdrager
noénik fadunku
laddningsbarare

521-02-52
porteur majorifaire

Porteur de chgrge d’un type consti-
tuant plus de 13 moitié de la concen-

tration totalg des porteurs de
charge.
521-02-53

porteur minoriIire

Porteur de chagge d’un type consti-
tuant moins fle la moitié de la
concentration fotale des porteurs de
charge.

521-02-54
porteur en excds

Electron de cdnduction oy tra
excédent sur I
par les conditjons d’&

majority carrier

A charge carrier of a type that con-
stitutes more than half of the total
free charge carrier concentration.

minority carrier

A charge carrier offa type that ceps
stitutes less than half of the total
fr arge i

onduction electron or hole in
ess of the number determined by
méans of the thermodynamic equi-

OCHOBHO# HOCHTE/Ib

OCHTEC/Ib

dTCJb 3apsiaa Takoro Tumna, Ko-

HepaBHOBeCHblﬁ HOCHTENDL

DEKTPOHBl WM ABIPKH NPOBOIU-
MOCTH, HAXOIAILHECs B HM30LITOY-
HOM KOJIMYECTBE II0 CPaBHEHMIO C

Majorigitstriiger

portadgr mayoritario

atare maggioritario
erheidsladingdrager
sriik wigkszoSciowy

ajoritets(laddnings)biirare

Minorifitstrager

portad¢r minoritario
portatare minoritario
minderheidsladingdrager
no$nik r-niejszoéciowy
minorifets(laddnings)bérare

Uberschuss(ladungs)triger
portaddr en exceso

portatofe in eccesso
overtollige ladingdrager
nosnik padmiarowy
overskqtts(laddnings)biirare

modynamique librium. YHCJIOM HOCUTEJIEH, ONpenessieMbIX
YCIIOBUSIMH  TEPMOIUHAMHYECKOTO
paBHOBECHSL.

521-02-55

modulation de la conductivite
(d’un semiconducteur)

Variation de la conductivité due a
I'injection de porteurs en exceés ou a
I’extraction de porteurs.

conductivity modulation
(of a semiconductor)

The variation of the conductivity as
a result of the injection of excess
carriers or the removal of carriers.

MOAYJIALNA JIEKTPHYECKOil
NPOBOAMMOCTH
(mosTyrpoBOAHUKA)

M3MeHEeHHe TPOBOAUMOCTH BCJIEA-
CTBYE HHXKEKIUH M3OBLITOYHBIX HO-
CUTEJIEN WJIU UX UIBATHUS.

Leitfahigkeitsmodulation
modulacion de la
conductividad (de un
semiconductor)
medulazione della
conduttivita (di un
semiconduttore)
conductiviteitsmodulatie (van
een halfgeleider)
modulacja przewodnictwa
konduktivitetsmodulering
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521-02-56

vitesse de recombinaison en surface

Vitesse a laquelle les électrons et les
trous devraient diffuser vers la sur-
face d’'un semiconducteur pour ob-
tenir le taux de recombinaison
conduisant a leur disparition en sur-
face.

Note. — La vitesse de recombinai-
son en surface est égale
au quotient:

de| temps et de sur-
fage;

b) paf la concentration
en| porteurs minori-
taires en exceés immé-
digtement sous la sur-
fage.

521-02-57

durée de vie dans le matériaun
(des porteurs [minoritaires)

Intervalle de tenps pendant lequel
une densité dorjnée de porteurs mi-
noritaires en ekcés dans la masse
d’un semicondycteur homogene dé-
croit par recombinaison jusqu’a at-
teindre 1/e de sp valeur d’origine.

521-02-58

mobilite (d’un |

Grandeur égald au quotient du™s
dule de la vitesser moyenne d’un
porteur de chagge dans la direction
d’un champ élecirique par—teTmo=
dule de ce champ.

521-02-59
diffusion (dans un semiconducteur)

Mouvement de particules di seule-
ment 4 un gradient de concentra-
tion.
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surface recombination velocity

The velocity with which minority
carriers would have to drift to the
surface of the semiconducteur in or-
der to account for the rate at which
they tend to combine there and are
thus lost.

Note.— The surface recombina-
tion velocity is equal to
the quotient of:

binations taking place
at the surface per unit
time and area;

b) by the excess minority
carrier concentration
directly below the sur-
face.

ift) mobility (of a charge carrier)

A quantity equal to the quotient of
the modulus of the mean velocity

of a charge carrier in the direction
clectrt by orchius

U d
of the field strength.

diffusion (in a semiconductor)

The movement of particles caused
only by a concentration gradient.

CKOPOCTb MOBEPXHOCTHOH
peKoMOMHAIHH

CKOpOCTh, ¢ KOTOPOH HEOCHOBHBIE
HOCHUTEJIA JOJUKHBI ObLIM ObI Open-
¢$oBaTh K IIOBEPXOCTH MOIYIPOBOI-
HHUKa, 4TOObl 0OECHeYMThL Ty CKO-
pOCTh PEeKOMOMHAINH, KOTOPas Be-
ZIET K MX HCYE3HOBEHUIO.

IHpuveqanne. — CKOpOCTh  NO-
BEPXHOCTHOH’ pekoMOUHALIUMH
paBHa YaCTHOMY OT J€JIEHMS !

MEHH

b) Ha KOHLEHIPAIWIIO
HBIX HEPCHOBHbIX

Nei'B obbeMe OTHOPOIHOrO IOJy-
APOBOIHUKA YMEHBILIAETCS] IIyTeM
PEKOMOMHALMKM O BEeJIHYMHBI Ye
CBOErO HAYaJIBHOTO 3HAUEHUSL.

apeiionas NoABMKHOCTD
(HocuTens 3apsiia)

BenmvuHa, paBHasi 4aCTHOMY OT J€-
JIeHUst MOZLYJA CpeIHel CKOpOCTH
HOCHTENISl 3apsiia B HalpaBlIeHUU

CHIIbI 3TOI0O IOJISL.

audysusa (B MOJYyNPOBOAHMKE)

JBuxKeHue 4acTHLl, 00yCIOBIEHHOE
TOJILKO TPaIfeHTOM UX KOHLEHTPA-
IHH.

Oberflichen-Rekombina-
tionsgeschwindigkeit

velocidad de recombinacion
en superficie

velocita di ricombinazione in
superficie

oppervlakterecombinatiesnel-
heid

predkosc rekombinacji
powierzchniowej

ytrekombineringshastighet

Volumenlebensdauer (von
Minofit4tstragern)

vida media en el material (de
portaflores minoritarios)

durata dji vita nel materiale
(di utf portatore
minofritario)

levensduur in het inwendige
van egn kristal (van
mindgrheidsladingdra-
gers)

czas zycla objetoSciowy
(nosnjika
mniejszosciowego)

volymlivslingd

Driftbeweglichkeit (eines
Ladupgstragers)

movilidad (de un portador de
carga

mobilitd (di un portatore di

caricg)

eweeglijkheid (van een
ladingdrager)

ruchliwos¢ (no$nika
tadunku)

driftrorlighet

Diffusion (in einem
Haibleiter)

difusion (en un
semiconductor)

diffusione (in un
semiconduttore)

diffusie (in een halfgeleider)

dyfuzja (w pélprzewodniku)

diffusion
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521-02-60

largeur de diffusion
(des porteurs minoritaires)

Distance pour laquelle la densité
des porteurs minoritaires décroit,
pendant leur diffusion dans un se-
miconducteur homogéne jusqu’a at-
teindre 1/e de la densité d’origine.

— 20 —

diffusion length
(of minority carriers)

The distance in which the density of
minority carriers decays to the frac-
tion 1/e of the original density, dur-
ing their diffusion in a homogen-
eous semiconductor.

auddysnaa  aamMHa  (HEOCHOBHBIX
HOCHTEJIEN)

PaccrosiHue, Ha KOTOPOM KOHIIEH-
Tpauusi HEOCHOBHBIX HOCHTeNeH
YMeHBIIAeTCs 10 BEeJIMYMHBI Ye Ha-
4ajJbHOIO 3HA4YeHWs BO BpeMs
aubdy3n B OJHOPOXHOM IIOJY-
IPOBOHHKE.

50(521) © CEI 1984

Diffusionslinge (von
Minoritétstragern)

longitud de difusion (de
portadores minoritarios)

profondita di diffusione (di
un portatore minoritario)

diffusielengte (van
minderheidsladingdra-
gers)

dlugose dyfuzji (noénikow
mniejszosciowych)

diffusionsviiglingd

521-02-61

constante de difffusion
(des porteurq de charge)

Quotient de lal densité du courant
de diffusion ppr le gradient de la
concentration | de porteurs de
charge.

521-02-62

accumulation d¢ porteurs de charge
(dans un senjiconducteur)

Augmentation Jocale de la concen-
tration des pofteurs de charge par

rapport a celle |qui existerait 31§tat
d’équilibre popir une polafi p
nulle.

521-02-63

piége

diffusion constant
(of charge carriers)

The quotient of diffusion current
density by the charge carrier con-
centration gradient.

trap

ko3¢ duuuent auddy
(socuTeneit 3apsiga)

akonJeHue 3apana (B INOJIyIpo-
BOHHUKE)

JlokanpHOe NOBBILICHHE KOHIEH-
Tpaluu HocuTelel 3apsina OTHOCH-
TEJIbHO DABHOBECHOW KOHLEHTPA-
MK, CYILECTBYIOIIEH [IpY HYJIEBOM
CMELLIEHUH.

JIOBYIIKA

usipnskonstante ;
sionskoeffizient (von

ingstrégern)

e de difusion (de
portgdores de carga)

costante di diffusione (di un
portgtore di carica)

diffusieconstante (van
ladinjgdragers)

stala dyjfuzji (no$nikow
tadunku)

diffusignskonstant

triigerspeicherung (in

Halbleiter)

acumulpicion de portadores de
cargg (en un
semigonductor)

accumuflo di portatori di
caricp (in un
semigonduttore)

opslag yan ladingdragers (in
een halfgeleider)

akumulacja nosnikow
tadugku (w
potprzewodniku)

laddningsbararlagring

(Storsté¢llen-) Haftstelle

Imperfection ou impureté dans un
réseau cristallin dont le niveau
d’énergie est situé dans la bande in-
terdite du semiconducteur et qui
agit comme centre pour la capture
et la recombinaison des électrons et
des trous.

521-02-04
limite PN

Interface dans la région de transi-
tion entre les matériaux de type P et
de type N, pour laquelle les concen-
trations en donneurs et en accep-
teurs sont égales.

A crystal lattice imperfection or 1m-
purity whose energy level is situated
in the forbidden band of the semi-
conductor and which acts as a cen-
tre for the capture or recombination
of electrons and holes.

PN boundary

An interface in the transition region
between P-type and N-type material
at which the donor and acceptor
concentrations are equal.

/ledeKT niy NpuMech B KPUCTAJLIU-
4eCcKOll pelleTke, YHEPreTHIecKui
YPOBEHb KOTOPOI pAacrnojiOKeH B
3anpeleHHON 30He MOJyIpOBOA-
HUKA ¥ BBINOJNIHSET (BYyHKLMM 3ax-
BaTa MY PEKOMOMHALIMH DJIEKTPO-
HOB H IBIPOK.

rpauuna P-N nepexona

IToBepxHOCTS pasnesa B 30HE Tepe-
x01a Mexay matepuaiavu P- u N-
THUNA, HA KOTOPOH KOHLEHTPALUU
JIOHOPOB U aKLENTOPOB PaBHEL

pulapka (domieszkowa)
(storimnes)filla

PN-Grenzfliche
limite PN

limite PN
PN-grenslaag
obszar PN
PN-grians
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521-02-65
région de transition

Région comprise entre deux ré-
gions semiconductrices homogénes
dans laquelle les propriétés électri-
ques changent.

Note.— Les deux régions homo-
génes n’appartiennent pas
nécessairement au méme
matériau semiconducteur.

— 21 —

transition region

A region between two homogen-
eous semiconducting regions, in
which the electric  properties
change.

Note. — The two homogeneous re-
gions are not necessarily
of the same semiconduc-
tor material.

00aacTh nepexona

O6macte Mexay OBYMS OIHODPOI-
HBIMH IIOJIYIIPOBOJHUKOBBIMU 0O-
acTSMH, B KOTOPOH H3MEHSFOTCS
3JIEKTPUYECKUE CBONCTBA.

THpumedanne. — JIBe OTHOPOIHbIE
HOJIyIPOBOAHUKOBBIE  OONACTH
Heobs13aTebHO JOIKHBI OBITL U3
OIHOTO M TOro Xe IMOJMYIpPOBOI-
HUKOBOIO Marepuaja.

Ubergangszone
region de transicion
regione di transizione
overgangsgebied
obszar przejscia
dvergingsomrade

521-02-66

zone de transitioh de la
concentration {les impuretés

Zone dans laquglle la concentration
d’impuretés pagse d’'une valeur a
une autre.

521-02-67
région neutre

Région dans lagpelle il y a pratique-
ment neutralitt  électrique, les
charges négativps des électron, et
des atomes accgpteurs ionisé:
librant les chdrges positives
trous et des atomes donneurs ionj
sés.

521-02-68

barriére de potel

électriques différentes, due a la dif
fusion des portgurs/de charge pro-
venant de chac
la créaction d’une charge d’espace.

521-02-69

barriére de potentiel
(d’une jonction PN)

Barriére de potentiel existant entre
deux points situés respectivement
dans la région neutre du type P et
dans la région neutre du type N.

impurity concentration
transition zone

A zone in which the impurity con-
centration changes from one value
to another.

potential barrier

potential difference between
two substances in contact or be-
tween two homogeneous regions
having different electrical proper-
ties, due to the diffusion of charge
and the
creation of a space charge region.

potential barrier
(of a PN junction)

A potential barrier between two
points respectively located in the P-
type neutral region and the N-type
neutral region.

npuMeceii

30Ha, B KOTOpPOM

3Ha4Y€HUs K AP

ieiiTpanbHasA 30HA

DNeKTPUYECKM HEHTpasibHAs 30HA,
B KOTOPO# OTPHLATEIILHEIE 3aPSIbI
JMEKTPOHOB ¥ HOHU3HUPOBAHHBIX
aTOMOB AKLENTOPOB YPaBHOBELIHM-
BAIOT MOJIOKUTENbHBIE 3apsiibl Obl-
POK W HOHH3MPOBAHHBIX ATOMOB
LOHOPOB.

HOTEeHUMAIbHbI Dapbep

PazHOCTh DOTCHHUANOB  MEXIY
IBYMsi COCEJHUMH  BELECTBAMH
WX ONHOPOJTHBIME 00JacTAMM €
Pa3IMYHBIMH 3JIEKTPUIECKUMHU
CBOI/ICTBaMI/I o6ycnoaneHHaﬂ nud-
paAIa OT Kax-

storamneskoncentration

neutrale(Zone
region neutra
regione geutra
neutraal(gebied
obszar ngutralny
neutralt pmrade

Potentialschwelle ;
Potentialwall
barrera fle potencial
barriera|di potenziale
potentiaglbarriére
bariera potencjalu
potentiabarriir

no# u3 obsacTeil U CO3TaHUEM 30-
Hbl IPOCTPAHCTBEHHOTO 3aps/a.

NOTeHNHAIbHBII Gaphep
(P-N nepexozna)

IlorennuansHelit Oapbep MEXIY
IBYMsl TOYKAMH, PaCHOJIOKEHHBIMU
COOTBETCTBEHHO B HeliTpanbHOR
3oHe P-THma u B HefiTpalbHOH 30HE
N-tuna.

Potentialschwelle (eines
PN-Ubergangs)

barrera de potencial (de una
unioén PN)

barriera di potenziale (di una
giunzione PN)

potentiaalbarriére (van een
PN-junctie)

bariera potencjalu (ztacza
PN)

potentialbarriir (i
PN-6verging)
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521-02-70
jonction

Zone de transition entre des régions

semiconductrices de propriétés élec-.

triques différentes ou entre un semi-
conducteur et une couche de type
différent, caractérisée par Iexis-
tence d’une barriére de potentiel qui
s’oppose au passage des porteurs de
charge entre les deux régions.

— 2

junction

A transition layer between semicon-
ductor regions of different electrical
properties, or between a semicon-
ductor and a layer of different type,
being characterized by a potential
barrier impeding the movement of
charge carriers from one region to
the other.

nepexo;

3ouHa mepexona MeEXIy HOJIYIIPO-
BOIHUKOBBIMH 00JaCTMH C pas-
JINYHLIMH  3JIEKTPUYECKUMH  CBO¥-
CTBAMH IJIM MEXAY IOJIYIPOBOJI-
HUKOM M ciioeM uHOro Tuma. Jlns
TaKko# 30HBI XapaKTEpHO HaNH4YKe
TIOTEHIIUATILHOTO Oapbepa, MIPensiT-
CTBYIOLLIErO [IEPEXOAy HOCHTENeH
3apsna U3 OOHOH obiacTu B IpYy-
IyEO.
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Ubergang
union
giunzione
junctie
ziacze
overgang

521-02-71
jonction abruptg

Jonction dont Ja largeur, dans la di-
rection du gradient de concentra-
tion d’impuretgs, est trés petite par
rapport a celle de la région de
charge d’espacg.

521-02-72

jonction progressive

Jonction dont I largeur, dans la di-
rection du gradient de concentra-
tion d’impuretgs, est comparable a
celle de la région de charge d’es-
pace.

521-02-73
jonction PN

Jonction entre [des régions
ductrices de types Pet N.

abrupt junction

A junction the width of which in the
direction of the impurity-concentra-
tion gradient is much less than the
width of the space charge region.

A junction between P and N type
semiconductor regions.

pe3Kuii nepexos

blii mepexoa

Flepexon, LIMPUHA KOTOPOro B Ha-
MPABJICHHY IPAJUEHTA KOHUEHTpPa-
MW [pHUMecell paBHA [LMPHHE
30HBI NPOCTPAHCTBEHHOTO 3apsiia.

P-N nepexon

Hepexon MEXAY NOJYyNPOBOIAHUKO-
BbIMU obsactamu P- u N-tuna.

prupta
giunziope abrupta
abrupte junctie
zlacze gkokowe
abrupt $verging

allméhlicher Ubergang

union gradual

giunzione progressiva
geleidegjke junctie

zhacze grzejsciowe
stopniowane
gradvis [overgang

PN-Ubgrgang
union PN
giunziope PN
PN-jungtie
Ztacze PN
PN-overgang

521-02-74
région de charge d’espace

Région dans laquelle la charge élec-
trique volumique résultante est dif-
férente de zéro.

Note.— La charge électrique ré-
sultante est due aux élec-
trons, aux trous, aux ac-
cepteurs et aux donneurs.

space-charge region

A region in which the net charge
density is not zero.

Note. — The net charge is caused
by electrons, holes, ion-
ized acceptors and don-
ors.

30HA HPOCTPAHCTBEHHOI'O 3apsana

30Ha, B XOTOPOH cymMapHas mioT-

HOCTB 3apsiia HE HYJIb.

Ilpuvevanye. —  CymmapHas
INIOTHOCTH 3apsiia oOyCyioBJieHa
3JIeKTPOHAMH, ObIPKAMH, HOHM-
3UPOBAHHBIMH AKLENTOpaMU U
JIOHOPaMHU.

Raumladungszone

or Ubergang

1984

region de carga de espacio
regione di carica spaziale

ruimteladingsgebied

obszar ladunku
przestrzennego

rymdladdningsomride
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521-02-75

région de charge spatiale
(d’une jonction PN)

Région de charge spatiale comprise
entre les deux régions neutres res-
pectivement de type P et de type N.

23 —

space-charge region
(of a PN junction)

A space-charge region contained
between two neutral regions of
types P and N respectively.

30H2 NMPOCTPAHCTBEHHOI'O 3apsAaa
(P-N mepexona)

30Ha MPOCTPAHCTBEHHOIO 3apsia,
3aKITIOYEHHAs MEXay OByMsl Heil-
peasbHBIME 00JIACTSIMYU COOTBETCT-
BenHo P- 1 N-tuna.

Raumladungszone (eines
PN-Ubergangs)

region de carga de espacio
(de una unién PN)

regione di carica spaziale (di
una giunzione PN)

ruimteladingsgebied (van een
PN-junctie)

obszar ladunkun
przestrzennego (ztacza
PN)

rymdladdningsomrade
(i PN-6vergéng)

521-02-76
champ électrique [interne

Champ électriqup dii & la présence
de charges d’edpace a lintérieur
d’un semicondudteur.

521-02-77

couche d’appauvrjssement
(d’un semiconflucteur)
couche de deplétipn

Région dans laquelle la concentra-
tion des charges|dues aux porteurs
mobiles est insuffisante pour neu-
traliser la densitf des charges fixes
résultant des dorneurs et des accep-
teurs.

521-02-78

effet tunnel
(dans une jon

Processus par 1
tion s’établit a tr|
potentiel d’une j
lequel les électr
chaque direction|
conduction dang la régien N et [a
bande de valencg dans1a région P.

interna} electric field

An electric field due to the presence
of space charges inside a semicon-
ductor.

depletion layer
(of a semiconducto

A region in whicl
charge carrier conce

trons pass in either direction be-
tween the conduction band in the
N-region and the valence band in
the P-region.

coOCTBeHHOE JJIeKTpH4e

KQOHUEHTpallMi HEMOABUXHBIX 3a-
PATOB JOHOPOB H aKIEIITOPOB.

TyHHe bHBII 3¢ deKT
(8 P-N nepexone)

Ipouecc, B KOTOPOM MpPOBOIM-
MOCTh OCYILECTBJISIETCS CKBO3b MO-
TeHuManbHbli OGapbep P-N mepe-
X0Od, ¥ IPUA KOTOPOM 3IEKTPOHbI
NIBMKYTCS B JIF0OOOM HarnpaBiIeHUH
MexJ1y 30HO# HpOBOAMMOCTH B N-
o6sacTu ¥ BajleHTHO# 30HOH B P-
obJiacTu.

elektrisches Feld

electrico interno

bttrico interno

ig elektrisch veld
rryczne wewngtrzne

inre elekqriskt falt

Halblditers)

capa de agotamiento (de un
semicgnductor)

strato di $vuotamento (di un
semicqnduttore)

depletielgag (van een
halfgeleider)

warstwa zubozana (W
poiprgewodniku)

utarmningsomrade

Sperrschiht (eines

Tunneleffekt (in einem
PN-Ubergang)

efecto tamel (en una unién
PN)

processo funnel (di una
giunzipne PN)

tunneleffpct (in een
PN-junctie)

zjawisko funelowe (w ztaczu
PN)

tunneleffekt (i PN-6verging)

Note. — L’effet tunnel, a la diffé-
rence de la diffusion des
porteurs de charge, en-
traine seulement des élec-
trons. Le temps de transit
est pratiquement négli-
geable.

521-02-79
effet magnétorésistant

Variation de la résistance électrique
d’un semiconductor sous l’action
d’un champ magnétique.

Note.— Tunnel action, unlike the
diffusion of charge carri-
ers, involves electrons
only. The transit time is
practically negligible.

magnetoresistive effect

The change of the electrical resist-
ance of a semiconductor or conduc-
tor due to a magnetic field.

Hpuvewanne. —  TyHHeJBHBIR
a¢ipexT B oTiIMYMe OT audysuu
: HOCHTeJIeH 3apsila pacrnpocTpa-
HAETCS TOJIbKO Ha 3JIEKTPOHEL
Bpemsi nposera npakTH4eCKd
O4EHb MaJIo.

MarHUTOpe3HCTUBHLIIA 3(deKT

H3menenue SJICKTPUIECCKOTO  CO-
IIPOTHUBJICHUS NOJIyIpOBOAHUKA
WA [OPOBOIHUKA ©ION HeitcTBUEM
MAarHuTHOroO IoJii.

Magnetowiderstandseffekt
efecto magnetorresistente
effetto magnetoresistivo
magnetoweerstandseffect
zjawisko magnetorezystywne
magnetoresistiv effekt
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521-02-80

effet piézorésistant
effet tensorésistant

Variation de la résistance électrique
d’un semiconducteur sous Paction
d’une contrainte mécanique.

—_ 24 —

piezoresistive effect
tensoresistive effect

The change of the electrical resist-
ance of a semiconductor or conduc-
tor due to mechanical stress.

nhe30pe3ucTUBHbI dddexT
TeH30pe3ucTBHLIH dddexr

Hamenenue 3JIEKTPUYECKOTro  CO-
HIPOTUBJICHUS INOJIYIIPOBOOHUKA
WM IIPOBOAHMKa NOI nedcTrreM
MEXAHHUYECKOI0 HANPSKCHUSA.

50(521) © CEI 1984

Piezowiderstandseffekt ;
Spannungswiderstands-
effekt

efecto piezorresistente ;
efecto tensorresistente

effetto piezoresistivo ;
effetto tensoresistivo

piézoweerstandseffect

zjawisko piezorezystywne ;
zjawisko tensorezystywne

piezoresistiv effekt

521-03-01

croissance par firage
(d’un mono¢ristal)

croissance par Ja méthode
de Czochralgki

Production d’en monocristal en ti-
rant progressijement du bain de fu-
sion le cristal|en cours de forma-
tion.

521-03-02

monocrista
zone

croissance d’u
par fusion

Production
I'aide d’un ger 2
faisant traverser une zone fondue
d’abord par une partie du germe
monocristallin, puis par le semicon-
ducteur polycristallin  accolé au
germe.

‘uh’ monocristal  a

521-03-03
purification par zone

Passage d’une ou de plusieurs zones
fondues le long dun cristal semi-
conducteur, afin de diminuer la
¢oncentration en impuretés dans le
cristal.

SECTION 521-03 — TRAITEMENT DES MATERIAU

growing by zone melting
(of a single crystal)

The production of a single crystal
vith the aid of a mono alline
seed by passing a molten zone first
through a portion of the monocrys-
talline seed and then through the
polycrystalline semiconductor ma-

terial closely abutted to the seed.

zone refining

The passing of one or more molten
zones along a semiconductor crystal
for the purpose of reducing the im-
purity concentration in the crystal.

FOBJICHHE MOHOKpHUCTAIlIa 11y-
IIOCTENICHHOI0 BBITATMBAHUSA
PacTylIero Kpucrtajajla H3 pac-
IiaBa.

BbipammBaHue (MOHOKPHCTAJLIA)
METOA0M 30HHOW MJIABKH

HepeMeLeHus

3aTpaBku  IyTeM
pacriiaBleHHOM  30HBI  CHavana
4yepe3 0o0JIacTb MOHOKpPHCTAJLTHYE-
CKOW 3aTpaBKH, 3aTE€M 4epe3 IOJH-
KPUCTAJUIMYECKUH TOJIYIIPOBOIHH-
KOBBIIl MaTepuall, BILIOTHYIO NpH-
MBIKAIONIHA K 3aTpaBKe.

30HHAN OMUCTKA

[TepemveltieHre OOHON WU HECKOJTb-
KMX pacIUIaBJIEHHBIX 30H BJOJb IO-
JIYTPOBOJHHKOBOIO KpHCTamia ¢
LEAbI0 YMEHBIICHHUST KOHIEHTpa-
(MU IpHMecel B KpUCTaILIe.

)B

Ziichtyng (eines
Ein}fristalles) durch
Zielen ; Einkristallziehen
(nach Czochralski)

crecimiento por extraccion
(de gin monocristal) ;
crecimiento por el método
de (zochralski

accresdimento ; crescita per
tiraggio (di un
morno-cristallo) ;
accrgscimento con il
metgdo di Czochralski
eenkrigtalgroei volgens de
methode van Czochralski
metodd monokrystalizacji
Czog¢hralskiego
kristalldragning

istallziehen durch
Zongnschmelzen

crecimiento de un monocristal
por {usion de zona

imento per zone di
fusione

eenkristalgroei door
zonesmelting

metoda monokrystalizacji
strefowej

kristallodling med
zonsmiltning

Zonenreinigen

purificacion por zona
purificazione a zone
zuivering door zonesmelting
oczyszczanie strefowe
zonrening
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521-03-04

nivellement par zone zone levelling 30HHOE BLIPaBHMBaHME Zonennivellieren

nivelacion por zona
livellamento a zone
nivellering door zonesmelting

Passage d’une ou de plusieurs zones  The passing of one or more molten  Iepemernenne OHON WM HECKOIIb-
fondues a travers un cristal semi- zones through a semiconductor KHuX paclJaBJI€HHBIX 30H BOJIb T10-

conducteur, afin d umfo,rmlser la crystal for the purpose of uniformly  JypOBOAHMKOBOTO KPHCTANIA € wyrgwnywanie strefowe
concentration en impuretés dans le  distributing impurities in the crystal.  nenero noJyYeHHs paBHOMEPHOTO zonutjiimning
cristal. pacnpenenienusi IpuMecel B Kpuc-

Tase.

521-03-05

dopage (d’un sempiconducteur) doping (of a semiconductor) JiernpoBanue (IOJIYIIPOBE 1 eines Halbleiters)

" . s . » . " e un
Addition d’impufetés a un semicon- The addition of impurities to a  JlobaBneHue mpumege

. e . : . 3 nductor)
ducteur pour obtenir la conductivité  semiconductor to achieve a desired  BOIHHK C LenbIO JOCTHIKER i (di un
désirée de type IN ou de type P. N-type conductivity or P-type con- = nejieHHOH 31eK PO nduttore)

ductivity. unu P-tuna. van een
halfgeleider)
domieszkiowanie
(pdtprrewodnika)
dopning
521-03-06
compensation au [moyen PUMECHA KOMIIEHCANUSA Storstellgnkompensation

compensgcion por impurezas
compensjzione a mezzo di
impurita
verontreigigingscompensatie
kompensgcja domieszkowa
storamneskompensering

d&’impuretés

Addition d’impyretés de type don-
neur & un semidonducteur de type

P, ou d’impureté de type acceptey
a un semicondgcteur deé type

JlobGaBrneHre NOHOPHBIX IMPHMeCcEH
B HOJIyIPOBOJAHHUK P-THMna mnm ak-
LENTOPHLIX NpHUMeceil B IOJIyNpo-
BOIHMKOBBIM MaTepuan N-tuna,

conduisant & Wyne compensatien IIPUBOJSIIIEe K YACTU4YHOMH, IOJHOH
partielle équilibrge ou excédentai KOMIIEHCALlMM HJIM [epeKOMITeHCa-
LY.
521-03-07
procédé par alliage alloy technique cniaBHast TEXHOJIOIUs Legierungstechnik
. N . . i técnica d¢ aleacion

Formation d'ung¢ jonction PN par  The formation of a PN junction by = Co3snanue P-N nepexoma mnyTem processo per lega di fusione
fusion d’une subdtance donnense o ing a donor or accepto h- BOUJIABIICHMSA JIOHOPHOTO WU aK- esérinsstechniek
accepteuse A la surface d’un cristal  stance into the surface of a semi- - . HEATOPHOTO BEINECTBA B MOMYIPO- * achnika stopowa
semiconducteur. conductor crystal. BOJHHUKOBBIA KPHCTAJLIL. legeringsteknik
Notes 1.— La région recristallisée ~ Notes 1.— The re-crystallized re- [IIpumesanme 1. —  Pexpuc-

formée lors du refroidis- gion formed on cooling TaJIM30BaHHas 007acTh, obpa-

sement contient des contains impurity atoms 3yemasi TIpH OXJIaXAEHUH, COALP-

atomes d’impuretés qui which give rise to N- XHUT aTOMBl TNpPUMECH, CO371a-

donnent naissance & type, or P-type conduc- JOIIUE 3MEKTPONPOBOAHOCTL N-

une conductivité de type tivity, which differs Tuna una P-Tuma, xotopas oT-

N (ou de type P) qui from that of the host JMYAaeTCsl  OT  3JIEKTPOIPOBOM-~

différe de celle du cristal crystal. HOCTH MCXONHOTO KpUCTaIlja.

primitif.

2.—On obtient générale- 2.—PNP or NPN junctions [Ipumewanne 2. — Ilepexomsl

ment les jonctions PNP are usually formed by P-N-P umz N-P-N 065140

ou NPN par alliage sur alloying from opposite .  CO3NAIOTCH BIJIABJEHMEM C IPO-

les deux faces opposées sides of the host crystal. THUBOIIOJIOXHBIX CTOPOH B HCXOI-

du cristal primitif. HBIA KPHCTAJLIL.
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521-03-08
procedé par diffusion

Formation d’une région a conducti-
vité de type P ou de type N dans un
cristal semiconducteur, obtenue par
diffusion d’atomes d’impuretés
dans le cristal.

— 26 —

diffusion technique

The formation of the region of P-
type or N-type conductivity in a
semiconductor crystal by diffusing
impurity atoms into the crystal.

muddy3Has TEXHOIOTHSA

Cospanye B MOJYNPOBOJHUKOBOM
KpHCTAIUIe 00JIaCTH € 3MIEKTPOINpPO-
BoaHOCThI0 P- unu N-tuma mero-
oM audiby3HH aTOMOB IPUMECH B
KPHCTAILIL.
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Diffusionstechnik
técnica de difusion
tecnica di diffusione
diffusietechniek
technika dyfuzyjna
diffusionsteknik

421-03-09
procéde planaire

Formation de [régions de type P ou
de type N ou|des deux types dans
un cristal semliconducteur, par dif-
fusion d’atomgs d’impuretés dans le
cristal a traver§ des ouvertures prati-
quées dans urje couche de protec-
tion du cristal

521-03-10
procédeé par mjcroalliage

Formation de|petites jonctions PN
par alliage, agrés dépdt électrolyti-
que des donndurs ou des accepteurs

dans de petitep alvéoles.

521-03-11
procedé mesa

Formation d’fine jonction
forme d’un theau surélevé obterfu

par attaque d¢ lalsurface d’un semi-
conducteur dans\Iés régions entou-

planar technique

The formation of P-type or N-type
regions or both in a semiconductor
crystal by diffusion technique
through apertures in a protective
surface layer on the crystal.

micro-alloy technique

The formation of a junction in the
shape of a raised plateau by succes-
sive impurity diffusions or alloying
and then etching away material in

IUIAaHApHAA TEXHOJIOIHA

CIlJIaBHAsl TEXHOJIOT A

Coznanue nebonpluux P-N nepexo-
OB TIOCPEACTBOM  BIUIABJICHMS
TOCNIE  3JEKTPOJIUTHYECKOTO OCaX-
JIEHHs. JOHODHBIX IIH aKIEHTOp-
HBbIX MATEpUAJIOB B HeOOJIbIINE MO
IoIIAnY YrIyOneHus.

Me3a-TEXHO0JI0rust

Cosmaume mnepexoma B (dopme
BO3BBIIIAIOINETOCd IUIATO  IIyTeM
nocaenoBaTenbHOR auddysun i
BIUTABJIEHHUS] [IPUMECH, @ 3aTEM Bbl-

Mikrolegierungstechnik
técnical de microaleacion
tecnical per micro-lega
microl¢géringstechniek
technika mikrostopu
mikrolpgeringsteknik

Mesat¢chnik
mesa
tecnica mesa
mesatechniek
technika «mesa»
nik

rant le plateau qu’on désire former,
réalisée par des diffusions ou des al-
liages successifs d’impuretés.

521-03-12
épitaxie

Dépdt d'une couche de matériau se-
miconducteur sur un substrat, cette
couche ayant la méme orientation
cristalline que le substrat.

the regions surrounding the plateau.

epitaxy

The deposition of a layer of semi-
conductor material onto a substrate,
this layer having the same crystal
orientation as the substrate.

TpABJIMBAHUS MaTepHajia B OKDY-
KAOLUX MJIATO O0JIACTSAX.

SMIMTAKCHHA

OcaxzaeHue ciost TOJIyNIPOBOAHH~
KOBOro MarepHajia Ha IOIJIOXKY;
3TOT CJIOH UMeEEeT Ty K€ KpUCTAJLJIU-
YECKYI0 OPUCHTALMIO, YTO W IIOH-
JIOXKKa.

Epitaxie

epitaxis

tecnica epitassiale
epitaxie

epitaksja

epitaxi
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521-03-13
passivation de surface

Application ou croissance de
couches protectrices & la surface
d’un semiconducteur, aprés forma-
tion de régions de type P ou de type
N, ou des deux types.

521-03-14

implantation ionique

— 27 —

surface passivation

The application or growth of a pro-
tective layer on the surface of a
semiconductor after the formation
of regions of P-type, N-type or
both.

ion implantafi

Formation ‘d’une |région de conduc-
tivité de type N, de type P ou intrin-
séque dans un cfistal semiconduc-
teur par implantdtion d’ions accélé-
rés.

521-04-01
dispositif a semicp

Dispositif dont
essentielles sont [dues a un
porteurs de charge a I'intéricur d's
semiconducteur.

NOBEPXHOCTHAS [TacCMBaNNs

Bripaniypanue 3aiMTHOIO CIOs Ha
[IOBEPXHOCTH HOJTYIIPOBOJHUKA IO~
cre obpazoBaHust obnacteit P- min
N-Tuma uix TOro u Apyroro.

HOHHAA MMILIAHTAUUSA

The formation of a region of P-type,
N-type or intrinsic conductivity in
semiconductor crystal by implant-
ing accelerated ions.

semiconductor device

dévice whose essential character-
istics are due to the flow of charge
carriers within a semiconductor.

Oberflidchenpassivierung
pasivacion de superficie
passivazione di superficie
oppervlaktepassivering
pasywacja powierzchniowa
ytpassivering

Ionenimplantation

O6pasoBanue obnacTu P-tuia, N-

YCKOPEHHBIX HOHOB.

1o IyNPOBOAHHKOBBIIi npuGop

TIpubop, oCHOBHBIE XapaKTEePUCTH-
KH KOTOPOro o0yCIIOBJIEHBI IIEpeMe-
IeHMeM HOCHUTENeH 3apsina B Ipe-
ZAeNax IOyNpOBOIHUKA.

implantadion idnica

implaftazione ionica)
ionenimplantatie

Halbleiterbauelement
dispositivp semiconductor
dispositivp a semiconduttore
halfgeleider(element)
przyrzad polprzewodnikowy
halvledarkomponent

521-04-02
diode a semiconducteurs

Dispositif & semiconducteurs a deux
électrodes possédant une caractéris-
tique tension-courant asymétrique.

Note.— Sauf spécification con-
traire, ce terme s’applique
normalement a un dispo-
sitif dont la caractéristi-
que tension-courant est
celle d’une seule jonction
PN.

semiconductor diode

A semiconductor device having two
electrodes and exhibiting an asym-
metrical voltage-current characteris-
tic.

Note.— Unless otherwise quali-
fied, this term usually
means a device with the
voltage-current character-
istic typical of a single PN
junction.

NOJYNPOBOAHUKOBEI 101

TosnynpoBoaHUKOBBIE mpubop ¢
IBYMsI BBIBOIAMH H HECHMMETPHY-
HOM BONBT-aMIIEPHON XapakTepH-
CTHKO.

Hprvevanne. — Ecnu He yxaszaHo
0c000, 3THM TEPMHUHOM 00O03HA-
YAKTCA MPHOOPBI C BOJIBT-AM-
mepHO#l  XapaKTepUCTHKOM, TH-
nM4HOM nns enuuuynoro P-N me-
pexona.

Halbleiterdiode

diodo semiconductor
diodo a semiconduttore
halfgeleiderdiode

dioda potprzewodnikowa
halvledardiod
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521-04-03
diode de signal

Diode 4 semiconducteurs utilisée
pour détecter ou traiter un signal,
électrique.

521-04-04

— 28 —

signal diode

A semiconductor diode used for de-
tecting or processing electrical sig-
nals.

CHTHAJLHLIA AM0oa

[MonynpoBOOHUKOBRI AMOA, HC-
NOJb3yeMbIi 11 NeTeKTUPOBAHUS
Ui 00paboOTKU 3TEKTPUUECKHUX CHU-
THAJIOB.
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Signaldiode
diodo de senal
diodo per segnale
signaaldiode
dioda sygnalowa
signaldiod

diode tunnel

Diode a semidonducteurs ayant une
jonction PN, ldans laquelle se pro-
duit 'effet tuhnel qui donne nais-
sance a une ¢onductance différen-
tielle négativg¢ dans une certaine
plage de la daractéristique directe
courant-tension.

521-04-05
diode unitunne

Diode tunnel |[dont les courants de
pic et de vallép sont approximative-

ment égaux.

521-04-06
diode 2 capacifé varia

Diode a semjconducteurs
capacité aux Ppornes varie de fagon
déterminée en forction de la ten-
sion.

tunnel diode

A semiconductor diode having a
PN junction in which tunnel action
occurs in the forward direction giv-
ing rise to negative differential con-
ductance in a certain range of the
forward direction of the current-
voltage characteristic.

unitunnel diode

riable-capacitance diode

A semiconductor diode used as a
voltage-controlled capacitor.

TYHHeJIbHbIA JHON

HHEJILHbIA U0

YHHEJIbHBIR O, Y KOTOPOro IIH-
KOBbIM TOK M TOK BHAAWHBI IPH-
ONU3UTENIBHO PABHBI.

sBapuKan
[ToynpOBOAHUKOBBIH  AMOA, €M-
KOCTh Ha BBIBOJAX KOTOPOIO

HU3MEHSIETCE B 3aBUCHUMOCTH  OT

Tunneldiode

tunheldiode
ioda funelowa
tutineldiod

Backward-Diode ;

Un‘;r:lnneldiode
diodo Yinitanel
diodo ymitunnel
unitunpeldiode
dioda jednotunelowa
backdiod

Kapazjtits-(Variations-)
Diofle

diodo dle capacidad variable

diodo 2 capacita variabile

varactpr

HAIDSAKCHSL l . l
zmiennopojemnosciowa ;
warykap

kapacitansdiod
521-04-07
diode melangeuse mixer diode cMecHTeNbHbY anoa Mischerdiode

Diode a semiconducteurs congue
pour la conversion en fréquence de
signaux a ’aide d’une oscillation lo-
cale.

A semiconductor diode designed
for frequency conversion of signals
by means of a local oscillator.

IMonynpoBOAHUKOBLIN NUOX, NpEn-
HA3HAYEHHbBIA Q7S Tpeobpa3oBaHust
YACTOTHI CUTHAJIOB C TIOMOLIBIO Te-
TepoAUHa.

diodo mezclador
diodo miscelatore
mengdiode

dioda mieszajgca
blandardiod
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521-04-08

diode pour multiplication
de fréequence

Diode a semiconducteurs congue
pour la multiplication de la fré-
quence d’un signal.

— 29 —

frequency-multiplication diode

A semiconductor diode designed
for multiplying the frequency of a
signal.

yMHO)KHTe.m:Hblﬁ anoa

[ToyiynpoBOXHMKOBREIA IO, Ipea-
HA3HAYEHHbIH ISt YMHOXKEHMS 1ac-
TOThI CUTHAJA.

Frequenzvervielfacher-Diode

diodo para multiplicacion de
frecuencia i

diodo per moltiplicazione di
frequenza

frequentievermenigvuldi-
gingsdiode

dioda mnoznika
czestotliwosci

frekvensmultipliceringsdiod

521-04-09
diode de commugation

Diode & semidonducteurs congue
pour présenter yne transition rapide
d’un état a haufe impédance a un
état 4 basse impédance et récipro-
quement, suivapt la polarite de la
tension appliquge.

521-04-10

diode de tension|de référence

Diode 4 semicpnducteurs qui pré-
sente entre ses [bornes une tension
précision spécifiée
quand elle est polarisée pour fonc-

tionner dans ung gamme de co t
spécifiée.

de référence dd

521-04-11
diode regulatric

Diode a semicpnducteury<g
sente entre ses|bornes<une tensi
essentiellement |constante dans uné
gamme de courrnt specifiée.

switching diode

A semiconductor diode designed
for a fast transition from a high-im-
pedance state to a low-impedance
state and vice versa, depending on
the polarity of the applied voltage.

voltage reference diogde

age regulator diode

specified current range.

A” semiconductor diode which de-
velops across its terminals an essen-
tially constant voltage throughout a

neperIIoYaTe/IbHblIl JHIOS

b MO

NOJIyIIpOBONHUKOBBIA  AUOA, Ha
RIBOMIAX  KOTOPOTO  BO3HUKAET
OMOpHOE HAmpsDKEHHE 3afaHHOM
TOYHOCTH B 3aJaHHOM IMAIla3oHe
TOKOB.

cTaOMJIMTPOH

TonynpoBOAHMKOBLIH  OMOA, Ha
BBIBOZAX KOTOPOrO  BO3HHUKAET
TIOCTOSIHHOE HAIPsDKCHNE B 3afaH-
HOM [manasoHe TOKOB.

Schaltdipde
i de| conmutacion
commutazione

dioda kgmutacyjna ; dioda
przelgczajaca
switchdipd

Referenzdiode ;
Spannungsreferenzdiode
diodo dd tension de referencia

diodo per tensione di
riferimento
referent{espanningsdiode
dioda odniesienia napigciowa
(spinnings)referensdiod

tordiode ;

biliznjaca napigcie ;

521-04-12

diode de redressement
a semiconducteurs

Diode congue pour le redressement.

semiconductor rectifier diode

A diode designed for rectification.

l'lOJ'lyllpOBOI(Hl/lKOBlzlﬁ
Bbll'lpﬂMl/lTeJ'lelxlﬁ auoa

Juon, npenHa3HAYEHHbIN
BBIIIPSIMJIEHHSL.

JJI

dioda Zenera
(spinnings)reglerdiod

Halbleiter-Gleichrichterdiode

diodo semiconductor
rectificador

diodo raddrizzatore a
semiconduttore

gelijkrichterdiode

dioda prostownicza -
polprzewodnikowa

likriktardiod
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521-04-13
thermistance

Résistance possédant un coefficient
¢élevé et non linéaire et générale-
ment négatif, de variation de la ré-
sistance avec la température.

— 30 —

thermistor

A resistor having a large non-linear
(generally negative) temperature co-
efficient of resistance.

TepMOpPE3NCTOP

Pesucrop, obnaparomuii BHICOKAM
HeIHHENHBIM  (IPEUMYIIECTBEHHO
OTPHLATENBHBIM) TEMIIEPAaTYPHBIM
KO3(DUIIMEHTOM CONPOTHBIICHUS.

50(521) © CEI 1984

Heissleiter ; Thermistor
termistancia

termistore

thermistor

termistor

termistor

521-04-14
thermoelement|a semiconducteurs

Dispositif 4 s¢miconducteurs basé
sur leffet Peltier ou Seebeck et
congcu pour la fonversion directe de

la chaleur en g¢nergie électrique ou
réciproquement.

521-04-15
dispositif a effgt Hall

Dispositif & semiconducteurs congu

pour utiliser ’¢ffet Hall.

521-04-16

modulateur a effet Hall

Dispositif a effpt Hall.eongu spécia-
lement pour la|modulation.

semiconductor thermoelement

A semiconductor device based on
the Seebeck or Peltier effect and de-
signed for direct conversion of heat
into electric energy or vice versa.

Hall modulator

A hall effect device which is speci-
ally designed for modulation pur-

l'lOJ'lyH])OBO)ZlHMKOBblﬁ
TEPMOIJAEMEHT

npnGop Ha ocuoe 3ddexra Xonna

[lonynpoBonHUKOBLIA mpubOp, OC-
HOBaHHbII Ha  UCTIOJIL3OBAHMHU
sbdexta Xomnna.

moayasTop Xoana

IIpubop, neficTByroOlIHMil HA OCHOBE
a¢pdexta Xoa M npegHa3HaueH-

emento a
onduttore

ement
zewodnikowy
halvledartermoelement

Halleffekt-Bauelement
dispositivo de efecto Hall
dispositivo a effetto Hall
Hallelgment

hallotron

hallkomponent

Hallmgdulator
modulddor Hall
moduldtore di Hall
Hallmg¢dulator

521-04-17
genérateur de Hall

Plaque de Hall munie de con-
nexions et, éventuellement, d’un
boitier et de plaques en matériaux
ferreux ou non ferreux.

POSEs.

Hall generator

A Hall plate, together with leads
and, where used, encapsulation and
ferrous or non-ferrous plates.

HbIM CIICHHAJIbHO I MO YJIATIAM.

renepatop XoJia

IMnacruna Xonna, chabxeHHas Bbl-
BOJZaMM M, B Cllydae HeobXoau-
MOCTH, KOPIycOM H (eppOMAarHmT-
HBIMH HWJIH HeQeppOMAarHUTHBIMH
IJTACTUHAMH.

modulator hallotronowy
hallmodulator

Hallgenerator
generador Hall
generatore di Hall
Hallgenerator
generator Halla
hallgenerator

ter-Thermoelement
emento semiconductor

idend thermo-element
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521-04-18
multiplicateur de Hall

Dispositif a effet Hall qui contient
un générateur de Hall et une source
d’induction magnétique et tel que la
grandeur de sortie est proportion-
nelle au produit du courant de com-
mande par le courant produisant
I'induction magnétique.

— 31 —

Hall mutiplier

A Hall effect device which contains
a Hall generator and a coil as
source of magnetic flux, such that
the output quantity is proportional
to the product of the control current
and the current producing the mag-
netic flux.

yMHOKUTe/b X0.11a

TIpuGop, neficTByIOINHA Ha OCHOBE
s¢dexra Xoa, KOTOPBIA COCTOUT
u3 regepaTopa XoJula M KaTyIIKHA B
KA4eCTBE HMCTOYHHKA MATHMTHOM
MHAYKIMY, OpUYEM 3HA4YEHHE Ha
BBIXOZE 3TOro mpubopa Npoop-
HMOHAJIBHO MPOU3BEIEHUIO yIPaB-
JISIFOLIETO TOKA Ha TOK, CO3IArOLIUH
MATHUTHYIO MHIYKLHEO.

Hallmultiplikator
multiplicador Hall
moltiplicatore di Hall
Hallvermenigvuldiger
mnoznik hallotronowy
halimultiplikator

521-04-19

sonde de Hall
magnétométre aleffet Hall

Dispositif & effet Hall spécifique-
ment congu poyr la mesure de I'in-
duction magnétique.

521-04-20
magnétoresistance

Dispositif & semiconducteurs dans
lequel on utilige la variation de la
résistance électfique en fonction de
I'induction magnétique.

521-04-21

disque de Corl;lr:o

Magnétorésist
que; 'une des
gion conductrife au centre d
que, l'autre, urje bande, ‘conductri
concentrique a|la<périphérie.

Hall probe
Hall effect magnetometer

A Hall effect device specifically de-
signed for the measurement of mag-
netic flux density.

orbinodisc

A / disc-shaped  magnetoresistor
ose two electrodes are a conduc-
tive region in the geometric centre
of the disc and a concentric conduc-
tive strip around the outer perimeter
of the disc.

30na XoJlI1a
MArHUTOMETp ¢

MAFHUTOPE3UCTOP

TTonynpOBOIHHUKOBOE MMM NPOBOI-
HHKOBOE YCTPOWCTBO, OCHOB2HHOE
HAa 3aBHCHMOCTH 3IIEKTPHYECKOTO
CONPOTHUBIIEHNS OT ILIOTHOCTH Ma-
THHUTHOTO [OTOKA.

auck KopOuHo

MarsuTope3ucTop B opMe AHCKa,
IBa 3IEKTpoja KOTOPOro Ipen-
cTaBnsitoT  cOOOH  IPOBOALIYIO
06J1aCTh B TeOMETPHIECKOM LIEHTPe
O¥CKA H KOHUEHTPUTECKYIO C He
NPOBOSILIYIO TIOJNOCKY, PacIolo-

521-04-22
photodiode

Dispositif photoélectrique dans le-
quel I'absorption d’un rayonnement
électromagnétique dans la jonction
et 4 son voisinage, ou & la surface
de contact d’un semiconducteur et
d’un meétal, produit une modifica-
tion de résistance qui dépend de la
direction du courant.

photodiode

A photoelectric device in which ab-
sorption of electromagnetic radia-
tion in the junction and its neigh-
bourhood or at a contact between a
semiconductor and a metal, pro-
duces a change of resistance or a
change of voltage.

WEHHYIO 10 HepuMeIpy OKPYXHO-
CTH JHCKA.

oroanox

doToanekTpuieckuil mpubop, B KO-
TOpPOM MOTJOLUEHUE 3IJEKTPOMA-
THUTHOTO H3Jy4YeHUs B IEpPEXone U
BOAM3M HETOo WIIM HA IOBEPXHOCTU
KOHTaKTa MEXIy IOJyIpOBOIHHU-
KOM M METAJUIOM BBI3BIBACT H3Me-
HEHHE COMIPOTHUBIIEHHS UM U3MCHE-
HHUEe HAIIPSKEHMS.

sonda Halla ; magnetometr
hallofronowy
hallsong

Magnetowiderstand
magnetprresistencia
magnetpresistore
magnetpweerstand
magnetprezystor
magnetpresistor

Corbing-Scheibe

disco d¢ Corbino

disco dif Corbino
Corbingschijf
magnetprezystor tarczowy
corbinoskiva

Photodiode
fotodiodo
fotodiodo
fotodiode
fotodioda
fotodiod
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521-04-23
cellule photoconductrice

Photodiode utilisant I’effet photo-
conductif.

— 32 —

photoconductive cell

A photodiode in which the photo-
conductive effect is utilized.

(oTopesucrop

®oTonmon, OCHOBaHHBIM Ha 3-
dexTe $OTONPOBOAUMOCTH.
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Photowiderstand-

célula fotoconductora
cella fotoconduttrice
fotocel ; fotogeleidende cel
fotorezystor
fotokonduktiv cell

521-04-24
cellule photovoltaique

Photodiode utjlisant P’effet photo-
voltaique.

521-04-25
transistor

Dispositif a semiconducteurs capa-
ble de produirelune amplification et
possédant au moins trois électrodes.

521-04-26

transistor bipolgire.a j

Transistor poss¢dant au moi
jonctions et dofit le fonctionnemen
dépend a la foip dés porteurs mino-
ritaires et des p[)rteurs majoritaires.

photovoltaic cell

A photodiode in which the photo-
voltaic effect is utilized.

transistor

bipolar junction transistor

A transistor having at least two

junctions and whose functioning

depends on both minority carriers
and majority carriers.

doTognon, OCHOBYH
raabBAHUIECKOM 3

MEIOUIUH HE MEHEE TPeX 3JIEKTPO-
J0B.

OUNOIMPHBIN NJIOCKOCTHOI
TPAH3NCTOP

Tpansucrop, uMeromuil He MeHee
JIBYX IIepexozoB, pabora KOTOPOro
3aBHCUT KaK OT HEOCHOBHBIX, TaK M
OT OCHOBHBIX HOCHTeNeit 3apssa.

ement

tovoltaica
fovoltaica

ningscel ; zonnecel

fotoelektryczne
otoelektromotorisk cell

Transistor
transistpr
transistpre
transistpr
tranzystor
transistpr

Sperzschicht-Transistor ;
Flichentransistor
transistpr bipolar de union
transistpre bipolare a
giunzione
i ige junctietransistor

521-04-27
transistor unipolaire

Transistor dans lequel le mécanisme
prédominant dépend seulement des
porteurs majoritaires.

unipolar transistor

A transistor in which the current
flow mechanism is predominantly
by majority carriers.

YHUIOAIPHBIIA TPaH3HCTOP

Tpanzucrop, pabora KOTOpPOro
33BUCHT TOJIBKO OT OCHOBHBIX HO-
cuTeseil 3apsiaa.

tranzystor ziaczowy bipolarny
bipolir skikttransistor

Unipolartransistor
transistor unipolar
transistore unipolare
unipolaire transistor
tranzystor unipelarny
unipoléiirtransistor
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521-04-28 !
transistor bilateral

Transistor bipolaire a jonctions (ou
transistor a effet de champ) ayant
sensiblement les mémes caractéristi-
ques ¢€lectriques lorsqu’on permute
les bornes désignées respectivement
par émetteur (ou source) et collec-
teur (ou drain).

— 33 —

bidirectional transistor

A bipolar junction transistor (or
field-effect transistor) that has sub-
stantially the same electrical charac-
teristics when the electrodes nor-
mally designated as emitter (or
source) and collector (or drain) are
interchanged.

CHMMETPHUHBII TPAH3NCTOP

Bunosnsipuplii MIIOCKOCTHOH TpaH-
3uCTOp (MJM TIONEBOH TPaH3UCTOD),
HMEIONIMH  NOYTH  OJMHAKOBBIE
SJIEKTPHUECKNE  XapaKTepHUCTHKU
[pU B3aMMHOH 3aMeHe 3JIEKTPOIOB,
0ObIMHO O0O3HAYCHHBIX KaK 3MHT-
Tep (WM UCTOK) ¥ KOJUIEKTOp (Mau
CTOK).

Zweirichtungstransistor-;
bidirektionaler-Transistor
transistor bidireccional
transistore bidirezionale
tweerichtingstransistor
tranzystor obukierunkowy ;
tranzystor dwukierunkowy
dubbelriktad transistor

521-04-29
phototransistor

Transistor utilishnt 'effet photo-
électrique.

521-04-30
transistor a effet [de champ

Transistor unipolaire dans lequel le
courant circulaft dans un canal
conducteur est gommandé par un
champ électriqug perpendiculaire a
la direction du cpurant.

521-04-31

transistor a effet
a jonction de

e champ
ille

S

Transistor a effgt de champ ayag
une ou plusieurp régions de g
qui forment une|ou plusieurs jo
tions PN avec le|canal.

phototransistor

A transistor in which the photoelec-
tric effect is utilized.

field-effect transistor

A unipolar transistor in which the

electric field oriented
tion perpendicular to
current.

ore “gate regions which form
jon itH the channel.

tdoToTpansucrop

Tpau3ucTop, OCHOBaHHKIH Ha (HO
TOBJIEKTPU4ECKOM 3HPeKTe

M0JIEBOI TPAH3HCTOP C 3aTBOPOM HA
OCHOBe mepexoaa

IToneBoif TpaH3UCTOp, WMEIOLLKKA
OJIHY HJIM HECKOJIbKO obiacreil 3a1-
BOpa, KOTOpble 00pasyloT C KaHa-
JIOM OZMH MM Heckoneko P-N ne-
PEXOI0B.

Phototrapsistor
otofransjstor
fototransfstore

ptotransjstor

Feldeffelttransistor
transistoy de efecto de campo
transistote a effetto di campo
veldeffecttransistor

tranzystor polowy
filteffek{transistor

Sperrscthcht-Feldeffekt-
transistor ;
Feldeffekttransistor mit
PN-Ubergang
transistor de efecto de campo
de unign de rejilla
transistore a effetto di campo
con terminale di comando
a giuntione
veldeffecftransistor met
junctigstuurelektrode
tranzystdr polowy o bramce
zlaczopvej
filteffekftransistor med
PN-styre

521-04-32

transistor a effet de champ
a grille isolée

Transistor a effet de champ ayant
une ou plusieurs électrodes de grille
isolées ¢lectriquement du canal.

insulated-gate field-effect transistor

A field-effect transistor having one
or more gate electrodes wich are
electrically insulated from the chan-
nel.

noJieBoil TpaH3ucrop ¢
H30JIMPOBAHHBIM 3ATBOPOM

[MoyieBo#i TPaH3UCTOP, HUMEIOLIUA
OAVH WJIM HECKOJIBKO 3JIEKTPOIOB
3aTBOpPA, JJIEKTPUYECKHM H30IINPO-
BaHHBIX OT KaHaJja.

Isolierschicht-Feldeffekttran-
sistor

transistor de efecto de campo
de rejilla aislada

transistore a effetto di campo
(a porta isolata) e a
terminale di comando
isolato

veldeffecttransistor met
geisoleerde stuurelektrode

tranzystor polowy o bramce
izolowanej

filteffekttransistor med
isolerat styre
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521-04-33

transistor a effet de champ
«meétal-oxyde-semiconducteurs»

Transistor & effet de champ a grille
isolée dans lequel la couche isolante
entre chaque électrode de grille et le
canal est un oxyde.

— 34 —

metal-oxide-semiconductor
field-effect transistor;
MOSFET (abbreviation)

An insulated-gate field-effect tran-
sistor in which the insulating layer
between each gate electrode and the
channel is oxide material.

N0JIeBOii TPAH3NCTOP THNA
MeTa/LI-OKHCE-NI0TyNPOBOHUK

noJeBoii MOII-Tpan3ucrop
(cokpaitienue)

[NoneBoit TpaH3UCTOP € H30JMPO-
BAaHHBIM 3aTBOPOM, Y KOTOPOIo
H30JIMPYIOLIMA CNOH MEXIy Kax-
ZbIM 3JIEKTPOJOM 3aTBOpA M KaHa-
JIOM SIBJISIETCSI OKHCIIOM.
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Feldeffekttransistor mit
Metall-Oxid-Halbleiter-
Aufbau ; MOSFET

transistor de efecto de campo
de «metal-0xido-semicon-
ductor»

transistore a effetto di campo
«metallo-ossido-semicon-
duttori» MOSFET
(abbreviazione)

MOS-transistor

tranzystor polowy tlenkowy ;
tranzystor (polowy) MOS

£ kttransistor med

521-04-34

transistor a effiet de champ
a canal N

Transistor a dffet de champ ayant
un canal conducteur de type N.

521-04-35

transistor a effet de champ
a canal P

Transistor a effet de
un canal condlcteu

N-channel field-effect transistor

P-kananbHbli H0J1eBOI TPaH3UCTOP

ITosieBOH TpPaH3UCTOP, HMMEIOLIUIA
KaHaJ ¢ poBoauMocTsio P-tuna.

oxidfsolerat styre ;
MOS-transistor

N-Kanal-Feldeffekttransistor

transisfor de efecto de campo
de chnal N

transistore a effetto di campo
a capale N

veldeffiecttransistor met
N-kpnaal

tranzystor polowy o kanale N

N-kanpl (falteffekt)transistor

P-Kanpl-Feldeffekttransistor

transisfor de efecto de campo
de canal P

transisfore a effetto di campo
a capale P

veldeffecttransistor met
P-knaal

tranzystor polowy o kanale P

P-kangl (falteffekt)transistor

521-04-36

transistor a effet de champ
4 appauvrissement

Transistor a effet de champ dont le
canal a une conductance apprécia-
ble pour une tension de grille-
source nulle, cette conductance
pouvant étre augmentée ou dimi-
nuée suivant la polarité de la ten-
sion grille-source.

depletion-type field-effect transistor

A field-effect transistor which has
appreciable channel conductivity at
zero gate-to-source voltage and
whose channel conductivity may be
increased or decreased according to
the polarity of the applied gate-to-
source voltage.

H0.J1eBOii TPAH3UCTOP, padoTaromuii
B pexuMe obeHeHUs!

[MToneBolt TPaH3UCTOP, HMEIOIIMHA
3HAYATEJILHYIO NPOBOIUMOCTE Ka-
Hajla MpPU HYJIEBOM HANPSUKEHUU
3aTBOP-UCTOK, NPHYEM 3Ta IIPOBO-
JIMOCTh MOXeT OBITH IOBEIILIEHA
WIA TOHIKEHA B COOTBETCTBUM C
MOJSIPHOCTBIO IIPUJIOKEHHOTO Ha-
MPSDKEHHUs] 3aTBOP-UCTOK.

Verarmungs-
Feldeffekttransistor

transistor de efecto de campo
de agotamiento

transistore a effetto di campo
a impeverimento

veldeffecttransistor van het
verarmingstype

tranzystor polowy o kanale
zubozanym

filteffekttransistor av
utarmningstyp
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521-04-37

transistor a effet de champ
a enrichissement

Transistor a effet de champ ayant
une conductance sensiblement nulle
pour une tension grille-source nulle
et dont le canal peut étre rendu
conducteur par I'application d’une
tension grille-source de polarité ap-
propriée.

— 35 —

enchancement-type field-effect
transistor

A field-effect transistor which has
approximately zero channel con-
ductivity at zero gate-to-source vol-
tage and whose channel may be
made conductive by the application
of a gate-to-source voltage of ap-
propriate polarity.

N0J1eBO#i TpaH3ucTop, padoTaromuii
B peskuMe oforameHus

IoneBoit TPaH3UCTOP, HMMEIOIIUA
HYJIEBYIO TIPOBOAMMOCTD IPHU HYJIe-
BOM HaNpsDKEHUH 3aTBOP-UCTOK,
KaHaJl KOTOPOro MOXET CTaTh NPO-
BOJSILLIIM TIpH [10JA4€¢ HANPsDKEHHUS
3aTBOP-MCTOK  COOTBETCTBYIOLUEH
NOJIIPHOCTH.

Anreicherungs-
Feldeffekttransistor

transistor de efecto de campo
de enriquecimiento

transistore a effetto di campo
ad arricchimento

veldeffecttransistor van het
verrijkingstype

tranzystor polowy o kanale
wzbogacanym

fiilteffekttransistor av
anrikningstyp

521-04-38
thyristor

Dispositif a semhiconducteurs bista-
ble, comprenafit au moins trois
jonctions, pouvgnt &tre commuté de
I'état bloqué vgrs ’état passant ou
réciproquement|

521-04-39

thyristor diode Bloqué en inve@

Thyristor unid
bornes qui com

état bloqué en s
tension d’anodg

thyristor

A Dbistable semiconductor device
comprising three or more junctions
which can be switched from the off-
state to the on-state, or vice versa,

JMOIHBLII THPHCTOP, He NPOBOAS-
Wil B 00paTHOM HaNpaB/IeHAN

HecummeTpuuHbIl  TUPUCTOD €
IBYyMsl BbIBOJAMH, KOTOpPBIH mepe-
KJIIOYAETCsT  MIPH  TIOJIOKUTENBHOM
AQHONHOM HaNpsSDKEHMM M OKa-
3bIBAETCH 3aMEPThIM NIPM OTPULA-
TEJIbHOM aHOIHOM HalPsSIKEHHH.

Thyristar
tiristor

tiristore
thyristoy

tyrystor
tyristor

tiristorela diodo che blocca in
senso|inverso

in sperrichting blokkerende
diodejthyristor

tyrystor|diodowy blokujacy
wstecznie

diodtyristor med
sparrformaga

521-04-40

thyristor triode bloqué en inverse

Thyristor unidirectionnel a trois
bornes qui commute pour une ten-
sion d’anode positive et présente un
état bloqué en sens inverse pour une
tension d’anode négative.

reverse-blocking triode thyristor

A three-terminal unidirectional
thyristor that switches for positive
anode voltage and exhibits a re-
verse-blocking state for negative
anode voltage.

TPHOAHBIA THPHCTOP, HE MPOBOAS-
muii B 0OpaTHOM HanNpaBJeHUn

HecuMMeTpUYHBIH ~ THPHCTOP C
TpeMsl BbIBOJAMH, KOTOPBIA Mepe-
KJIIOYaeTCsi TPU  MOJIOXHUTEILHOM
aHOIHOM HAINPSHKEHWH M OKa-
3BLIBAETCS 3aMEePTLIM IIPH OTPHLIA-
TENLHOM aHOMHOM HAIpSDKEHUU.

riickwirts sperrende
Thyristortriode

tiristor triodo blogqueado en
inversa

tiristore a triodo che blocea in
senso inverso

in sperrichting blokkerende
triode-thyristor

tyrystor triodowy blokujacy
wstecznie

triodtyristor med
spirrformaga
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521-04-41

thyristor diode passant en inverse

Thyristor unidirectionnel a deux
bornes qui commute seulement
pour une tension d’anode positive
et conduit des courants importants
a des tensions d’anode négatives
comparables aux tensions a I'état
passant.

— 36 —

reverse-conducting diode thyristor

A two-terminal unidirectional thy-
ristor that switches only for positive
anode voltage and conducts large
currents at negative anode voltages
comparable in magnitude to the on-
state voltage.

JAUO/IHBII TUPHCTOP, POBOASIIII B
o0paTHOM HANPaBJICHHU

HecnMMeETpHYHBIA — THPUCTOP  C
JIBYyMsl BBIBOZAMH, KOTOpBIH mHepe-
KJIFOYAETCSl TOJBKO IPHU MOJIOKHU-
TEJILHOM aHOTHOM HANpSDKeHHM U
npoBoAUT OGOINbLIME TOKH IIpH
OTPHULIATENbHBIX AHOIHBIX HAIps-
JKEHUSIX, CPABHUMBIX IO BEJIHYHMHE C
HATIPSDKEHUEM B OTKPBITOM COCTOSI-
HUY.
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riickwiirts leitende
Thyristordiode

tiristor diodo conductor en
inversa

tiristore a diodo con
conduzione inversa

in sperrichting geleidende
diode-thyristor

tyrystor diodowy przewodzacy
wstecznie

diodtyristor utan
spirrforméga

521-04-42

thyristor triode [passant en inverse

Thyristor unidirectionnel 4 trois
bornes qui dommute seulement
pour une tensipn d’anode positive
et conduit des [courants importants
a des tension{ d’anode négatives
comparables aix tensions & I’état
passant.

521-04-43

thyristor diode bidirectionnel@
diac (abréviatidn)

Thyristor a deyx bornes présenta
sensiblement le méme co
ment en comnjutation dan

mier et le troisieme quadrantssdeMa
caractéristique jpringi

reverse-conducting triode thyristor

A three-terminal unidirectional
thyristor that switches only for posi-
tive anode voltage and conducts
large currents at negative anode
voltages comparable in magnitu
to the on-state voltage,

irst and third qua-

Ame switching be-

e current-voltage char-

CHMMeTPUYHLII AHOAHbI THPHCTOP
amak (CoKpallleHue)

Tupucrop ¢ nByMst BbIBOOAMH,
UMEIOIIMNA OJIMHAKOBBIE XapakTe-
PUCTHKM TiEpeK/TIodeHuss B 1-M U
3-M KkBampaHTax BOJBLT-aMIIEPHOU

XapaxkTepuCTHKH.

iickwiirts leitende
Thyrjstortriode
tiristor kriodo conductor en
inverpa
tiristor¢ a triodo con
condfizione inversa
in spernichting geleidende

tyrystox triodowy
przewodzacy wstecznie

triodtytlistor utan
spirgformaga

diode¢ ; Diac (Abkiirzung)
tiristor [diodo bidireccional ;
diac [en abreviatura)
tiristor¢ a diodo
bidirgzionale ;
diac [abbreviato)
diac
tyrystox diodowy
obul}'emnkowy ; tyrystor

Zweirittungs-Thyristor—

diodowy dwukierunkowy
dubbelriktad diodtyristor ;
diac

521-04-44

thyristor triode bidirectionnel
triac (abréviation)

Thyristor a trois bornes présentant
sensiblement le méme comporte-
ment en commutation dans le pre-
mier et le troisiéme quadrants de la
caractéristique principale.

bidirectional triode thyristor
triac (abbreviation)

A three-terminal thyristor having
substantially the same switching be-
haviour in the first and third qua-
drants of the current-voltage char-
acteristic.

CHMMETPUYHBII TPUOIHbIH
THPHCTOP
TpMak (COKpallleHue)

Tupuctop ¢ Tpemsi BbIBOOaMH,
UMEOINA OOVHAKOBBIE XapakTe-
PUCTHKU TiepeksrodeHuss B 1-M u
3-M KBajfpaHTaX BOJBT-AMIIEPHOM
XapaKTEePHUCTHKH.

Zweirichtungs-Thyristor-
triode ; Triac (Abkiirzung)

tiristor triodo bidireccional ;
triac (en abreviatura)

tiristore a triodo
bidirezionale ; triac
(abbreviato)

triac

tyrystor triodowy
obukierunkowy ; tyrystor
triodowy dwukierunkowy ;
triak

dubbelriktad triodtyristor ;
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521-04-45
thyristor blocable

Thyristor qui peut étre commuté de
I’état passant vers I’état bloqué et
vice versa en appliquant des si-
gnaux de commande de polarité ap-
propriée 4 la borne de gachette.

Note.— Le rapport de la puis-
sance de commande a la

— 37 —

gate turn-off thyristor

A thyristor which can be switched
from the on-state to the off-state,
and vice versa, by applying control
signals of appropriate polarity to
the gate terminal.

Note.— The ratio of triggering
power to triggered power

3anupaeMblil THPHCTOP

Tupuctop, KOTOpBI MOXET fepe-
KJIFOMATBEC W3 OTKPBITOTO COCTOS-
HUS B 3aKpbITOE U HA00OPOT IyTeM
MOJAYM Ha YIPaBISIOIUMH 3JIEK-
TpOIN  YUPaBJBIIOUIMX  CHIHAJIOB
COOTBETCTBYIOLLEH HONSIPHOCTH.

Mpunviedanne. — OTHOUIEHAE MOLL-
HOCTH IIEPEKJIIOYEeHHs K Iepe-

Abschaltthyristor
tiristor bloqueable
tiristore bloccabile
uitschakelbare thyristor
tyrystor przetaczalny
sliickbar tyristor

puissance  commandée must be appreciably less KJIIO4aEMOM  MOLTHOCTH JOJIKHO
doit étre trés inférieur a than one. ObITh 3HAYUTEJIPHO MEHBILE €IH-
l'unité. HULBL

521-04-46

thyristor P

Thyristor unidfrectionnel dans le- -

quel la borng de gichette est
connectée a 14 région P la plus
proche de la cafhode et qui est ordi-
nairement comgnutée vers I’état pas-
sant en appliquant un signal positif
a la borne de gichette par rapport a
la borne de cathode.

521-04-47
thyristor N

Thyristor unidjrectionnel dan
quel la borng ¢
connectée a 14
proche de I'andde et qui est ordinai
rement commufé vers I’état passa
en appliquant §n signal négat
borne de gichgtte par rapport\J
borne d’anode, '

521-04-48

électrode (d’un|dispositif
a semicondulcteurs)

P-gate thyristor

A unidirectional thyristor in which
the gate terminal is connected to the
P-region nearest the cathode and
which is normally switched to the
on-state by applying a positive sig-
nal to the gate terminal with respect
to the cathode terminal.

electrode (of a semiconductor
device)

Elément qui semplit nne on plu-  An element that performs one or

sieurs des fonctions suivantes: émet-
tre ou collecter des électrons ou des
trous, ou contréler leur mouvement.

521-04-49
substrat

Matériau sur lequel ou dans lequel
sont fabriqués les éléments du dis-
positif ou du circuit.

more of the functions of emitting or
collecting electrons or holes, or of
controlling their movements.

substrate

The material upon or within which
the semiconductor device or circuit
elements are fabricated.

HPHCTOP C YAPABJISIOIUM
aaexrposom N-Tuna

HecuMmMeTpU4YHBIA TUPUCTOP, Y KO-
TOpOro YNpPasJISIIOLLKN  3JIEKTPOI
coenuHen ¢ N-o0nacThio, Gvxai-
el K aHOAy, M KOTOpBIH OBBIYHO
NepekIFoYaeTCss B OTKPBITOE COC-
TOSIHME MYTEM [OJla4yi Ha YIpPaBI-
SIOIMI 3JIEKTPO OTPULIATENIEHOIO
MO OTHOILIEHUIO K aHOMY CHIHAJa.

3J1eKTpOA ([OJIYIPOBOIHUKOBOTO
npubopa)

DJeMEeHT,  BHLUIOJIHSIONMA _ ONHY

fdnseitig stenerbarer

anodengeitig steuerbarer
Thyrjstor

tiristor

tiristor¢ N

thyristar met
N-styurelektrode

tyryston o bramce typu N

N-tyristor

e (eines
Halbleiterbauelementes)
electrodo (de un dispositivo
ifonductor)

WIIM HECKOJIBbKO GYHKIMHA HCIycKa-
HES WJIM IIOTIIOLIEHHUS 3JIEKTPOHOB
WM OBIPOK WIIM YIPABJICHHS HX
TBHXKEHUEM.

HOAJIOKKA

Marepuas, Ha IOBEPXHOCTH UM B
ob6beMe KOTOPOro (hOPMEPYHOTCS
3JIEMEHTHI IpUOOpa MU CXEMBbL.

elettrodo (di un dispositivo a
semiconduttore)

elektrode (van een
halfgeleider)

elektroda (przyrzadu
potprzewodnikowego)

elektrod

Substrat
substrato
substrato
substraat
podloze
substrat
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SECTION 521-05 — TERMES GENERAUX APPLICABLES AUX DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
SECTION 521-05 — GENERAL TERMS FOR SEMICONDUCTOR DEVICES

PA3JIEJI 521-05 — OBIMUE TEPMUHBI 1JIS ITIOJIYIIPOBOJHUKOBBIX MMPUBEOPOB

521-05-01

sens direct
(d’une jonction PN)

Sens du courant qui circule lorsque
la région du type P du semiconduc-

forward direction
(of a PN junction)

The direction of current that results
when the P-type semiconductor re-

npsMoe HanpaBJieHHe
(P-N nepexozna)

HaHpaBHCHI/IC TOKa, MNOJIy4aEMOeC
IIpU DPUJIOKEHUM ITOJIOXUTECJIBHOTO

Vorwirtsrichtung (bei einem
PN-Ubergang)

sentido directo (de una unién
PN)

senso diretto (di una

teur est & une fension positive par
rapport a la région de type N.

521-05-02

sens inverse
(d’une jonctign PN)

Sens du couranf qui circule lorsque
la région du [type N du semi-
conducteur est [4 une tension posi-
tive par rappqrt a4 la région de
type P.

521-05-03

région de résistgnce
differentielle pégative

Toute partie de la caragtéristiq
principale ou 13 résista
tielle est négatiye.

gion 1s at a positive voltage relative
to the N-type region.

reverse direction
(of a PN junction)

when the N-type
gion is at a positive ¥
to the P-type region.

he voltage-current
ic within which the dif-
esistance is negative.

TIOTEHLalla K ODJIACTH MOJYAIPO-
BOAHMKA P-THma rmo oTHOIIE
obnacty N-tuma.

2, IOJy4aeMoe
1f10TOKUTEILHOTO
obactTy  moNynpo-
B PANa MO OTHOLIEHUIO K
obnacTn P-tuna.

obaacTe orpunarteiassoro Iudge-
PEHIMAJILHOTO CONPOTHBJIEHUS

JIro6o#1 y4acTOK A BOJIBT-aMIEpPHON
XapaKTepUCTHKY, B [Ipefesiax KoTo-
poro auddepeHLnaILHOE COIPO-
THBJIEHHE SIBNISIETCS. OTPHLATEND-
HBIM.

giungione PN)
doorlaatrichting (van een
PN-junctie)
erunek przewodzenia
ic4a PN)
Ining

PN-junctie)
kierunek zaporowy (zlacza
PN)
backrikfning

negativer differentieller
Wideystandsbereich

region de resistencia
difergncial negativa
regione p resistenza

differenziale negativa
gebied met negatieve
differentiéle weerstand
obszar yjemnej rezystancji
rozni¢zkowej
omrade med negativ
differentiell resistans

521-05-04

claguage (d’une jonction PN
polarisée en inverse)

Transition d’un état de haute résis-
tance vers un état de résistance net-
tement plus faible, lorsque la ten-
sion inverse augmente.

breakdown (of a reverse
biased PN junction)

Transition from a state of high re-
sistance to a state of substantially
lower resistance for increasing mag-
nitude of reverse voltage.

npo0oii (P-N nepexoma, cMellieH-
HOTO B OOpaTHOM HANpaBIICHUH)

Ilepexon U3 COCTOSIHHSI BBICOKOTO
COTPOTUBJIEHUSI B COCTOSIHUE 3Ha-
YUTEILHO ©6O0JIee HHU3KOro CONpO-
THUBJIEHUS] TIPH YBEJIMYEHHU oOpaT-
HOTO HAaIPsOKEHHsL.

Durchbruch (bei einem in
Riickwirtsrichtung
vorgespannten
PN-Ubergang)

perforacion (de una union
PN polarizada en inversa)

perforazione (di una
giunzione PN polarizzata
in senso inverso)

doorslag

przebicie (ztacza PN
spolaryzowanego
wstecznie)

genombrott
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521-05-05

claquage par avalanche
(d’une jonction PN)

Claquage provoqué par la multipli-
cation cumulative des porteurs de
charge dans un semiconducteur
sous I’action d’un champ électrique
intense qui communique a des
porteurs de charges un gain d’éner-
gie suffisant pour engendrer de
nouvelles paires €électron-trou.

— 39 —

avalanche breakdown
(of a PN junction)

A breakdown caused by the cumu-
lative multiplication of charge carri-
ers in a semiconductor under the
action of a strong electric field
which causes some charge carriers
to gain enough energy to create new
hole-electron pairs (field-induced
impact ionization).

JIABUHHBI npo0oii
(P-N niepexona)

[poboii, BLI3BIBAEMBIA JIABHHHBIM
pasMHOXXEHHEM HOCHTENEH 3apsiaa
B [OJIyIIPOBOAHUKE MO AEACTBHEM
CHJIBHOTO  JIEKTPUYECKOrO 10T,
pU 3TOM HEKOTOphIE HOCHUTEJIH
3apsiza IpUOOPETAaIOT  JHEPIHIO,
JIOCTATOYHYFO JJISt CO3JaHUSA HOBBIX
map 3JIeKTPOH-IbIpKa.

Lawinendurchbruch (eines
PN-Ubergangs)

perforacion por avalancha
(de una unién PN)

perforazione per effetto
valanga (di una giunzione
PN)

lawinedoorslag

przebicie lawinowe (ztacza
PN)

lavingenombrott

521-05-06

claquage par eff¢t Zener
(d’une jonctioh PN)

claquage par eff¢t tunnel
(d’une jonctiop PN)

Claquage provogqué par le passage
d’électrons par |effet tunnel de la
bande de valerjce a la bande de
conduction sous linfluence d’un
champ électriqug intense.

521-05-07

claquage par effet thermig
(d’une jonctign PN)

Claquage provéq

due aux effets qumulati
action de l'augnhentation.de

pation de puissgnce et.de-Paug
tation de la temjpérature de la jonc-
tion.

Zener breakdown
(of a PN junction)
tunnel breakdown
(of a PN junction)

A breakdown caused by the tran-
sition of electrons from the valence
band to the conduction band due to
tunnel action under the influence of
a strong electric field in the reverse

breakdown that is caused by
gendration of free charge carriers
swing to the cumulative interaction
between increasing power dissipa-
tion and increasing junction tem-
perature.

Note. — The English term “ther-

3eHepOBCKUii mpodol
(P-N mepexona)
O

TenuioBoii npoboii

Tpo6oii, BrI3bIBaeMBIi reHepanuei
cBOOOIHBIX HOCHTENEH 3apsiaa B
pesysibTaTe KyMYNSATHBHOH B3au-
MOCBSI3U  MEXIAY  YBEIM4YEHHEM
MOII[HOCTH PaccesiHWsl M yBejude-
HHEM TeMIIepaTyphbl Nepexoa.

Tpuveyanne. — ABruicKuil Tep-

-Durchbruch;

zenergefjombrott

thermischer Durchbruch
(eineq PN-Ubergangs)

perforacion por efecto

térmigo (de una union

thermisghe doorslag
przebici¢ cieplne (ztacza PN)

521-05-08

pénétration
(entre deux jonctions PN)

Contact entre les régions de charge
d’espace de deux jonctions PN par
suite de I'extension de I'une d’elles
ou des deux.

mal runaway” is also used
in some countries.

punch-through
(between two PN junctions)

Contact between the space charge
regions of two PN junctions as a re-
sult of widening of one or both of
them.

MUH ‘thermal runaway TaKkxe
NPUMEHSIETCS B HEKOTOPBIX CTpa-
Hax B TOM Xe€ 3HAYEHUU.

SIBJIEHHE CMbIKaHUsA (MeXAy ABYMs
P-N nepexonamu)

CMbIKaHHE, BO3HHKAIOIIEE MEXY
obnacTaMM  IPOCTPAHCTBEHHOIO
sapsga aByx P-N mepexomo B
pe3ybTaTe PACLIHPEHHs OHOM H3
HUX WM O0EHX.

genombrott

Durchgriff (zwischen zwei
PN-Ubergingen)

penetracion (entre dos
uniones PN)

penetrazione (fra due
giunzioni PN)

doorbraak

zwarcie skrosne (migdzy
dwoma ztaczami PN)

penetration
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521-05-09

résistance thermique
(d’un dispositif a4 semiconduc-
teurs)

Quotient de la différence entre la
température virtuelle du dispositif et
la température d’un point de réfé-
rence extérieur spécifié, par la puis-
sance dissipée, en régime perma-
nent, par le dispositif.

— 40 —

thermal resistance

The quotient of the difference be-
tween the virtual temperature of the
device and the temperature of a
stated external reference point, by
the steady-state power dissipation in
the device.

TEIJI0BO¢ CONPOTHBJICHUE

OTHolueHNe pasHocTU 3¢ dexTus-
HO# TeMIiepaTypsl npudopa U Tem-
nepaTypsl 3aaHHONW BHEILLHEH 3Ta-
JIOHHOH TOYKH K MOIITHOCTH paccesi-
H¥SI TOJIYIPOBOIHHKOBOIO  IpU-
060pa B YCTAHOBUBIIIEMCH PEXUME.

50(521) © CEI 1984

Wirmewiderstand
resistencia termica (de un
dispositivo
semiconductor)
resistenza termica (di un
dispositivo a
semiconduttore)
thermische weerstand
rezystancja cieplna
(przyrzadu
potprzewodnikowego)
termisk resistans

521-05-10

température virfuelle
(d’'un dispopitif & semiconduc-
teurs)
température éqyivalente interne
(d’un dispopitif a4 semiconduc-
teurs)

Température théorique basée sur
une représentgtion simplifiée du
comportement [thermique et électri-
que d’'un dispgsitif & semiconduc-
teurs.

Notes 1.— Lal température vir-
tuglle n’est pas néces-
sajrement la tempéra-

virtual temperature
internal equivalent temperature
(of a semiconductor device)

based on a simplified
of the thermal and electri

Ance that corre-
ponds to the mode of

CRABJIEHUH TEIJIOBOTO U JIEKTPH-
9ECRQIO PEeXUMa MOJIYIPOBOIHUKO-
BOro fipubopa.

Mprvevanne 1. — DddexTusHas
TeMIlepaTypa He 00s13aTENbHO Ca-
Masl BBICOKAs TeMilepatypa IpH-
bopa.

Ilpumevarne 2. — DddexTuBHaAs
TeMIepaTypa Iepexona MOXKeT
OBITH pacCYMTaHa Ha OCHOBAaHHHI
MOILIHOCTH PacCestHusl U TeIulo-

innere Ersatztemperatur;
innene Temperatur (eines
Hallifeiterbauelementes)

tempergtura virtual (de un
dispgsitivo
semifonductor);
temppratura equivalente
interha (de un dispositivo
semigonductor)

tempergtura virtuale (di un
dispgsitivo a
semifonduttore);
tempgratura equivalente
interpa (di un dispositivo

tura pozorna
(przyfrzadu
potprzewodnikowego)

virtuell femperatur

po BOTO CONPOTHUBIICHUS! UJIH TEILTO-
for operation, the virtual BOTO MMIIeJaHca no ¢opmyne:
tex] junction  temperature
pel can be calculated from
Pa the formula:
- : P P
T:i = Toee T R_th or TJ = Tie + R_th HI
P P P
T =T, + 5 T T+ 35— Ti= Tymp + 5—
J am Rth ] amb Rth J am th
521-05-11

temperature virtuelle
(équivalente) de jonction

Température virtuelle de la jonction
d’un dispositif 4 semiconducteurs.

virtual (equivalent)
junction temperature

The virtual temperature of the junc-
tion of a semiconductor device.

3¢ dexTusnan (3IKBHBAJEHTHASA)
TeMmeparypa nepexoia

DddexTuBHas TeMmnepaTtypa fnepe-
X04a TOJYIPOBOAHUKOBOTO [OpHU-
bopa.

Ersatz-sperrschichttempera-
tur

temperatura virtual
equivalente de union

temperatura virtuale
(equivalente) di giunzione

virtuele junctietemperatuur

temperatura pozorna ztacza

virtuell skikttemperatur
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521-05-12
capacité thermique

Quotient de I’énergie accumulée
sous forme de chaleur dans le dis-
positif par la différence entre la
température virtuelle du dispositif et
la température d’un point de réfée-
rence.

— 4] —

thermal capacitance

The quotient of the thermal energy
stored in the device by the differ-
ence between the virtual tempera-
ture of the device and that of speci-
fied external reference point.

TENJI0BaA eMKOCTh

OTHOILICHHE TENJIOBOH DHEpruM,
HaKOILIeHHOH B  mpubope, K
pasHocTH Mexny 3(hdexTuBHOH

TeMIlepaTypoil Ipubopa M TeMmIle-
paTypoil 3aJaHHOH BHEWIHeH 3Ta-
JIOHHOM TOYKH.

Wiirmekapazitiit
capacidad termica
capacita termica
warmtecapaciteit
pojemmnosc cieplna
(przyrzadu
potprzewodnikowego)
termisk kapacitans

521-05-13
tension flottante

Tension qui exigte entre une borne
en circuit ouvert]et un point de réfe-
rence lorsqu’on| applique des ten-
sions spécifiées |& toutes les autres
bornes.

521-05-14

charge récupérég

(d’une diode pu d’un thyristor)

Charge totale gécupérée dan
diode ou dans|un thyristor\a
commutation d}

Note. — Cette {

floating voltage

The voltage between an open-
circuited terminal -and a reference
point when specified voltages are
applied to all other terminals.

his charge includes com-

NIaBAIOMINI MOFSHIAAT

3apsi]l BOCCTAHOBNEHUSA (IMONA WK
THPHUCTOPA)

TMonueiil 3apsn, BBITEKAIOLIMA H3
JIHOJIa WM TUPUCTOpA NOCHIE IEpe-
KIFOYEHUSI €ro € 3aJaHHOrO
OpsIMOTO TOKa (TOK B OTKPBLITOM
COCTOSIHMHM) B 3aJaHHOE 3aKpbITOE
COCTOSIHUE.

Ipumevanwe. ~— [laHsbli 3apsn

nsion flotante

nsione mobile, variabile,
flottante

zwevend¢ spanning
napigcie ptynace
frispannjng

Sperrvergogerungsladung
(einer|Diode oder eines
Thyristors)

carga reguperada (de un
diodq o tiristor)

carica recuperata (di un
diodd o di un tiristore)

terugkerende lading (van een
diode|of thyristor)

adunek jodzyskiwany (diody
lub tyrystora)

aterhiimfad laddning

de cel gonents due to both BKJIOYAET KOMIOHEHTBI, 00YyC-
charggs sfocké charge carrier storage and JIOBJICHHBIE KaK HAaKOIJIEHHEM
due depletion layer capaci- HocuTeNiell 3apsina, Tak ¥ €MKO-
la coy tance. CTBI0 OOEIHEHHOTO CIOsl.
ment.

521-05-15

tension de seuil threshold voltage noporoBoe Hanpsbkenune (IM0ONa

(d’une diode ou d’un thyristor)

Valeur de la tension a I'intersection
de la droite représentant approxi-
mativement la caractéristique cou-
rant-tension dans le sens direct avec
I’axe des tensions.

(of a diode or thyristor)

The value of the voltage at the inter-
section of the straight line approxi-
mation of the forward (on-state)
current-voltage characteristic and
the voltage axis.

HJI¥ TUPUCTOPA)

3HaveHHe HANPSDKEHHUs] B TOYKE IIe-
pecedeHys] TMHERHOHN anmpoKcuMa-
M TPAMOM BOJBT-aMIIEPHOH Xa-
pakTepucTuxu npubopa (B OTKPbI-
TOM COCTOSIHMM) C OCbHO HaIpsDKe-
HUH.

Schwellenspannung (einer
Diode oder eines
Thyristors)

tensioén de umbral (de un
diodo o tiristor)

tensione di soglia (di un
diodo o tiristore)

drempelspanning

napigcie progowe (diody lub
tyrystora)

troskelspanning (for diod
eller transistor)
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521-05-16
fréquence de coupure

Fréquence pour laquelle le module
d’une grandeur caractéristique me-
surée a décru jusqu’a une fraction
spécifiée de sa valeur aux basses fré-
quences.

Note.— Pour un transistor, la fré-
quence de coupure s’ap-
plique en général au rap-
port de transfert direct du
courant en petits signaux,
avec sortie en court-cir-

Dd OI1 u Ou
en énpetteur commun.

521-05-17

retard a la crojssance
retard a la moptée

Temps écoul¢ entre I’application
aux bornes d'entrée d’une impul-
sion qui comnjute un dispositif a se-
miconducteury dun état non
conducteur vers un état conducteur
et 'apparition| aux bornes de sortie,
d’une impulsipn de la valeur spéci-
fice.

521-05-18

temps de crois'L:;nce
temps de monte

Temps écoulé| entre les insta
la grandeur |de I'impulsia
bornes de softie atteint i
respectivement inférigute
rieure spécifiges quand\le dispo
a semiconduceuys s
son état non fo
conducteur.

Note.— Les
supgrieuré sont habituél-
lemgnt fespectivement
10%_et. 90% de l'ampli-

— 42 —

cut-off frequency

The frequency at which the magni-
tude of a measured characteristic
quantity has decreased to a speci-
fied fraction of its low-frequency
value.

Note. — For a transistor, the cut-
off frequency usually ap-
plies to the small-signal
short-circuit forward cur-
rent transfer ratio for
either the common-base
0 O OIT-CITItte o=

figuration.

delay-time

The time interval between a step-
function change of the input signal
level and the instant at which the
magnitude of theoutput si
passes through @ _Cl

which is close to 1

tween the in-
¢ magnitude of the

e output terminals
pecified lower and upper

dncting state.

Note.— The lower and upper li-
mits are usually 10% and
90% respectively of the
final _amplitude of the

rpaHn4Hasl 1acrora

Yacrora, Ha KOTOpPOH 3HAUYEHHE
H3MEPEHHOIO IapaMeTpa YMEHb-
IIaeTCs [0 YCTAHOBJIEHHOH JOJIH
€ro HI3KOYaCTOTHOTO 3HAYEHHMSI.

Hpnmevanye. — T'paauunas 4ac-
TOTa  TpaHsucropa  OOBIYHO
yKasbIBaeTCsl [ Koa(dUHHEeHTa
npsAMoO#l  meperad  TOKa B
peXumMe MaJloro CHrHajla OpH Ko-
POTKOM 3aMBIKaHUH HA BHIXOLE B

LIAM SMUTTEPOM.

TOM, KOFJa
aj  JOCTUraeT

IIepBoHaYaIbHOMY.

BpeMsi HAPACTAHHS

WHTepBas BpeMeHN MEXAY MOMEH-
TaMd, B KOTOpble 3HA4YeHUE MM-
MynsCa Ha BBIXOAE [AOCTHraeT
3a7]aHHOr0 HIDKHETO U BEPXHErO
TIPE/ICIIOB, COOTBETCTBEHHO NpU IIe-
PEKITIOYeHHH NOJIYIIPOBOIHUKO-
BOro mpubopa U3 HENPOBOASLIErO
COCTOSIHHS B IPOBOISIIIEE.

Tpuvewanme. — Huxuuil 1 Bepx-
HUlt Tpenenbl OOBIYHO COCTaB-
nsr0T cooTsercTBeHHo 1090 u
9000 OKOHYATEJBbHONH aMILIH-

50(521) © CEI

Grenzfrequenz
frecuencia de corte
frequenza di taglio
afsnijfrequentie
czestotliwosc odcigcia
grinsfrekvens

Verzogerungszeit
retard¢ de subida
tempo (i ritardo
vertragingstijd
czas opoznienia
fordrojningstid

Anstiegszeit

tiempo| de subida

tempo i salita

stijgtij

czas ngrastania
(w grzyrzadzie
polgrzewodnikowym)

stigtid

tude finale de I'impulsion
de sortie.

521-05-19

retard a la décroissance
retard a la descente

Temps écoulé entre le début de la
décroissance de I'impulsion appli-
quée aux bornes d’entrée d'un dis-
positif & semiconducteurs et le dé-
but de la décroissance de I'impul-
sion engendrée par les porteurs de
charges aux bornes de sortie.

output pulse.

carrier storage time

The time interval between the be-
ginning of the fall of the pulse ap-
plied to the input terminals of a
semiconductor device and the be-
ginning of the fall of the pulse gen-
erated by charge carriers at the out-
put terminals.

TYAB! BBIXOOHOIO CAI'HAJa.

BpeMH pacCcacbIBaHUuA

VnTepBan BpeMEHH MEXIy Haya-
JIOM CHaza UMITyJbCa Ha BXOJAE MOo-
JIYTPOBOAHMKOBOTO 1pUbopa ¥ Ha-
9ajioM Clafga WMILYJibCa, HHIYIM-
POBAaHHOTO HOCHTENISMHU 3apsaia Ha
BBIXOJIE.

Speicherzeit; Entladeverzug

retardo de caida
ritardo alla discesa

opslagduur van ladingdragers

czas gromadzenia fadunku
(w przyrzadzie
potprzewodnikowym)

efterledningstid

1984
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521-05-20
temps de décroissance

Temps écoulé entre les instants ou
la grandeur de I'impulsion aux
bornes de sortie atteint des limites
respectivement supérieure et infé-
rieure spécifiées quand un dispositif
a semiconducteurs est commuté de
son état conducteur & son état non
conducteur.

Note.— Les limites supérieure et
inférieure sont habituelle-
ment respectivement 90%

— 43 —

fall time

The time interval between the in-
stants at which the magnitude of the
pulse at the output terminals
reaches specified upper and lower
limits respectively when a semicon-
ductor device is being switched
from its conducting to its non-
conducting state.

Note. — The upper and lower
limits are usually 90%
and 10% respectively of

BpeMs cnajaa

HuTtepBail BpeMeHH MEXKIY MOMECH-
TaMH, B KOTOpble 3HA4YEHHE MM-
OyaLca HA BBIXOOAE JAOCTHMraeT
3aJaHHBIX BEPXHEIO U HIDKHETO
TIpENENoB, COOTBETCTBEHHO TIPH Tie-
PpeKIFOYEHUH [IOJIYITPOBOIHUKO-
BOro mpuéopa U3 MPOBOASILETO
COCTOSIHUSI B HETIPOBOJSIIIES.

Abfallzeit

tiempo de caida

tempo di discesa

daaltijd

czas opadania (w przyrzadzie
potprzewodnikowym)

falltid

et 10%rde T amptitode ini-
tiale de Il'impulsion de
sortie.

521-05-21
temps de récupérption direct

Temps nécessair¢ au courant ou a la
tension pour reprendre une valeur
spécifiée, aprés |commutation ins-
tantanée a partir|d’un courant direct
spécifié jusqu’a yn état de polarisa-
tion inverse spédifié.

521-05-22
temps de récupeégation inverse

Temps nécessai
tension pour re
spécifiée, aprés
tantanée a partiy
spécifié jusqu’a
tion inverse spé

E au courant ou 4 la

ifié.

tire—imitia—amptitorde—of
the output pulse.

forward recovery time

The time required for the current or
voltage to recover to a specified
value after instantaneous switching
from a specified forward (on-state)
current condition to a specified re-
verse bias condition.

dpema oGPaTHOro BOCCTAHOBJICHNS

Bpewmsi, B TeYe€HHE KOTOPOrO TOK
WY HANPsOKeHUEe BHOBb TOCTUTAIOT
YCTAHOBJIEHHBIX 3HAa4YeHUH MoCie
MIHOBEHHOTO  IEPEeKJIIoYeHHs ¢
3aJAHHOrO TPSIMOTO TOKa B 3alaH-
HO€ COCTOsIHME 0OpaTHOro cMelle-
HUsl.

SECTION 521-06 — TERMES PARTICULIERS AUX DIODES

doorldattoestand
czas odzyskania

przewgdnictwa
aterhimgningstid (i

framriktning)

Sperrvergogerungszeit

tiempo dr recuperacion
invers:

tempo di[ripristino in senso
invers¢

hersteltijd in spertoestand

czas odzyskania blokowania

aterhidim{ningstid (i
backriktning)

SECTION 521-06 — SPECIFIC TERKMDS FOR DIODED

PA3JIEJ 521-06 — CIIEUVM®UYECKWE TEPMUHBI AJ51 ANOAO0B

521-06-01

point de pic
(d’une diode tunnel)

Point de la caractéristique tension-
courant d’une diode tunnel corres-
pondant a la plus petite tension
dans le sens direct pour laquelle la
conductance différentielle est nulle.

peak point
(of a tunnel diode)

The point on the current-voltage
characteristic of a tunnel diode
corresponding to the lowest voltage
in the forward direction, for which
the differential conductance is zero.

TOUKA NMK (TYHHEIBHOrO JHOAA)

Touka BOJBT-aMIEPHOH Xapakre-
PHCTHKH  TYHHEJIBHOrO  JIMOAA,
COOTBETCTBYIOILIAS] HAMMEHBILIEMY
HaIpsDKEHUIO B OPSIMOM HarpasJe-
MM, mnpu KoTopoM auddepeH-
UHANIbHAs aKTHBHAs! IPOBOAMMOCTD
paBHa HYJIO.

Gipfe-, Hockerpunkt (einer
Tunneldiode)

punta de pico (de un diodo
tanel)

punto di picco (di un diodo
tunnel)

toppunt (van een
tunneldiode)

punkt szczytowy (diody
tunelowej); szezyt

toppunkt
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521-06-02

point de vallée
(d’une diode tunnel)

Point de la caractéristique tension-
courant d’une diode tunnel corres-
pondant & la plus petite tension su-
périeure a la tension du point de
pic, pour laquelle la conductance
différentielle est nulle.

— 44 —

valley point
(of a tunnel diode)

The point on the current-voltage
characteristic of a tunnel diode
corresponding to the lowest voltage
greater than the peak point voltage,
for which the differential conduc-
tance is zero.

TOMKZ BNAAHHBI (TYHHENBLHOIO
avona)

To4ka BOJBT-aMIIEPHON XapakTe-
PUCTHKH  TYHHEJIBHOIO  IHOAA,
COOTBETCTBYIOLIAsi CaMOMYy HM3-
KOMY HarpsDKeHU10, KOTOPOE BbILIIe
HANPSOKEHUS] TOYKM IHKA, IIPH KO-
TopoM aupdepeHanbpHas aKTHB-
Has IPOBOIUMOCThL PaBHA HYJIIO.

50(521) © CEI 1984

Talpunkt (einer
Tunneldiode)

punta de valle (de un diodo
tanel)

punto di valle (di un diodo
tunnel)

dalpunt (van een
tunneldiode)

punkt dolinowy (diody
tunelowej); dolina

dalpunkt

521-06-03

point isohypse
(d’une diodq tunnel)

courant d’une|diode tunnel ou le
courant est égafl au courant du point
de pic, mais ow la tension est supé-
rieure a la tengion du point de val-
lee.

Point de la c]actéristique tension-

521-06-04
frequence de c:[:pu g.résistive

Fréquence a 1
de l'admittang¢e de
nulle, pour un [point de polati
spécifié.

projected peak point
(of a tunnel diode)

The point on the current-voltage
characteristic -of a tunnel diode
where the current i
peak point currep
voltage is greater
point voltage.

esisti t-off frequency v

The frequency at which the real part
of the diode admittance at its termi-
nals is zero, at a specified bias
point.

npeaeibHasl pe3uCTUBHas 1acrora

YaroTa, IpU KOTOPOH nOeHCTBHU-
TeIbHAasE 4acTb IOJTHOM HPOBOJIH-
MOCTH [MOAa Ha €ro BhIBOIAX
paBHa HyJIlO B 33JaHHOH TO4Ke
CMeLLEHNUS.

projizigrter Gipfel-,
Hockerpunkt (einer
Tunpeldiode)

punta de pico proyectada (de
un djiodo tinel)

proiezipne del punto di picco
(di un diodo tunnel)

geprojgcteerd toppunt (van
een funneldiode)

punkt gzczytowy przesunigty
(diogly tunelowej)

projicerad toppunkt

Entdimpfungsfrequenz

frecuericia de corte resistiva

frequenza di taglio resistiva

resistieye afsnijfrequentie

czestot|iwos¢ graniczna
rezy$tywnoSciowa

resistiv| grinsfrekvens

521-06-05

résistance apparente directe

Valeur de la résistance définie par
la pente de la droite représentant
approximativement la caractéristi-
que courant-tension dans le sens di-
rect.

forward slope resistance

The value of the resistance calcu-
lated from the slope of the straight
line approximation of the forward
current-voltage characteristic.

JHHAMHYECKOE CONPOTHBJICHHE
npsAMoii BETBU XapaKTepHCTHKH

3Ha4yeHHe CONPOTHBIIEHMS], BBIYHC-
JIIeMO€ 110 HaKIJIOHY JIMHeiiHOH am-
NPOKCHMANMK ~ NPSIMOH  BETBU
BOJIBT-@MIIEPHON XapaKTePUCTHUKH.

(Vorwiirts-)Ersatzwiderstand
resistencia aparente directa
resistenza apparente diretta
schijnbare
voorwaartsweerstand
rezystancja nachyleniowa
differentiell framresistans
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SECTION 521-07 — TERMES PARTICULIERS AUX TRANSISTORS
SECTION 521-07 — SPECIFIC TERMS FOR TRANSISTORS
PA3JEJ 521-07 — COEHIM®WUYECKUE TEPMUHBI IS TPAH3MICTOPOB

521-07-01
jonction émetteur

Jonction entre les régions de base et
d’émetteur normalement polarisée

emitter junction

A junction between the base and
emitter regions, normally biased in

IMMTTEPHBII Nepexoa Emitteriibergang;
Emitter-Basis-Zoneniiber-
Iepexox Mexay obJacTsAMU SMHT- gang

Tepa W 6a3bl, OOBIYHO CMEIIEHHBIM  ynion emisor

dans le sens difect, et que les por-
teurs de charge provenant d’une ré-
gion ou ils sont|majoritaires traver-
sent pour arrivgr dans une région
ou ils sont mingpritaires.

521-07-02
jonction collectepir

Jonction entre lgs régions de base et
de collecteur mormalement polari-
sée dans le senp inverse et que les
porteurs de chafge provenant d’une
région ou ils s¢nt minoritaires tra-
versent pour afriver dans une ré-
gion ot ils sont] majoritaires.

the forward direction, and through
which the charge carriers flow from
a region in which they are majority
carriers to one in which they are mi-
nority carriers.

collector junction

A junction beween
collector regions,
in the reverse

B IIPSAMOM HAIpaBJjiEHNH, KOTOPLIA giunzio di emettitore

emitterjunctie

ergang

Kollektgriibergang;
Kollektor-Basis-Zonen-
iibergang

union c?l‘ector

giunzioxe di collettore
collectofjunctie

zlgcze kplektora

; kollektdrovergang
TeNS¥iY, B 30HY, T OHU ABJIFOTCSH

OCHOBHBIMH HOCHTCIEIMU.

521-07-03
base faza Basis; Basiszone
L . s . base
Région située [entre les fd the emitter and  O6nacTh, HAXOAAIIASACH MEXKIY page
émetteur et collecteur dun i unctions of ‘a bipolar  5MHUTTEpHBIM H KOJUIEKTODHBIM HE- oo
tif & semicondukteurs bipolaire. dugtor device pexofaMu  IONYIPOBOAHUKOBOIO  pasq
6unossapHoro npubopa. bas
521-07-04
émetteur emitter IMMTTEP Emitter; Emitterzone
L. . L . o emisor
Région située entre la jonction A region between the emitter junc- O6nacTb, HAXOHALIASCA MEXNY  amettitore
émetteur et ’électrode émetteur. tion and the emitter electrode. OMUTTEPHBIM INEPEXOJIOM M UCTYC-  amister
KaKOIIUM 3JIEKTPOIOM. emiter
emitter

521-07-05
collecteur

Région située entre la jonction col-
lecteur et I’électrode collecteur.

collector

A region between the collector junc-
tion and the collector electrode.

KOJLJIEKTOD Kollektor ; Kollektorzone
colector

O6nacTb, HAXOZALNAACH MEXAY  oollettore

KOJUIEKTOPHBIM TIEPEXONOM H KOJI-  ajjector

JIEKTOPHBIM 3JIEKTPOJOM. kolektor

kollektor
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521-07-06

canal (d’un transistor a effet
de champ)

Mince couche semiconductrice en-
tre la région de source et celle de
drain, dont la conductance est com-
mandée par le potentiel de grille.

— 46 —

channel (of field-effect transistors)

A thin semiconductor layer between
the source region and the drain re-
gion, the conductance of which is
controlled by the gate voltage.

KaHaJ (HOJIEBOTO TPaH3HUCTOPa)

Toukuit HOMYIPOBOIHUKOBBIN CIIOH
MeXIay oONlacTbl0 WCTOKA H
00JaCThIO  CTOKA, TPOBOJUMOCTH
KOTOPOTO YIIPABIISIETCS HaNpsike-
HHEM 3aTBOPA.

50(521) © CEI 1984

Kanal (eines
Feldeffekttransistors)
canal (de un transistor de

efecto de campo)
canale (di un transistore a
effetto di campo)
kanaal (van een
veldeffecttransistor)
kanal (w tranzystorze
polowym)
kanal

521-07-07

source (d’un transistor a effet
de champ)

Région a partir de laquelle les por-
teurs majoritajres circulent vers le
canal.

521-07-08

drain (d’un trapsistor a effe
de champ)

Région vers
majoritaires ¢irculent en
nance du candl.

source (of field-effect transistors)

A region from which the majority
carriers flow into the channel.

egion) into which majority car-
flow from the channel.

¢TOK (TIOJIEBOTO TPAH3HUCTOPA)

O611acTh, B KOTOPYIO BTEKAKOT OC-

. HOBHBIC HOCHUTEJIM U3 KaHaja.

req (eines
Feldeffekttransistors)
fuente (de un transistor de
efecfo de campo)
sorgenfe (di un dispositivo a
effeJto di campo)
aanvodr(elektrode) (van een
veldeffecttransistor)
zrodlo|(w tranzystorze
polgwym)
emitter (hos
faltgffekttransistor)

Drain {eines
Feldeffekttransistors)
sumidero (de un transistor de
efecto de campo)
scarico| (di un dispositivo a
effetto di campo)
afvoer(elektrode) (van een
veldeffecttransistor)
dren (W tranzystorze
poldwym); ujscie (w
trangystorze polowym)
kollektor (hos
falteffekttransistor)

521-07-09

grille (d’un transistor a effet
de champ)

Région dans laquelle s’exerce effet
du champ électrique di 4 la tension
de grille de commande.

gate (of ficld-effect transistors)

A region in which the electric field
due to a control gate voltage is ef-
fective.

3aTBOp (T10JIEBOTO TPAH3UCTOPA)

O06siacTh, Ha KOTOPYIO BO3ZEHCT-
BYeT 3JIEKTPHYECKOe IMOJie, COo3/a-
BaeMOE€ YIPaBISIONINM HaNpsDKe-
HHEM Ha aHOZe.

Gate (eines
Feldeffekttransistors)

rejilla (de un transistor de
efecto de campo)

porta (di un dispositivo a
effetto di campo)

stuurelektrode (van een
veldeffecttransistor)

bramka (w tranzystorze
polowym)

styre (hos
falteffekttransistor)


https://iecnorm.com/api/?name=0bec42ebefd71abc25c74564c5b35ff9

50(521) © IEC 1984

521-07-10
sens inverse de fonctionnement

Mode de fonctionnement d’un tran-
sistor bipolaire & jonctions dans
lequel le collecteur fonctionne
comme émetteur et dans lequel le
flux de porteurs minoritaires circule
du collecteur vers la base.

— 47 —

inverse direction of operation

A mode of operating a bipolar junc-
tion transistor in which the collector
acts as an emitter and in which the
net flow of minority carriers is from
the collector region to the base re-
gion.

HHBEPCHBIA pesknM paGoThi

Pexuv paboThi OUIOISAPHOTO ILI10-
CKOCTHOI'O TPaH3UCTOpa, IPH KOTO-
pPOM  KOJUIEKTOp HEHCTBYeT Kax
3MUTTEpP, & MONHBIH TOTOK HEOC-
HOBHBIX HOCHTeJIeli HampasjeH OT
KOJLIEKTOpa K Oase.

inverser Betrieb

sentido inverso de
funcionamiento

senso inverso di
funzionamento

omgekeerde bedrijfstoestand

kierunek dziatania wsteczny

inverterad arbetsriktning

521-07-11
(montage a) bas¢ commune

Montage d’un tfansistor bipolaire a
jonctions dans [lequel la borne de
base est commuyne au circuit d’en-
trée et au circult de sortie, et dans
lequel la borne [d’entrée est celle de
I’émetteur et la porne de sortie celle
du collecteur.

521-07-12
(montage a) collecteur commug

Montage d’un {ransistor pipolaike a
jonctions dans|lequel K borne d
collecteur est } ircut
d’entrée et au |citCuit o
dans lequel la] borne
celle de la base|et la bo
celle de I’émettpur.

common base (arrangement)

A circuit arrangement of a bipolar
junction transistor in which the base
terminal is common to the input cir-
cuit and to the output circuit and in
which the input terminal is the emj
ter terminal and the ongput termi

is the collector terr

gctor tepufinal is common to the in-
put_circuit and to the output circuit
andin which the input terminal is
thé base terminal and the output
terminal is the emitter terminal.

(cxeMa ¢) obureii Gazoi

UM ans
, BbIBOJI
BbI-

(cxema ¢) 0DIMM KOJLIEKTOPOM

CxeMa OUITOJSIDHOTO  IUJIOCKOCT-
HOTO TPaH3UCTOpa, B KOTOPOH! BbI-
BOZI KOJUIEKTOPA SIBISIETCS OOLIMM
UL BXOMHOM M BBLIXOIHOW IENH,
BeIBOA Oa3sbl gBIISIETCH BXOOHBIM
BBIBOJOM, a BBIBOA JMHUTTEpa —
BBIXOIHBIM.

asisschaltung
(montaj¢ en) base comin
base corpune (collegamento)
gemeenschappelijke-basis-
schakeling
uktlad o pwspolnej bazie
gemensgmbas(koppling)

Kollektorschaltung

(montaje en) colector comin

collettore comune
(collegamento)

gemeenschappelijke-collec-
tor-sfhakeling

uklad q wspolnym kolektorze

gemensamkollektor (kopp-
ling

521-07-13
(montage a) émetteur commun

Montage d’un transistor bipolaire &
jonctions dans lequel la borne de
I’émetteur est commune au circuit
d’entrée et au circuit de sortie, et
dans lequel la borne d’entrée est
celle de la base et la borne de sortie
celle du collecteur.

common emitter (arrangement)

A circuit arrangement of a bipolar
junction transistor in which the
emitter terminal is common to the
input circuit and to the output cir-
cuit and in which the input terminal
is the base terminal and the output
terminal is the collector terminal.

(cxema c) oBIIMM IMUTTEPOM

Cxema OMNONSPHOIO  IJIOCKOCT-
HOIO TPaH3UCTOpa, B KOTOPOH BbI-
BOJ OMHUTTEpA sSIBISIETCS OOLIMM
IJIsT BXOIHOM ¥ BBIXOAHOH IIETiH,
BbIBOA 0a3bl sIBIISIETCS BXOIHBIM
BBIBOIOM, @ BBIBOJ KOJIIEKTOpa —
BBIXOHBIM.

Emitterschaltung

(montaje en) emisor comin

emettitore comune
(collegamento)

gemeenschappelijke-emitter-
schakeling

uklad o wspélnym emiterze

gemensamemitter(koppling)
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521-07-14

rapport de transfert direct du courant
en petits signaux, avec sortie en
court-circuit

Rapport du courant alternatif de
sortie au courant sinusoidal d’entrée
qui Ie produit en régime de petits si-
gnaux, la sortie étant court-circuitée
pour le courant alternatif.
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small-signal short-circuit forward

current transfer ratio

The ratio of the alternating output
current to the sinusoidal input cur-
rent producing it under small-signal
conditions, the output being short-
circuited to alternating current.

50(521) © CEI 1984

Kurzschluss-
stromverstirkung;
Stromverstirkungsfaktor
(bei kleiner Aussteuerung)

relacion de transferencia
directa de corriente en
pequeiia sefiales, con salida
en cortocircuito

rapporto di trasferimento
diretto della corrente per
piccoli segnali, per uscita
in cortocircuito

voorwaartse

stroomoverdrachtsverhou-

ko3 dnunent npavoii nepexayn
TOKAa NpH KOPOTKO3aMKHYTOM
BLIXO/le B pe;KUMe Majioro
CHrHaJjIa

OTHOLLCHIE NIEPEMEHHOTO TOKa Ha
BLIXOZ€ K BBLI3BABILEMY €ro CHHY-
COMIANBHOMY BXOAHOMY TOKY B
peXHMe MaJior0 CUrHajla [pu
3aMbIKaHHHU BBIXOIHOM 11enu 1o me-
PEMEHHOMY TOKY.

521-07-15

valeur statique fu rapport de trans-
fert direct du|courant

Rapport du coyrant continu de sor-
tie au courant [continu ‘d’entrée, la
tension de sorfie étant maintenue
constante.

521-07-16

frequence de tra

gon quelhzleid e-5e
a raison de 6 dB par octave.

521-07-17

fréquence du rapport de transfert
unité du courant
(fréquence unité) (f))

Fréquence a laquelle le module du
rapport de transfert direct du cou-
rant, sortie en court-circuit, pour de
petits signaux, en montage émetteur
commun |h;,.| a été ramené a l'uni-
te.

static forward current transfer ratio

The ratio of the di
rent to the direct inpy
output voltage being he

thansition frequency (f;)

The\product of the modulus of the
soimon emitter small-signal short-
circuit forward current transfer

ratio |hy| and the frequency of

measurement, this frequency being
so chosen that || is decreasing

per octave.

frequency of unity current transfer

ratio (f})

The frequency at which the modu-
lus of the common-emitter small-
signal short-circuit forward current
transfer ratio | h, .| has decreased to
unity.

ding yoor kleine signalen

bij kqrtgesloten uitgang
spolczynnik przenoszenia
pradgwego zwarciowy
osygnalowy
nal)strom-
irkningsfaktor

Gleichstromverhiltnis

valor estatico de la relacion
de trgnsferencia directa de
corri¢nte

valore statico del rapporto di
trasfgrimento diretto della
correpte

statisch¢ voorwaartse
gelijlistroomover-
drachtsverhouding

wspolczhnik przenoszenia
praddwego statyczny

total strpmforstirknings-
faktor

rpaHi4Has 1acrora (f7)

Transitfrequenz

frecuen¢ia de transicion (/)
frequenza di transizione (/)
afsnijfr¢quentie ()
czgstotliwosc przejscia (/1)
extrapolerad enhetsgriins-

Ilpoussenenue wmoayns kodhdu-
LUEHTa MpPSMOM Nepenaynm TOKa B
cxeMe C OOLIMM BMHUTTEPOM IIpH
KOPOTKO3aMKHYTOM BBIXOZE B pe-

KMME€ MaJioro curHana |hyel Ha frekvens
'-IaCTOTy I/I3'VICpCHI/I$l KOTOpaﬂ BI:I-
& . ¥ t—+H77e
YMEHbBIIAJICS le/I6HH3HTeHLHO co
ckopocThro 6 1b Ha okTaBy.
yacrorta  eaunumvHoro  Kodgdu-  Einsfrequenz

frecuencia de relacion de
transferencia unidad de
corriente; f|

frequenza del rapporto di
trasferimento dell’unita di
corrente f|

HHMEeHTA nepeayu no ToKy (f))

YacroTa, mpu KOTOpOH MOAyIb
ko3pdHIeHTa NpsiMOH nepeaadn
TOKa B CXeMeE ¢ OOIIUM IMUTTEPOM
NpH KOPOTKO3aMKHYTOM BBIXOZE B
PeXHUME Manoro cursaga |hyel
YMEHBIHAETCS A0 eOMHMUIBL

czestotliwosc graniczna -
enhetsgrinsfrekvens
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521-07-18

tension de blocage (d’un transistor
a effet de champ a déplétion)

Tension grille-source pour laquelle
I’'amplitude du courant de drain at-
teint une valeur spécifiée, faible.

— 49 —

cut-off voltage (of a depletion
type field-effect transistor)

The gate-source voltage at which
the magnitude of the drain current
reaches a specified low value.

HANpsKEeHe OTCeHKN (ITOJIEBOTO
TPaH3UCTOPa, PaboOTAIOIETO B
pexiMe obeiHeHsT)

Hanpmxenne 3aTBOP-UCTOK, TIpH
KOTOpPOM BEJIMYMHA TOKa CTOKa
OOCTUracT 3a4aHHOTO HU3KOro 3Ha-
YCHHSI.

Abschniirspannung (eines
Verarmungs-Feldeffek-
transistors)

tension de bloqueo (de un
transistor de efecto de
campo de agotamiento)

tensione di blocco (di un
transistore a effetto di
campo a svuotamento)

afsnijspanning (van een
veldeffecttransistor van
het verarmingstype)

napigcie odciecia (tranzystora
polowego zubozanego)

521-07-19

tension de seuil (J’un transistor
a effet de champ a enrichisse-
ment)

Tension grille-squrce pour laquelle
I’'amplitude du cpurant de drain at-
teint une valeur ppécifiée, faible.

9,

The gate-source volgdge at which

the magnitude of th¢ draipesurren
reaches a specified lo val

strypspﬁllning

spannung (eines

ad arricchimento)
anning (van een
veldeffecttransistor van
het vegrijkingstype)
napigcie progowe
(tranzystora polowego
wzbogacanego)
tréskelspginning (for
falteffekttransistor av
anrikniingstyp)

521-07-20

transconductance (d’'un transistor
a effet de champ)

Rapport de I'accroissement du cou-
rant de drain a I’accroissement cor-
respondant de la tension grille-
source, la tension drain-source étant
maintenue constante.

transconductance
(of a field-effect transistor)

The ratio of the increment in the
drain current to a corresponding
incremental change of the gate-
source voltage with the drain-source
voltage held constant.

KPYTH3HAa XapaKTepHCTHKU
(110J1EBOTO TPAH3UCTOPA)

OTHOIICHHEe TPUPALIEHNST TOKa
CTOKa K COOTBETCTBYIOIEMY IIpH-
PAaLUSHUIO HAMPSDKEHUST 3aTBOP-HC-
TOK IIPU [IOCTOSIHHOM HANpPsHKEHUU
CTOK-UCTOK.

Steilheit (eines
Feldeffekttransistors)

transconductancia (de un
transistor de efecto de
campo)

transconduttanza (di un
transistore ad effetto di
campo)

steilheid ; transconductantie
(van een
veldeffecttransistor)

transkonduktancja
(tranzystora polowego)

branthet


https://iecnorm.com/api/?name=0bec42ebefd71abc25c74564c5b35ff9

— 50 —

50(521) © CEI 1984

SECTION 521-08 — TERMES PARTICULIERS AUX THYRISTORS
SECTION 521-08 — SPECIFIC TERMS FOR THYRISTORS

PA3JIEJ 521-08 — CHHEIIU®GUYECKUE TEPMUHBI 1JI1 TUPUCTOPOB

521-08-01
géchette

Borne auxiliaire servant & comman-
der la commutation d’un thyristor.

521-08-02
courant principal

Courant qui circule a travers le dis-
positif except¢ le courant de ga-
chette.

521-08-03
bornes maitresses

Les deux borphes aux travers des-
quelles le courpnt principal circule.

521-08-04
tension principhle

Tension entre Jes bornes

gate

An auxiliary terminal which con-
rols the switching action of a thy-
ristor.

principal current

The current which flows through
the device excluding gate current.

e voltage between the main ter-
minals.

ynpasBjsiloiuii 3JIeKTpoa

BcnomoraresbHbIE  BBIBOL, KOTO-
bIii _yIIpaBjsgeT HePEeKIIOYEHUEM

THpUCTOpA.

mpoTexaeT ¥ uepes
4 TOK 3ATBOpA.

OCHOBHbIE€ BbIBOAbI

JIBa BBIBOOA, IO KOTOPBIM TEYET
OCHOBHOM TOK.

OCHOBHOE€ HaINpsKeHHe

Hanpmxeﬂne MEXIy OCHOBHBIMU
BBLIBOJAMH.

Steueranschluss
puerta

orta
ektrode
brainka (tyrystora)

styre

Hauptstrom
corriente principal
correnfe principale
hoofdsfroom

prad glowny
huvudstrom

Hauptanschliisse
bornes|principales

terminpli principali
stroomyvoerende aansluitingen
koncowki gtowne
huvud(stroms)uttag

Hauptspannung
tension principal
tensionje principale
hoofdspanning
napigcje glowne
huvudgpinning

521-08-05

caractéristique (courant-tension)
principale

Relation, généralement représentée
graphiquement, entre la tension
principale et le courant principal,
avec, s'il y a lieu, le courant de gé-
chette comme paramétre.

principal (voltage-current)
characteristic

A function, usually represented gra-
phically, relating the principal vol-
tage to the principal current, with
the gate current, where applicable,
as a parameter.

ocHOBHas (BOJILT-aMiepHast)
XapaKTepucTUKa

dyHkius, 00bIMHO H300paxaemast
rpa¢u4ecKy, NOKa3blBarollas 3aBu-
CHUMOCTb OCHOBHOTO TOKa OT OCHOB-
HOTO HampspkeHus. B Tex ciydvasx,
KOT/Ia 3TO HEOOXOIMMO, TOK YIIPaB-
JISIFOLIETO  3JICKTPOAA NPUBOAUTCS
Kak napamerp.

Haupt-(Strom/Spannungs-)
Kennlinie

caracteristica
(corriente-tension)
principal

caratteristica
(tensione-corrente)
principale

hoofd(spanningstroom)ka-
rakteristiek

charakterystyka glowna
(napigciowo-pradowa)

huvudkarakteristik
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521-08-06

caracteristique (courant-tension)
d’anode-cathode
caracteristique d’anode

Relation, généralement représentée
graphiquement, entre la tension
d’anode et le courant principal,
avec, s’il y a lieu, le courant de gé-
chette comme parameétre.

— 5] —

anode-to-cathode (voltage-current)
characteristic
anode characteristic

A function, usually represented gra-
phically, relating the anode voltage
to the principal current, with the
gate current, where applicable, as a
parameter.

aHOAHO-KaTOAHast  (BoJbT-aMmep-
Hafl) XapaKTePHCTHKA
AHOIHASA XaPAKTEPHCTHKA

®yuxuus, obbMHO u300paXkaemasi
rpau4ecky, MOKasbpIBarollast 3aBu-
CUMOCThH OCHOBHOI'O TOKa OT aHO[-
HOro HampsbkeHus.. B Tex ciyyasix,
Korza 3To HeoOXoIuMO, TOK YIIpaB-
JISFOIIETO 3JEKTPOAa IPUBOAUTCA
Kax rnapamerp.

Anoden-Kathoden-(Span-
nungs/Strom-)Kennlinie;
'Anodenkennlinie

caracteristica (corriente-
tension) de anodo-catodo;
caracteristica de anodo

caratteristica anodo-catodo
(tensione-corrente);
caratteristica anodica
anode(spanningstroom)
karakteristiek
charakterystyka anodowa
anodkarakteristik

521-08-07
état passant

Etat d’un thyrisfor correspondant a
la partie de sa cdractéristique princi-
pale ou la résistance et les tensions
sont faibles.

Note. — Pour lps thyristors passant
en invprse, cette définition
n’est gpplicable que pour
les terfsions d’anode posi-
tives.

521-08-08
état bloque

Etat d’un thyrisfor correspondant
la partie de sa cqractéristigne prihgi
pale située entrq I'origing et le .-
ou les points dg retournerqent.

on-state

The condition of a thyristor corre-
sponding to the low-resistance low-
voltage portion of its principal char-
acteristic.

Note. — In the case o

I‘CVCI‘SG O I\

B/ obpaTHOM Ha-
3TO  ompelencHue
TONBKO MJISL Ccliydast

3aKpbITOC COCTOAHUE

CocTosiHMEe THPHUCTOPA, COOTBETCT-
BylOlliee y4acTKy ero OCHOBHOH Xa-
PAKTEPUCTHUKA MEXIy HYJIEBOH TOY®
KOM M TOYKON WM TOYKAMHU IIepe-
KJTFOUEHUSI.

" stan prz

urchlagszustand
estado conductor
stato di ¢onduzione
doorlaa}oestand

wodzenia

ledtillstqnd

Sperrzustand
estado hloqueado
stato di blocco
spertoestand
stan blokowania
blocktillstand

521-08-09

état bloqué en inverse
(d’un thyristor bloqué en inverse)

Etat d'un thyristor bloqué en sens
inverse et conduisant un courant in-
férieur a celui existant pour la ten-
sion de claquage inverse.

reverse blocking state
(of a reverse blocking thyristor)

The condition of a reverse blocking
thyristor corresponding to reverse
currents of lower magnitude than
the current at the reverse break-
down voltage.

HeNpoROsIIee COCTOsANME B 0Opar-

HOM HanpaBjeHuH (THPHCTOPA,
He IPOBOJISILIEro B 0OPaTHOM Ha-
MpaBJieHUN)

CocrosHue THPUCTOpA, HE MpO-
BOISIILIETO B OOPaTHOM Hampasiie-
HUH, COOTBETCTBYIOLLECE OOPaTHLIM
TOKaM, BEJINYMHA KOTOPBIX MEHBLIIE
BEJIMYMHBI TOKa NpH 0OpaTHOM
HANpsDKEHUU Tpodost.

Sperrzustand in
Riickwirtsrichtung;
Riickwiirts-Sperrzustand

estado bloqueado en sentido
inverso (de un tiristor
bloqueado en sentido
inverso)

stato di blocco (in senso)
inverso (di un tiristore di
blocco in senso inverso)

blokkerende spertoestand
(van een in sperrichting
blokkerende thyristor)

stan zaworowy (blokujacego
wstecznie tyrystora)
spérrtillstand
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521-08-10

courznt hypostatique
courant de maintien

Courant principal minimal néces-
saire pour maintenir un thyristor a
I’état passant.

— 5 —

holding current

The minimum principal current re-
quired to maintain a thyristor in the
on-state.

yAepKHBAIOLINI TOK

MUHUMATIBHBIA OCHOBHOM TOK, KO-
TOpBIH HEOOXOOMM ISl MOoafepxa-
HUSl THPHUCTOpPA B OTKPBITOM COC-
TOSIHU.

50(521) © CEI 1984

Haltestrom

corriente de mantenimiento

corrente di mantenimento

houdstroom

prad podtrzymywania; prad
wylaczania

hallstrom

521-08-11
courant d’accrgchage

Courant prindipal minimal néces-
saire pour majntenir un thyristor a
’état passant aussitot aprés commu-
tation de l’éq: bloqué vers I'état
passant et apr¢s la fin du signal de
déclenchement.

521-08-12
point de retourpement

Point de la cpractéristique princi-
pale pour lequgl la résistance diffé-
rentielle est nylle, et ou la tension
principale atteint une valeur maxi-
male.

521-08-13

résistance apparente 3

droite utilisée gouf la-détermination

Résistance égdle a da pente de
de la tension d1

latching current

The minimum principal current re-
quired to maintain a thyristor in the
on-state immediately after switching
from the off-state to the on-state has
occurred and the triggering signal
has been removed.

breakover point

state slope resistance

A resistance equal to the slope of
the straight line used when deter-

TOK BRJIFOYICHHS

MuBUMaJibHbIA OC)
TOPBIH HEOOXOAUM

2 MepeKTIoYeHUs

1obasi TOYKa OCHOBHOM XapakTe-
puctuky, B KoTopoil aupdepen-
LHAJIbHOE CONPOTHBIICHHE DPABHO
HYJIIO, @ OCHOBHOC HAaIpsDKEHUE
ROCTHraeT MaKCHMAaJIbHOTO 3Have-
HUSl.

JAUHAMHY4ECKOE CONPOTHUBJIEHHE B
OTKPLITOM COCTOAHUU

ConpoTuBieHHe, paBHOE HAKIOHY
NpAMOM JIMHME  BOJIBT-aMIIEPHOMN

Einras{strom
orriente de retencion
coxrente di aggancio

Kippunkt

punta de retorno
punto i discontinuita
ontsteKingspunt
punktllrzelgczania
vippunkt

Ersatzwiderstand

resisterjcia aparente en estado
com}ctor

resisterfza differrenreziale in

stata di conduzione

téristique courant-tension.

521-08-14

courant d’amorgage par la gichette

Le plus petit courant de gichette
nécessaire pour commuter un thy-
ristor de I’état bloqué a I'état pas-
sant.

gate trigger current

The lowest gate current required to
switch a thyristor from the off-state
to the on-state.

seuil, sur une carac-  mining the threshold voltage from  xapaxrepucrukn,  WCHOJB3yeMOH
the current-voltage characteristic. ISl ONpelNeNieHHs]  [OPOroBOrO
HaIPSKEHUSL.

OTNMPAIOIMMIT TOK YNPaBJIAIOUIEr O
3MEKTpoJa

HauveHplni TOK yNpaBJIsSIOLEro
3JIEKTPOAA, HEOOXOMUMBIH 17Is IIe-
PEKJIFOYEHHsT THPUCTOPA U3 3aKpbl-
TOrO B OTKPBITOE COCTOSIHHUE.

rezystancja dynamiczna
przewodzenia
differentiell ledresistans

Ziindstrom

corriente de disparo de puerta

corrente di innesco di
comando

stuurstroom voor ontsteking

prad bramki przelaczajacy

ténd(styr)strom
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521-08-15
tension d’amorgage pér la gichette
Tension de géchette nécessaire pour

produire le courant d’amorgage par
la gichette.

521-08-16

tension de non-a
géchette

orcage par la

Tension de gicHette la plus élevée
qui ne commute|pas le thyristor de
I’état bloqué a I’¢tat passant.

521-08-17

courant de non-anorcage par la
gachette

Courant de gacljette correspondant
4 la tension de npn-amorgage par la
géchette.

521-08-18
vitesse critique

tension a I’état bloqueé

La plus petite v:

qui entraine I
P’état bloqué a [I’état passant da
des conditions sréciﬁées.

— 53 —

gate trigger voltage

The gate voltage required to pro-
duce the gate trigger current.

The highest gate voltage which will
not cause the thyristor to switch
from the off-state to the on-state.

gate non-trigger curre

The gate current cofresp
the gate non-trigger

e of rise of off-state

principal voltage that will cause
switching from the off-state to the
on-state under specified conditions.

oTnupaloilee HANpsiZKeHne Ha
YIPaBJISIIOLIEM IJIEKTPO/XE

Hanpspkerve Ha  yIpaBisAOILEM
3NIEKTPOLE, HEOOXOMUMOE ISl IO-
Ny4eHusl OTIHPAIOMIEro Toka YI-
PaBJISIIOLIETO 3IEKTPOJA.

TOC COCTOSTHHE

BHIEro 3JICKTpOAa

[PABIAIOLIEr0  3NEKTPOJa,
HANPSDKEHHIO Ha yIIPABIIIOILEM
ATeKTpore.

KpUTHYECKAA CKOPOCTb HapacTaHMs
HANPSLKEHUsS B 3aKPLITOM
COCTOAHUN

MunuMmanbHas BEIUYMHA CKOPOCTH
HapacTaHusi OCHOBHOTO HaIpsike-
HUSI, KOTOpAasl BbI3BIBACT MEPCKIIIO-
YeHHEe TUPHUCTOpA M3 3aKPBITOrO B
OTKpPBITOE COCTOSIHUE IIpU 3aaaH-
HbIX YCIIOBUSIX.

Ziindspannung

tension de disparo de puerta

tensione di innesco di
comando

stuurspanning voor ontsteking

napigcie bramki
przelaczajace

tind(styr)spiinning

ichtziindender
trom
¢|de no disparo de

niet-ontsfekende stuurstroom
prad bramki nieprzelaczajacy
icke-tindande styrstrom

kritische|Spannungssteilheit

velocidad critica de
crecimfiento de la tension
de estgde bloqueado

velocita ¢ritica di salita allo
stato di blocco

kritische|stijgsnelheid van de
sperspanning

predkosd wzrostu napigcia

blokowania krytyczna

521-08-19

vitesse critique de croissance du
courant a 1’état passant

Valeur la plus élevée de la vitesse de
croissance du courant 4 I'état pas-
sant qu’un thyristor peut supporter
sans détérioration.

critical rate of rise of on-state
current

The highest value of the rate of rise
of on-state current which a thyristor
can withstand without deleterious
effect.

KpUTHYECKasi CKOPOCTL HapaCTaHMs
TOKA B OTKPBITOM COCTOSEHUH

MakcumainbHast  BeJIMYHHA  CKO-
pPOCTH HApacTaHUs TOKa B OTKPHI-
TOM COCTOSIHHH, KOTODYIO MOXET
BBIAEPXKATh THPUCTOP 6e3 IMOBpEX-
LICHMSL.

lockspénnings-
derivata

RI

kritische Stromsteilheit

velodidad critica de
crecimiento de la corriente
de estado conductor

velocita critica di salita della
corrente di conduzione

kritische stijgsnelheid van de
doorlaatstroom

predkoS$¢ wzrostu napigcia
przewodzenia krytyczna

kritisk ledstromsderivata
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SECTION 521-09 — TERMES PARTICULIERS AUX DISPOSITIFS A EFFET HALL
ET AUX MAGNETORESISTANCES
SECTION 521-09 — SPECIFIC TERMS FOR HALL-EFFECT DEVICES AND MAGNETORESISTORS

PA3JIEJI 521-09 —CIIELIU®UYECKHUE TEPMHWHBI JJIA ITPUBOPOB
HA OCHOBE D®®EKTA XOJUIA 1 MATHUTOPE3UCTOPOB

£21-09-01

effet Hall

Production da
dans un s¢
champ électrid
produit vector]
courant par ’i]

521-09-02

s un conducteur ou
miconducteur dun
ue proportionnel au
el de la densité de
duction magnétique.

coefficient de Hlall

Coefficient de
dans la relatio
fet Hall:

Ey =
ou:
- .
Ei; est le cham
sal résultant

proportionnalité Ry
h quantitative de I’ef-

— —
R (J x B)

b électrique transver-

Hall effect

The production in a conductor or in
a semiconductor of an electric field
strength proportional to the vector
product of the current density and
the magnetic flux density.

Hall coefficient

apderr Xoana

H — HAaNpsDKEHHOCTb PE3yJIbTH-
pYIOLIEr0  HONEPeYHOTro
TEKTPUIECKOTO TIOJIS

- -

J la densité dp courant J — MNIOTHOCTH TOKA

— =

B Tl'induction magnétique. B — MarHuTHast HHIYKUHS.

Note. — Le type de porteurs maje Iprvevanne. — Tunm OCHOBHBIX
ritairgs peut généralg HOCHUTEJIEH  3apsiioB  MOXHO

étre
coeff]

Héduit du signe
cient de B

of the Hall coefficient.

ONpeneNnuTh MO 3HaKY Kod(du-
LMeHTa Xona.

Halleffekt
efecto Hall

fiekt

Hallkgeffizient
coefici¢gnte de Hall
coefficjente di Hall
Hallcogfficiént
wspolczynnik Halla
hallkopstant

521-09-03
angle de Hall Hall angle yroa Xouua Hallwipkel
de Hall
Angle existant, en présence d’effet  The angle which exists, in the pres- Ilpu Hammauu 3¢pdexta Xosuta angolo di Hall
Hall, entre le champ électrique ré-  ence of Hall effect, between the re-  yrom Mexny  HanpsUkeHHOCTBIO  allhoek
sultant et la densité de courant. sulting electric field strength and the  pe3ynsTupyromero NEKTPHIEC- kot Halla
current density. KOTO I10Jis1 ¥ ILIOTHOCTBIO TOKA. hallvinkel
521-09-04
mobilité de Hall iy (symbole) Hall mobility z; (symbol) XOJJIOBCKAs NOABHKHOCTh Hallbeweglichkeit ;1
4y (cMBOI) movilidad de Hall
. . . My (simbolo)
Produit du coefficient de Hall parla  The product of the Hall coefficient  Tlpoussenenue kosbunmenTa o b di Hall
conductivité électrique. and the electric conductivity. XoJula Ha 3JIEKTPONPOBOAHOCTE. 114 (simbolo)
Hallbeweeglijkheid

ruchliwosc Halla
hallmobilitet
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521-09-05
tension de Hall

Tension engendrée par effet Hall.

521-09-06

bornes Hall

Bornes d’un géngrate e Ha =
tre lesquelles apparait la tension de

Hall.

521-09-07

bornes de commahpde
(d’un génératepir de Hall)

Bornes d’un géngrateur de Hall tra-
versées par le [courant de com-
mande.

521-09-08

surface effective {I’induction de l;:

boucle de sortip

Surface effectivg
mitée par les c;lI
aux bornes de

conducteur app
dispositif a effet

— 55 —

Hall voltage

The voltage generated by the Hall
effect.

Hall terminals
between which the Hall vltage ap-
pears.

control carrent terminals
(of a Hall generator)

The terminals of a Hall generator
through which the control curre
flows.

e relevant conductive
the Hall effect device.

Hanpsixenue,
ToM XoJna.

MexXIy
HanpsbkeHue XoJia.

Hanpsizenne Xoaaa

BbI3BaHHOE IPdek-

BbIBOABI X0J1J12

KOTOPBIMH BO3

¢pdexTHBHAA HHIYKIRHOHHAS
ANOIAAbL BLIXOAHOTO KOHTYpa

O¢dexTUBHAs NJOWIAAL KOHTYPA,
00pa30BaHHOIO BBIBOAAMH  XOJ-
JIOBCKUX KOHTAKTOB U COOTBETCT-
BYIOLIUM NPOBOSIIHM Y4aCTKOM
npubopa Ha ocHope 3pdekrTa
Xoumna.

Hallspannung
tension de Hall
tensione di Hall
Hallspanning
napiecie Halla
hallspénning

Hallanschliisse
bornes de Hall

; atiidi Hall
Hallklemimen

spinpings)uttag

Steuerangchliisse (eines
Hallgeperators)

bornes de control de corriente
(de un|generator de Hall)

terminali[della corrente di
comango (di un generatore
di Hall)

stuurstropmklemmen (van
een Hgllgenerator)

koncowki| pradu sterujacego
halletrpnu

styr(stroms)uttag

induktivel Restfléiche des
Hallstfomkreises
superfici¢ efectiva de
induccjon de bucle de
salida| -
superfici¢ effettiva di
induzigne della spira
d’uscith
effectievq inductieoppervlakte
van dejuitgangskring
powierzchnia skuteczna petli
wyjscigwej hallotronu
effektiv qrea

521-09-09

surface effective d’induction de la
boucle du courant de commande

Surface effective de la boucle déli-
mitée par les conducteurs du cou-
rant de commande et par le trajet
conducteur approprié traversant
une plaque de Hall par effet Hall.

effective induction area of the control
current loop

The effective area of the loop en-
closed by the control current leads
and the relevant conductive path
through a Hall plate by the Hall ef-
fect.

>¢pPexTHBHAA MHIYKUHOHHAA NJIO-
majb BXOJHOTO KOHTYpa
yIpaBAIOMIEro TOKa

D¢dexTHBHAS NIOLWIAAb KOHTYPA,
06pa30BaHHOrO NPOBOAHHKAMHU
YIPABISIIOLIEr0 TOKA U COOTBETCT-
BYIOL(MM TIPOBOISIIAM Y4aCTKOM
TLIaCTHHBI XOJUIa.

induktive Restfliche des
Steuerstromkreises

superficie efectiva de
induccion de bucle de la
corriente de control

superficie effettiva di
induzione della spira della
corrente di comando

effectieve inductieoppervlakte
van de stuurstroomkring

powierzchnia skuteczna petli
pradu sterujacego

styrstromsslingans effektiva
area
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521-09-10

champ induit
(d’un générateur de Hall)

Champ magnétique produit par la
circulation du courant de com-
mande dans la boucle formée par
les conducteurs du courant de com-
mande et par le trajet conducteur
approprié traversant un dispositif 4
effet Hall.

— 56 —

self field
(of a Hall generator)

The magnetic field caused by the
flow of control current through the
loop formed by the control current
leads and the relevant path through
a Hall-effect device.

coGcTBenHoe moje (reHeparopa
Xonna)
MarauTaoe mose, CO3/JaBaeMoe

YIPaBISIFOIIUM TOKOM, NPOTEKaro-
UM 4epe3 KOHTYp, 00pa3OBaHHBIA
OPOBOTHUKAMHU YIIPABJISIFOLIETO
TOKA U COOTBETCTBYIOIHMM IIpO-
BOMSIIIMM YYacTKOM INpHOopa Ha
ocnose 3¢ddexTa Xomna.

50(521) © CEI 1984

Eigenfeld (eines
Hallgenerators)

campo inducido (de un
generador de Hall)

campo indotto (di un
generatore di Hall)

eigen veld (van een
Hallgenerator)

pole indukowane (generatora
Halla)

egenfalt

521-09-11

courant de corjtmande .
(d’un générgteur de Hall)

Courant qui, en traversant une pla-
que Hall, donnge naissance 4 la ten-
sion de Hall| sous l'action d’un
champ magnétique.

521-09-12

sensibilité maghétique
(d’une sond¢ de Hall)

Quotient de 1

I'induction rj
zone de fon
d’une sonde d

control current
(of a Hall generator)

The current through a Hall plate
which generates the Hall voltage by
interaction with a magnetic field.

MAarHuTHas YyBCTBHTECJILHOCThL
(3onna XoJina)

OTHolIeHNe HanpspkeHust Xommna K
MAarHuTHOW WHAYKUMM HA JIHHEH-
HOM paboueM y4acTke 30HIA
Xonna.

Steuerstrom (eines
Hallgenerators)

corriente de control (de un
generator de Hall)

correnfe di comando (di un
generatore di Hall)

stuursfroom (van een
Hal|generator)

prad sferujacy (generatora
Halla)

styrstrpm

magnefische Empfindlichkeit
(eingr Hallsonde)
sensibilidad magneética (de
unalsonda de Hall)
sensibilita magnetica (di una
sonda di Hall)
magnefische gevoeligheid
(var] een Hallsonde)
czulo$¢ magnetyczna (sondy
Halla)
magnetfisk kanslighet

521-09-13

sensibilité au courant de commande
(d’une sonde de Hall)

Quotient de la tension de Hall par
le courant de commande, dans la
zone de fonctionnement linéaire
d’une sonde de Hall.

control current sensitivity
(of a Hall probe)

The quotient of the Hall voltage by
the control current in the linear op-
erating range of a Hall probe.

YYBCTBHTENBHOCTh [0 YHPABJIAIO-
weMy TOKy (30HAa Xosuia)

OTHoleRNe HanpspkeHuss Xoia K
yIpaBJIdIoleMy TOKY Ha JHHeH-
HOM pabouyeM y4acTke 30HAA
Xouna.

Steuerstromempfindlichkeit
(einer Hallsonde)

sensibilidad a la corriente de
control (de una sonda de
Hall)

sensibilita della corrente di
comando (di una sonda di
Hall)

stuurstroomgevoeligheid (van
een Hallsonde)

czulo$¢ pradowa (sondy
Halla)

styrstromskanslighet
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521-09-14

tension résiduelle pour un courant de
commande nul
(d’un dispositif a effet Hall)

Tension de Hall due a un champ
magnétique variant avec le temps
lorsque le courant de commande est
nul.

— 57 —

residual voltage for zere current
control
(of a Hall-effect probe)

The voltage which exists at the Hall
terminals when a time varying mag-
netic field is present and the control
current is zero.

OCTATOYHOE HAMpSKEHHe NpH HyJie-
BOM YNpaBJSsIOLIEM TOKe (30HIA
Xomnna)

Hanpsixenue, co31aBaeMO€e Ha Bbi-
Bomax XoJjsia MarHUTHBIM IIOJIEM,
U3MEHAIOLUMCS BO BpEMEHH, MpH
yOPaBISIIOILEM  TOKE,  PaBHOM
HYJIIO.

Restspannung bei
Steuerstrom null (bei einer
Hallsonde)

tension residual para una
corriente de control nula
(de un dispositivo de
efecto Hall)

tensione residua per tensione
di comando nulla (d’una
sonda di Hall)

restspanning bij
nulstuurstroom (van een
Hallsonde)

igcieszczatkowe przy

na

521-09-15

tension residuelle pour un champ
magneétique nu
(d’un dispositif 4 effet Hall)

Tension de Hall existant lorsqu’un
courant de comnande circule mais
que le champ mjagnétique appliqué
est nul.

521-09-16

tension de commpnde indui
(d’un dispositff a effet

Force électromarice induite\dan
boucle formée e
du courant de Jommande€

trajet conducteyr dans_une-pla

de Hall, due 4 une variation de 'in.
duction magnétique,

residual voltage for zero magnetic
field
(of a Hall-effect device)

The voltage which exists at the Hall
terminals when control curre
flows under the conditions of
applied magnetic fig

age
al]-effect device)

The\ voltage induced in the loop
formed by the control current leads
and the current path through a Hall
plate caused by a varying magnetic
flux density.

HHAYLUNPOBAHHOE YNPaBJsIoLiee
Hanpsikenue (TpuOOpa Ha OCHOBE
adgdexTa Xoa)

Hanpsoxenve, HaBeJeHHOE B KOH-
Type, 0O6pa3zyeMoM IPOBOAHMKAMH
YOPABJSIIOLUETO TOKA M COOTBETCT-
BYIOILMM IIPOBOISILAM YYaCTKOM
nnacTudel  XoJia,  BBI3BAHHOE
W3MEHEHMEM MArHWTHOM MHIYK-
Y.

pradzip sterujacym
zerowym (sondy Halla)
tspdnying for noll-

null (Hei einem
Halleffektbauelement)

tension rpsidual para un
campd magnético nulo (de
un digpositivo de efecto
Hall)

tensione fresidua per un
campq magnetico nulle (di
un digpositivo a effetto
Hall)

restspanhing bij nulveld (van
een Hpllelement)

napigcie szczatkowe przy polu
magnétycznym zerowym
(hallofronu)

restspéinping for noll-
magnétfilt

Restspzzqnung bei Magnetfeld

induzierfe Steuerspannung
(bei ejnem
Halleffektbauelement)

tension de control inducida
(de un dispositivo de
efectq Hall)

tensione|di comando isolata
(di ur dispositivo a effetto
Hall)

geinduc¢erde stuurspanning
(van ¢en Hallelement)

521-09-17

courbe caracteristique d’une
magnétorésistance

Courbe représentant les variations
de la résistance d’une magnétorésis-
tance en fonction de linduction
magnétique. ‘

magnetoresistive characteristic curve

A curve of resistance of a magne-
toresistor versus magnetic flux den-
sity.

XapakTepMCcTHKa Marnurope3sncropa

Kpusast 3aBUCUMOCTH COIIPOTUBJIE-
HHSI MariuTOpe3sucTopa OT IUIOT-
HOCTHM MATHUTHOTO NOTOKA.

napigcie sterujace
indukowane (hallotronu)
inducerad styrspénning

Widerstandsverlauf eines
Magnetowiderstandes
curva caracteristica de una

magnetorresistencia
curva caratteristica di una
magnetoresistenza
karakteristieke
magnetoweerstands-
kromme
charakterystyka
magnetorezystora
magnetoresistiv R/B-kurva
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521-09-18

coefficient de magnétorésistance

Pour une induction magnétique
spécifiée, quotient du taux de varia-
tion de la résistance d’une magnéto-
résistance avec I'induction magnéti-
que par la résistance.

— 58 —

magnetoresistive coefficient

At a specified magnetic flux densi-
ty, the quotient of the variation of
the resistance with magnetic induc-
tion of a magnetoresistor by the re-
sistance at that specified magnetic
flux density.

MATHUTOPE3NCTUBHDII
ko3¢ dunuent

Tlpu 3amaHHO BENMYMHE MAarHuT-
HOW HMHOYKIMH OTHOLIEHHE CKO-
POCTH H3MEHEHWs] CONPOTHUBJIEHUS
B 3aBHCUMOCTH OT IJIOTHOCTH Ma-
THUTHOTO TIOTOKA K CONPOTUBIIE-
HUIO TIPH 38JaHHOH IUIOTHOCTH Ma-
CHUTHOTO ITOTOKA.
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Widerstandskoeffizient eines
Magnetowiderstandes
coeficiente de
magnetorresistencia
coefficiente di
magnetoresistenza
magnetoweerstandscoéfficiént
wspolczynnik
magnetorezystancji
magnetoresistiv koefficient

521-09-19
rapport de mj;nétorésistance

Rapport de 13 résistance d’une ma-
gnétorésistancp  correspondant  a
une induction|magnétique spécifiée,
a la résistance] correspondant 4 une
induction magnétique nulle.

521-09-20

sensibilité de magnétoreésistanc

Taux de varigtion de la rési
d’une magnétprésistance avec
duction magrétique pour
duction magn¢tique spécifiée.

noeé

magnetoresistive ratio

The ratio of the resistance of a mag-
netoresistor at a specified magnetic
flux density to the resistance at zero
magnetic flux density.

MArHUTOPE3NUCTUBHAA
YyBCTBMTEJILHOCTD

CKOpOCTh M3MEHEHUs] CONPOTHUBIIE-
HHS MArHUTOPE3UCTOpa B 3aBUCH-
MOCTH OT MarHUTHOHN NOTOKa Mpu
3aJaHHOM BENUYMHE MAarHUTHOM
WHIOYKOUY.

eistandsverhiltnis eines
apnetowiderstandes
relacign de
magnetorresistencia
rapporto di
magnetoresistenza
magndtoweerstandsverhou-
din,
wskazpik rezystancji
magnetorezystora
magnétoresistiv kvot

indlichkeit eines

magnetorezystora
magngtoresistiv kiinslighet

SECTION 521-10 — TERMES PARTICULIERS AUX MICROCIRCUITS INTEGRES
SECTION 521-10 — SPECIFIC TERMS FOR INTEGRATED MICROCIRCUITS
PA3JIEJ] 521-10 — CIIEIIU®OUYECKUE TEPMWHBI JJIA UHTEI'PAJIBHBIX MUKPOCXEM

521-10-01
microélectronique

Construction et utilisation de cir-
cuits électroniques fortement minia-
turisés.

microelectronics

The construction and use of highly
miniaturized electronic circuits.

MHKPOIJIEKTPOHUKA

KoHCTpyHpoBaHue M NpHMEHEHUe
JIEKTPOHHBIX CXEM € BBICOKOH cTe-
[EHBIO MUHUATIOPH3ALMH.

Mikroelektronik
microelectronica
microelettronica
micro-elektronica
mikroelektronika
mikroelektronik
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521-10-02

microstructure

Dispositif miniaturisé ayant une
forte concentration d’éléments de

circuits ou de co
déré comme une

521-10-03

microcircuit intégre

Microstructure d
ments de circui

mposants et consi-
seule entité.

— 59 —

microcircuit

A miniaturized device having a high
concentration of circuit elements
and components and considered as
a single unit.

MHKpocXeva

VCTpoicTBO, BLIMOTHEHHOE C BBICO-
KOH CTeNeHbd MUHHATIOPU3ALIUH,
obnamarolliee  BBICOKOH  ILIOT-
HOCTBIO PACIOJIOXEHUS JIEMEHTOB
U KOMIOHEHTOB M paccMaTpHBae-
MO€ Kax eJHHOe LieNoe.

Mikroschaltung
microcircuito
microcircuito
geintegreerde schakeling
mikrouktad

mikrokrets

ins laquelle les €lé-
sont associés et

électriquement irfterconnectés d’'une

maniére insépar

hble de sorte que

pour les besoins|des spécifications,
des essais, des applications et de la
maintenance, elle est considérée
comme une seulg entité.

Notes 1. — Pour| cette définition,
un «¢lément de circuit»
n’a pas d’enveloppe ni
de [connexions exté-
rieurps; il n’est pas spé-
cifié jsolément ni vendu
sépafément.

2. — Lorsqu’il ne peut y
avoirf] de confusion e
term¢ peut étre ap
en «dircuit intégrén.

521-10-04

integrated microcircuit

A microcircuit in which a number
of circuit elements are inseparably
associated and electrically intercon-
nected such that, for the purpose of
specification, testing, application
and maintenance, it is considered
indivisible.

Notes 1. — For this\definitio

D10 ompenene-
«a7e-

Henbas  KkiaccuULIPOBATH
JIA TIOCTABJIITH KAk OTHEJbHOE
W3zenue.

Hpumevanne 2. — Tlpu ycnosuu
OTCYTCTBHSI Pa3JIMMHOTO TOJIKO-
BaHMST TEPMHH MOXeET ObITb CO-
Kpamies [0  «HHTErpasbHOH
CXEMBI ».

Mikroschaltung
ito integrado
ito integrato

géintegreprde schakeling
mikrouklpd scalony

integreragl mikrokrets

circuit intégrée

Circuit dans lequel les éléments sont
associés d’une maniére inséparable
de sorte que pour les besoins des
spécifications, des essais, des ap-
plications et de la maintenance, il
est considéré comme ‘une seule en-
tité.

Note. — Pour cette définition, un
élément de circuit n’a
pas d’enveloppe ni de
connexions extérieures; il
n'est pas spécifié isolé-
ment ni vendu séparé-
ment.

integrated circuit

A circuit in which a number of cir-
cuit elements are inseparably asso-
ciated and electrically interconnect-
ed such that, for the purpose of
specification, testing, application
and maintenance, it is considered
indivisible.

Note. — For this definition, a cir-
cuit element does not
have an envelope or ex-
ternal connection and is
not specified or sold as a
separate item.

HHTErpajibHasg cxema

Cxema, psii 3JI€MEHTOB KOTOpOM
Hepas[ellbHO BBITOJIHEHBI H 3IIeK-
TPUHECKH COEINHEHBI MEXIy coboi
TakuM 06pazoM, 4TO ¢ TOUKHU 3pe-
HUsl TEXHUYECKUX TpeboBaHUii, HC-
MBITAHUH, 3KCIUTyaTALMU U TEXHHU-
YECKOTo 00CITyKNBaHUS ye-
TPOMCTBO PAacCMATpUBACTCS Kak
€IHOE LIEJIOe.

Ilpumedanne. — D10 onpeneseHne
MPennoiaraer, 4YTO  3JIEMEHT
CXeMbl HE UMeET HU KOpIyca, HH
BHELIHUX BHIBOJOB U €r0 HEJNb3s
KJIACCHPUUMPOBATH MM OG-
TaBJIATh KaK OTHETIbHOE U3/IENHE.

integrierte Schaltung
circuito integrado
circuito integrato

geintegreerde schakeling

uklad scalony
integrerad krets
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521-10-05
microassemblage

Microstructure constituée de divers
composants, de microcircuits inté-
grés construits séparément et pou-
vant étre essayés séparément avant
d’étre assemblés et encapsulés.

Note. — Pour cette définition, un
composant posséde des
connexions extérieures et
éventuellement une enve-

— 60 —

microassembly

A microcircuit consisting of various
components and integrated micro-
circuits which are constructed se-
parately and may be tested separ-
ately before being assembled and
sealed.

Note. — For this definition, a com-
ponent has external con-
nections and possibly an
envelope as well and it

lopp; et it —peatr—¢etre
congidéré comme un arti-
cle ijolé.

521-10-06

circuit intégré p semiconducteurs

Microcircuit fntégré dont les élé-
ments et les [interconnexions sont
réalisés dans pu sur une substance
ou substrat sefniconducteur.

521-10-07
circuit intégré p couches

Microcircuit Jntégré dont les é€lé-
ments et les [interconnexio ont
des couches déposées a la e
d’un substrat fsolant.

521-10-08

circuit intéegre h codches

Circuit intégrg
couches sont ¢éposées par-de
niques de déppt sous yide pouvart
étre complétéds par d’autres techni-
ques de dép6t1

a separate item.

semiconductor integrated circuit

An integrated microcircuit whose
elements and interconnections are
formed within and upon a semicon-
ductor substrate.

integrated circuit

film integrated circuit whose
films are formed by vacuum deposi-
tion techniques, possibly supple-
mented by other deposition tech-
niques.

MHKp0OO.J10K

MUKpPO3JIEKTPOHHOE H3JeNHe, COC-
TOSIIIEe M3 PAa3JIMYHBIX KOMIIOHEH-
TOB ¥ WHTEIPABHBIX CXEM, KOTO-
pble MMEHOT OTHENBHOE KOHCTPYK-
THUBHOE O(OPMIIEHHE U MOTYT OBITh
HCTBITAHBI MO OTAENBHOCTH [0
cOOpKU ¥ TepMETU3AIMH.

Tpuveyanme. — DTO OLPENEIEHAE
NPENNOJaraeT, 4T0 KOMIIOHEHT
HUMEET BHEIIHWE BBIBOIbI, MOKET
UMETh KOpHNyC, a Takke ero

50(521) © CEI 1984

zusammengesetzte
Mikroschaltung
(Mikrobaustein)
microconjunto
microassemblaggio
mikrozespot
komponentblock

AISO CAIT BT COoTS deredas MUKHO PpaceMaTpUBaTE Kak—oOfT

JENLHOC U3OCTUE.

NJIEHOMHAA HHTErPaJIbHasA Cxema

WuTerpanbias MHUKPOCXEMA, 2JIe-
MEHTBI ¥ MEK3JIEMEHTHBIE COETHHE-
Husl -KOTOpOM BBIMOJIHEHB! B BUIE
IIJIEHOK, HAHECEHHLIX Ha MORJIOKKY
U3 U30JIATOpA.

TOHKOILIEHOYHAA MHTErpajbHas
cxema

Tnenounast HWHTETrpajibHas CxeMa, B
KOTOpOﬁ IIJIICHKA o6pa303amal C 1o-
MOILBIY METOOOB BAKYYMHOTO
ocaxJeHusl, HHOr1a B COYECTaHUU C
JIPYTUMH METONAMHU OCaAXOCHMUSI.

ierte
eiterschaltung
circuitp integrado
semjconductor
circuitp integrato a
semjconduttore
geintegreerde
halfigeleiderschakeling
uklad pcalony
polgrzewodnikowy
integrgrad halvledarkrets

—

integrierte Schichtschaltung
circuitp integrado de pelicula
circuitp integrato a film
geintegreerde filmschakeling
uklad pcalony warstwowy
(integrerad) filmkreis

geintegreerde
efilmschakeling

521-10-09

circuit intégrée a couches épaisses

Circuit intégré a couches dont les
couches sont déposées par impres-
sion, sérigraphie ou d’autres procé-
dés analogues.

thick-film integrated circuit

A film integrated circuit whose
films are formed by printing, seri-
graphy or other related techniques.

TOJCTOILIEHOYHASA HHTerpajbHas
¢xema

TleHouHast MHTErpajbHas CXeMa, B
KOTOPOH IIIEHKU 06pa3oBaHsl ¢ 110-
MOIIBEO TIeYaTaHus, CeTKOrpaduu
WM APYFHX AaHANOTHYHBIX METO-
JI0B.

uklad scalony
cienkowarstwowy
(integrerad) tunnfilmskrets

integrierte
Dickschichtschaltung

circuito integrado de pelicula
gruesa

circuito integrato a film
spesso

geintegreerde
dikkefilmschakeling

uklad scalony
grubowarstwowy

(integrerad) tjockfilmskrets
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magnetoresistive cga(racteristiclz:urve) ......... 521-09-17 punch-through (between two PN junctions) . . . . . 521-05-08
magnetoresistive coefficient . . . . . ... ... ... 521-09-18
magnetoresistive effect . . . .. ... L. L. 521-02-79
magnetoresistiveratio . . . . .. ... ... ... .. 521-09-19 Q
magnetoresistive sensitivity . . . . ... .. ... .. 521-09-20
magnetoresistor . . . . . . . ... ... ... ... 521-04-20 quantized system (of particles) . . ... .. .. ... 521-01-02
mainterminals . . . . . . ... ... ... ..... 521-08-03 quantum number (of an electron in a given atom) . . 521-01-07
majority Carrier . . . . . . . . .. ... 521-02-52
Maxwell-Boltzmann statistics . . . . ... ...... 521-01-03
Maxwell-Boltzmann velocity-distribution law . . . . 521-01-05 R
mesa-technique . . . ... ... ... ........ 521-03-11
metal-oxide-semiconductor field-effect transistor . . 521-04-33 recovered charge (of a diode or thyristor) . . . . . . 521-05-14
micro-alloy technique . . . . ... .......... 521-03-10 residual voltage for zero current control (of a Hall-
microassembly . . . ... ... ... L. 521-10-05 effectprobe). . . .. ... .. ... 521-09-14
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residual voltage for zero magnetic field (of a Hall- thermal capacitance . . . . . . .. ... ... ... 521-05-12
effectdevice) . ... ... ... .......... 521-09-15 thermal resistance . . . . . . . . o . o v v i 521-05-09
resistive cut-off frequency . . . . .. . ... ... .. 521-06-04 thermiStor . . . . v v v v e e e e e e 521-04-13
reverse-blocking diode thyristor . . . ... ... .. 521-04-39 thick-film integrated circuit . . . . . . . .. P 521-10-09
reverse-blocking triode thyristor . . . . .. .. ... 521-04-40 thin-film integrated circuit . . . . .. ... ... .. 521-10-08
reverse-blocking state (of a reverse blocking thy- threshold voltage (of a diode or thyristor) . . . . . . 521-05-15
mstor) ... 521-08-09 threshold voltage (of an enhancement type field-
reverse-conducting diode thyristor . . . . ... ... 521-04-41 effecttransistor) . . . . . . . . ... ..o 521-07-19
reverse-conducting triode thyristor . . . . . . .. .. 521-04-42 thyrStOr .« . v v e e e e 521-04-38
reverse direction (of a PN junction) . ... .. ... 521-05-02 total angular momentum quantum number . . . . . 521-01-11
reverse recoverytime . . . ... . ... ... ... 521-05-22 transconductance (of a field-effect transistor) . . . . 521-07-20
risetime . .. .. .. ... 521-05-18 transition frequency . . . . . .. ... 521-07-16
transitionregion . . . . . ... ... Lo 521-02-65
S 12 71« S A 521-02-63
triac (abbrevation) . . . . . . . . ... ... ... 521-04-44
transistor . . . . .. ..o oo ST s - 521-04-25
symbol)| .. . 521-01-10 tunnel breakdown (of a PN jurfction) \. . .\ 521-05-06
self field (qf a Hall generator) . . . . . . .. .. ... 521-09-10 .

: tunnel diode . . . . . .. 521-04-04
semicondyctor . . . . ... L. 521-02-01 1 effect (in a PN jug 531-02-78
semicondyctordevice . . . . .. ... ... 521-04-01 tunnel effect (in a PN Juaion) - . ™ N\ -
semiconductordiode . . . . ... .. .. 521-04-02 ’
semiconductor integrated circuit . . . . . . ... .. 521-10-06
semicondyctor rectifierdiode . . . . . ... ... .. 521-04-12
semicondyctor thermoelement . . . . ... ... ... 521-04-14
signaldiode . .. ........ ... ... .. .. 521-04-03 521-04-27
single elenjent semiconductor . . . . . ... ... .. 521-02-02 521-04-05
small-signgl short-circuit forward current transfer

ratio . | ... 521-07-14
source (of field-effect transistors) . . . . . ... ... 521-07-07
space chargeregion . . .. .. ... ... ...
space charge region (of a PN junction)
spin quar;rm number. . . . . ...t 521-02-23
static forwprd current transfer ratio . . . . . .. .. 521-06-02
stochiomefric composition . . ... .. .. ... .. 521-04-06
substrate | . . .. .. ..o 521-05-11
surfacebapd . . . . . ... Lo 521-05-10
surfaceledel . . . ... ... .. .. 521-04-10
surface papsivation . . . . .. .. .Y 521-04-11
surface redombination velocity .
switching fliode . . . . ... ..

O ‘
Zener breakdown (of a PN junction) . . . . . . . .. 521-05-06

tensoresislve effect . . .. zonelevelling . . ... .............. .. 521-03-04
thermal beakdown (of a zonerefining. . . ... ... ... ... .. 521-03-03
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AKHETITOD  « « v v v e v e e e e e e e e e e e 521-02-39 3aKOH paclpeneneHusi ckopocteir Maxkcpenna- :
atrombopa. . ... ... . ... ... . .. 521-01-06 BOMBIMAHA . . . v v v v i v e v e e e e 521-01-05
3aKOH pacnpeneneHust ckopocteit ®epmu-/Inpaxka-
30MMEPDEIBAA - + . . v e e e e e e 521-01-19
3apsn BOCCTAHOBJIEHHS (AMOIA MM THpHCTOpa) . . 521-05-14
b 3aTBOP (IIOJICBOTO TPAH3UCTOPA) . . + -« + o« - . - 521-07-09
3ona-bAoxa . 521-02-25
Gaza . .. ... L 521-07-03 30HA BATIGHTHAS . . . . . . . L. 521-02-23
bapbep DPTEHIMABHBIA . . . . . . . . . . . .. .. 521-02-68 30Ha BO3GYXICHMS L. 521-02-28
Gaprep npreHnmansuslit (P-N nepexoga) . . . . . . 521-02-69 30HA 3aI0THEHHAS L 521-02-32
30Ha 3alpeLLeHHast .. 521-02-30
30HA U3MCHEHUSI KOK .. 521-02-66
B 30Ha HelTpanbHag . 521-02-67
. 521-02-34
BADMKAIN| . o v v ov et e e e 521-04-06 o g;i_gg:g;
BPEMSI JKH3HH OOBEMHOE . . . . . . . . . . ... .. 521-02-57 . . 521-02-74
BPEMSIBAIMEPKKH . . « v v v v v v e e e e e s 521-05-17 wta (P-N nmepexom) . 521-02-75
BPEMSI HAPACTAHUST . . . . « . o v o v oo e v e o v s 521-05-18 . 521-02-29
BpeMsi OGPATHOTO BOCCTAHOBIIEHHST . . - . « « - . .  521-02-33
BpEMs NPSIMOrO BOCCTAHOBIGHHUS . . . . . . . . . . 59102227
BPEMSI PACCACBIBAHUS . . « -+ o o o o o v o v e e 521202225
BPEMSICIJalA . - - « v v v v e e e e e  521-02-26
BBIBOIBI PCHOBHBIE . . . . . ¢ o v v v v v i v o n s  521-04-19
BBLIBOZBI [TOKOBbIE (reHepaTopa XoJ1ia)
BBIBOABIXOMIA . . . . . .. ...
BBIPABHUBAHUE 30HHOE . . . . . « o . o v v v v v o s
BhIpalupaHie MeTonoM HYoXpaabeko
BbIpalpatye (MOHOKpHUCTAILIA) ¥ 521-02-31
JURIE:1:9 | SO
suipanmibanie (MoHokpuctanhe WMIUIAHTAUUS MOHHAST . . . . . . . . . . . . . .. 521-03-14
- UCTOK (TTOJIEBOTO TPAH3UCTOPA) . . . . . . . . . 521-07-07
K
KaHaJ (OJIEBOTO TPAH3UCTOPa) . . . . . . . . .. 521-07-06
04 KOMITEKTOP « « « v o v v v e e e v e e e e e s .. 521-07-05
;;1;11);:: g_ﬁolf‘gie O ’ ggi_gg_ éz KOMIIEHCALUS IPUMECHAs . . . . . . EERERE . 521-03-06
ko>(pdunment qudpdysuu (Hocutener 3apsana) . . 521-02-61
K03(hbUIMEHT MATHUTOPE3UCTUBHBIA . . . . . . 521-09-18
ko3dbuumeHT npsMOH Iepedavd  TOKa  [IpH
KOPOTKO3aMKHYTOM BBIXOJE B DPEKUME Majoro
CUTHAJIA .. « « « v v v vt e e e et e et .. 521-07-14
nedexTh] (B KpHCTAMIHIECKOM\DEIIIETKE) . . . . . . . 521-02-47 KO>(UIMEHT NPAMOI epeaady Toka craTuyeckui  521-07-15
JuarpaMMa SHepFeTHHECKH no........ 521-01-13 koddpbummenT Xomma . . . . ... L. L .. 521-09-02
IUAK (COKDATLIEHME) . . . . . 2 o o v ve e e n o o 521-04-43 KPHYCTaJLT MOSANbHBIR . . . . . . . . . . .. .. .. 521-02-45
OMOL OIPPHBHA . . « . v v v v v vt e oo e e e 521-04-10 KPYTH3HA XapaKTepUCTUKU (TIOJIEBOro TpaH3uc-
NMO[ NePeRITOTaTCHEABI &+ » » » « - -~ - . - $21T=04=09 TP T T 521-07-20
YOI NOJIYIPOBOJAHUKOBBIA . . . . . . . . . . ... 521-04-02
MO TOJTYyIPOBOIHHKOBBIA BEIIPAMUTENbHbI . . . 521-04-12
JMOM CHTHATBHBIA « « « « v v v v v e e v o o o 521-04-03 J
IO CMECHTENBHBIA . . . . . v v v v v oo e o v o 521-04-07
MO TYHHENBHBIM . . o . v v oo vt e e v e e v a s 521-04-04 JIErMpOBaHue (MOJYNPOBOAHKUKA) . . . . . . . . . . . 521-03-05
IMON YMHOXHUTENBHBIA . . . . . . . . . v oo . 521-04-08 JIOBYIIKA . v v v v v e e e e 521-02-63
MO YHUTYHHEJBHBI . . . . . . . . . ... .. .. 521-04-05
muck Kopbuno . . . . . ... ... oL, 521-04-21
nuddy3us (B MOSYIPOBOMHUKE) . « o « « « « - « . . 521-02-59 M
pouHa nuddy3nas (HEOCHOBHBIX HocuTeNeR) . . . . 521-02-60
JOHOD & v v e ettt e it e e 521-02-38 MarHuTOMETP C ucrofib3oanueM sddexra Xonna . 521-04-19
JBIPKA © v v e e et e e e e 521-02-17 MATHUTOPEIUCTOPD - « o v o o v et e e e e e e e 521-04-20
ME32-TEXHOJIOTHSE . « « - « o o v v v v v e oo o e 521-03-11
MHKpPOOJIOK . . . . . . .. e e e e e e 521-10-05
MUKPOCXEMA . & . o v v e o e v e e e e e e e e e e 521-10-02
E MHKPOCXEMA HHTETPATBHASL . . . . . « - . < o . 4. 521-10-03
- MMKDPOJIGKTPOHHKA . . « v v v v v v v e o v e n s e 521-10-01
€MKOCTB TCIJIOBAS . . . . « ¢ v 2 v o v v v v v a s 521-05-12 MOAYJSTOP XOMNA . o v v v v o e e e e e e e e 521-04-16
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MOAYJISIKS JJEKTPUYECKOH NPOBOIUMOCTH (TIOJY- npubop Ha ocHoBe 3pdekTa Xomma . . . .. ... - 521-04-15
OPOBOKHHKA) . . v v v v v v oo m oo oo 521-02-55 npubOp MONYNPOBOAHMKOBBIA . . . . . . . . . . .. 521-04-01
MOII-TpaH3ucTop noJeBoi (COKpalIeHHe) . . - . . 521-04-33 TPHUMECH . « o o o« v o s e e e e e 521-02-04
npuniun 3anpeta [Maym-@epmn . . . . . ... .. 521-01-14
opuAmMn Tlaymu . . . .. . . oo 521-01-14
H npo6oit (P-N mepexora, CMELIEHHOro B OOPATHOM
HAMPABICHUH) . . « & o v o oo o v o oo v e 521-05-04
HAaKOIIJIEHHE 3apsiza (B NOJIYIPOBOAHUKE) . . . . . . 521-02-62 npoboii seneposckuit (P-N nmepexona) . . . . . . . . 521-05-06
Hanpasienue obpatHoe (P-N mepexona). . . . . . . 521-05-02 npo6oit Tapumubli (P-N nepexoma) . .. . . . . .. 521-05-05
Hanpagnenue npsimoe (P-N mepexoaa) . . . . . . . . 521-05-01 OpOGOM TETUIOBOM . . .« « v v o o v v v v e o e e e 521-05-07
HaANpsDKEHHE HEOTIHPAIOUIEE HA  YIPABIISIOLIEM npoboii TysHenbHbI (P-N nepexona) . . . . . . . . 521-05-06
DMEKTPOME « « « « v v v e e e e e e e e e e 521-08-16 MPOBOJUMOCTD ABIPOYHAS .« « .« « o v o v« o o = 521-02-18
HANPSHKEHHE OCHOBHOE .« « - « + « « v v o v v v o o s 521-08-04 [POBOIMMOCTD HOHHAS .« + « v o v v v o e 521-02-21
HaMpsHKEHUE OCTATOYHOE NPH HYJIEBOM MAarHUTHOM [IPOBOANMOCTb COOCTBEHHAs! (BHYTpEHHSST) . . . . . 521-02-20
521-00_15 IDPOBOIUMOCTE 3JIEKTPOHHASA . . . . . . o o . . « « - 521-02-19
MIPOBOIHUK . 521-02-16
521-09-14
521-08-15
ggi‘gz-}g . 521-07-10
521-07-19
521-09-16
521-09-05  cycreva kpahTopauias (Madqum) . . . - . . - . - . 521-01-02
HOCHTEIBBAPANA . . o v v v v v e e e o e o e s 521-02-51  ccTeyfa WekBalOBaHHas (yacrum) . . . . . . .. . 521-01-01
HOCHUTEJIb HEOCHOBHOM . . . . . . . . . .« v« « . - 521-02-53 $B
HOCHTeNIb HEPABHOBECHBIA . . . . . .« . . . . . . . S24c02-54 A  \ 3AKPPITOMLCQCTOSHYA . . - - - - . o ooe v v ofe - 521-08-18
HOCUTENBCHOBHOM . . « v v v v v v v i e v e v e e s HapacTaHusi TOKa | B
............... 521-08-19
pXHOCTHO#M pexoMOUHaLMU . 521-02-56
o /7 \(\buoil eGennenHblf (IONYIPOBOKAKE) - . - - - . - 521-02-77
PipNIEHME THHAMHYECKOE B OTKPLITOM oC-
obnacts |orpumatensroro  mupegrumamsere \ N\ NIORHHH Lol s . 521-08-13
CONpOT}iBReRMS ; OMHAMHUYECKOE TIpSIMOM  BETBH
obnacThb repexona XAPAKTEPUCTHKH . . o o« v« e v v o v v o w oo - 521-06-05
OTHOIIEHTE MATHHTODE3HCTHUBHD CONPOTHBIJICHHE TEINIOBOE . + « + « « « =+ o = o[ - 521-05-09
oumcTka sbumas . . . . . . COCTaB CTEXMOMETPHYECKHI . . . . . . . . . . .|. . 521-02-46
COCTOSIHUE 3AKPBITOE . . « « o v o v o o v v o v - . 521-08-08
Q COCTOSIHHE HENpOBOJsiliee B OOPaTHOM HanplaB-
neHuy (THpKUCTOPA, He IPOBOISILETO B 06paTHOM
HAMPABIEHUH) . . o« v v v o v oo v v oon oo - 521-08-09
naccuparks oBepXHOCTNAS 521-03-13 COCTOSIHHE OTKPBITOE . . . . o « = « o o o o oo o] s 521-08-07
nepexof | . . .. - . 521-02-70 CTAGHITUTPOH « « « ¢ v v o v v v v e e e e e oo e . 521-04-11
Hepexo HOIIEKTOPHEIR 521-07-02 cratuctuka Makcpesuia-bosnbumana . . . . .. . . 521-01-03
nepexon B-N : $21-02-73 cratuctuka @epMu . . . . ..o ] 521-01-15
nepexon 112 'HBI 521-02-72 cratuctuka ®epmu-Aupaka . . . . . . . ... ]l 521-01-15
nepexon et 521-02-71 CTOK (TIOJIEBOTO TPAH3UCTOPA) .+ - « « - - -+ « « «|+ - 521-07-08
1IepeX0/ AMETTEPHD : 521-07-01 CXEMA MHTETPANBHASL . . . .« = v« o v oo vv ofu s g%i— 18—3471
: CXeMa MHTerpajibHast IIIEHOYHAs . . . - . . . . . . ~10-
nn:ma:;}; BXOMHQQAK Typa pbexTHBHAT HHIYE- 521-09-09 CcXeMa HHTerpasbHas NojynposogHukosas . . .[. . 521-10-06
I'IJ'IOI:I]_:aﬂL 'B")D'(O‘H;{(;r;) ’ 'Koﬁriyp')a- ) 3 ‘b (b.eK'T;/IB.H.a;; el cXema WHTerpajbHasl TOJACTOIUIEHOYHAs . . . . . . 521-10-09
. K\ 521-09-08 cXeMa MHTerpaJibHasi TOBKOIJIEHOYHast . . . . .|. . 521-10-08
OBIKHOCTE XOJ:IJ"I.OX'BC.KZ'UI """""""" e (cxeMa c) oOmie#ibazoét . . . . . . ... ... .. 521-07-11
TOMTOKKD « « o v o v 5210449 (cxema €) OBLLIUM KOJIIEKTOPOM . « .+« v+« -« - - 521-07-12
none cobcTBeHHOE (TeHeparopa Xomna) . . . - . - . 521-09-10 (cxema C) OGUIAM OMUTTEPOM - - - - - - - - - - - - 521-07-13
noJie COOCTBEHHOE JIEKTPHYECKOE . . v « « . « . . . 521-02-76
TIOJYIPOBOTHUK « o v o v v v v e e e v e v o v o s o 521-02-01
HOJIYIPOBOJHUK BRIDOXKIEHHBIR . . . . . . . . . . . 521-02-13 T
HONAYNPOBOAHUK OBIPOYHBIA . . . . . . . . . . . .. 521-02-10
HOJYIPOBOAHUK MOHHBIH . . . . . . . . ... .. .. 521-02-06 TeMIepaTypa BHYTPEHHsII OKBHBAJIEHTHas ([OJIy-
NOAYyHPOBOAHUK N-THIA . . . . . . .« . oo oo 521-02-09 NPOBOJHMKOBOTO NpHbopa) . . . . . .. . . . .. 521-05-10
[OJYIPOBOJHUK HEBBIPDOXKAEHHBIH . . . . . . . . . . 521-02-12 Temuepatypa 3GGEeKTHBHAS . . . . . . . . . . ... 521--05-10
nonynposoxgHuk P-tuma . . ... ... L. 521-02-10 TemmepaTypa >(dexTrBHas (3KBUBAJICHTHAs) Mepe-
NOJIYIPOBOAHMK HIPUMECHBIH . . . . . . . . . . . . . 521-02-08 KOMA « o v o e e e et e e e et e e 521-05-11
MOJIYIPOBOIHUK IPOCTOM . . .« . v« v o v oo v o 521-02-02 TEPMOPESUCTOP - « « v v v e o e v oo e e e e e e s 521-04-13
HOJIyTPOBOAHUK CIIOKHBIA . . . . . . . . . . .. .. 521-02-03 TEPMODJIEMEHT TIOJYIPOBOIHAKOBLIA . . . . . . . . 521-04-14
MOJIYIPOBOJHUK COOCTBEHHBIH . . . . . . . . . . . . 521-02-07 Texnonormst quddy3Has . ... ... el 521-03-08
noaympoBomHHK I-TMOA . .. ... ... Lo 521-02-07 TEXHOJIOTHSI MHKPOCIUIABHASL . « « o « « + = « « « « - 521-03-10
MOJIYNPOBOIHUK JMEKTPOHHBIH . . . . . . . . .. .. 521-02-09 TEXHOJIOTHSI [ITAHAPHAS . « « v« v o v v v o v v v o - 521-03-09
MPOBOJHIK CKOMIIEHCHPOBAHHBIA . . . . . . . . .. 521-02-11 TEXHOJIOTHUS CILTIABHAST & « « = « v o v o o o o o o v s 521-03-07
[TOTEHLMA ITABAIOIIMH . . . .+ . o o v v v o v o e 521-05-13 TUPUCTOD  « = « o v v v o oo m e e e a s s 521-04-38
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TUPUCTOP AMOIHBIN, HE NPOBOISIIMI B 00paTHOM XapaKkTepUCTUKAa MATHUTOPE3UCTOPA . . . . . . . . 521-09-17
HAMPABIICHHUM . . . . . « « 2 2 o v e v e e e e n 521-04-39 XapakTepUCTHKa OCHOBHAs (BOJIbT-aMIiepHasi) . . . 521-08-05
THPUCTOP IHOZHBIN, NPOBOMSIIIME B OOpaTHOM
HampaBIEHMU . . . . . . . . . ot v v vt e e 521-04-41
THPUCTOP JHOAHBIA CAMMETPUMHBIR . . . . . . . . 521-04-43
THPHCTOp 3allUpaeMbIt . . . . . ... ........ 521-04-45 Yy
THPUCTOP ¢ YNPABIIAIONIMM 37eKTpoaoM P-tuma . . 521-04-46
THPHUCTOP € yrpapnstomum snekrpogom N-tuna . . -521-04-47 4acToTa rpaHuyHas (TPaH3UCTOPa) . . . . . . . . . 521-07-16
THPUCTOP TPUOAHBIH, He IPOBOIAIIHI B 0OPaTHOM YACTOTATPAHUYHAS . . + « 2 « 2 v o v v e v v e v o s 521-05-16
HampaBJICHUM . . . . . . . . . ¢ . ¢ v v o v v w 521-04-40 YacTOTAa €QUHUYHOTO KO3d)CI)PIHI/IeHTa nepenavu 1o
THPHCTOP TPHOIHBIA, MPOBOAAIMHA B 0GpaTHOM TOKY « v v v et e e e e e e e e e e e e 521-07-17
HATIPaBNEHHH . . . . . . . . ..o i e e 521-04-42 4aCTOTA MpeNeNbHAA PE3UCTHBHAS . . . . . . . . . . 521-06-04
TUPHUCTOP TPHOAHLIA CHMMETPUYHBIH . . . . . . . . 521-04-44 YUCTIO KBAHTOBOE (3JIEKTPOHa JaHHOIo aToMa) . . . 521-01-07
TOKBKIMIOYEHMS . . . o o v v iin v et s o e 521-08-11 TMCITO KBAHTOBOE IJIABHOE 72 (CUMBOTT) . . . . . . . . 521-01-08
TOK HCOTIIUPAK 407 CK a oo aq RO ARG o g .. 521-01-09
TOKOCHQBHOM . . . . . .. v vi s u .. 521-08-02 ... 521-01-08
TOK OTNIYPAIOIIMI YIIPABISAIOIIETO 3JlekTpona . . . 521-08-14 Fa j
TOK MPOHOMUMOCTH . . . . .+ . o v v v v v v e e 521-02-15 (cumson) ... ..¢ . N, ~ .. 521-01-11
TOK YAEPPKUBAFOIIUM . . . . . . . . . .. .. .... 521-08-10 YHCJIO KBAHTOBOE CIIAOBOE .. 521-01-10
TOK YIpaBIAIOLMH (reHepatopa Xosma) . . . . . . 521-09-11 4YBCTBUTEJIBHOCTb Mg .. 521-09-12
TOYKa BIRAUHBI (TYHHEJILHOTO JHOAd) . . . . . . . . 521-06-02 x oL 521-09-20
TOYKA MEPEKITIFOUEHHST . . . . . . v v v o v v v o o . s 521-08-12 Hna
TOYKA MK (TYHHEJIBHOTO JUOMA) - - - « - « « v .« . . . 521-09-13
TOYKA NHK MPOEKIIMOHHAs (TYHHEeNbHOro quoaa) . . 521-06-03
TPAHIUCTOP - -« v v o v e et e 521-04-25
TPaH3UCTOP OUIIONAPHBLIA TLJIOCKOCTHOM . . . . . . . 521-04-26
TPaH3UCTOP MOJIEBOW . . . . . . . . ... ...... 521-04-30
Tpau3ucyop nosieBoi N-kaHaibHBIA . . . .. . . . . 521-04-34
TPaH3UCTOp NONAEBOH P-kanameuerit . . . . . . . .. 521-04-35 . 521-02-24
TPaH3uciop MoJIeBOH, paboTamluii B pexume
obemH§HMS . . . . . ... ... ...l S
TPaH3UC
TAIEHMS . . . . o ottt v e i e e e e e e
TPaH3UCTOP NOJIEROH ¢ 3aTBOPOM HA OCHOBE Mepe-
xoma .|...... R IR . L s21-04-48
TPaH3UCTOp MOJIEBOH C H30.TUPOBAHKA T 521-08-01
TPAH3UCTOp MOJIEBOH THHa MeTalI-OKHCEN-TOJy-
3 .. 521-01-18
npoBofinuk (MOIT-Tpau3ucrgp) ’
TPAHINCTOP CHMMETPHIHDI . JJIEKTPOHBI IPOBOAMMOCTH . . . . . . . . . . . .. 521-02-14
TPaH3HCOp YHUTIONISPHBIT . . 3JIEKTPOIIPOBOAHOCTL N-THIA . . . . . . . .. .. 521-02-49
TpHaK (cQkpamenue) 3JIEKTPONPOBOAHOCTE P-Tuma . . . . . . . .. .. 521-02-50
3JIEKTPOIIPOBOIHOCTh COOCTBEHHAS . . . . . . .. 521-02-48
3JEMEHT GOTOraNnbBAHUIECKHHA . . . . . . . . . .. 521-04-24
BMUTTED &« o v v e v e e v e e e e e e .. 521-07-04
JHEpIus aKTUBALMK mpumMecedt . . . . . . . .. .. 521-02-05
yronXojia . . . ... N\ - Lo / 521-09-03 SHEPTHsl HOHU3ALMY aKLenTopa . . . . . . . . .. 521-02-44
YMHOXU] 521-04-18 JHEPrusi HOHMU3ALNY JOHOPA . . . . . . . . . . .. 521-02-43
ypaBHEHH . 521-01-04 MUTAKCHS . « o v v v o v e v e e e e e e e s .. 521-03-12
YPOBEHb 21317 QU 521-02-41 3(PeKT MATHUTOPE3UCTUBHBIA . . . . . . . . . .. 521-02-79
YPOBEHD HOMOPHBIE N\ . NN » - - e+« v v v v .t 521-02-40 3(QEKT MbE30Pe3UCTHBHBIHR . . . . . . . . . . . .. 521-02-80
YPOBEHD ARLHBITNY: W\, RN 521-02-35 3(heKT TeH30PE3UCTUBHBIA . . . . . . . . . . . .. 521-02-80
YPOBEHb [TOBEPXHOCTHBIN . .\, . ~ . . . ... ... 521-02-42 spdexT TyHHenbHbI (B P-N nepexome) . . . . | . . 521-02-78
YPOBEHB IDUMECHBIF>N, . . ). . . . . . o vt u . 521-02-36 a¢hdexT poToranbBaHUYECKHH . . . . . . . . . .. 521-01=21
yposeHb [Pepmmr . . . N L L L. 521-01-17 3dpdpexT GOTOMATHUTOINEKTPUYECKUH . . . . . .. 521-01-23
YPOBEHD PHEPLEFHYECKUH (HacTHIT) . . . . . . . . . . 521-01-12 3ddexT poTOIEKTpUYECKHIT . . .. . . . . . . .. 521-01-20
oppexTXomna. . ... . .7 521-09-01
o]
dotomuonm . ... ... 521-04-22
(OTONMPOBOIUMOCTD  « -« &« v v e v e e e et au s 521-01-22 A
GOTOPE3NCTOD . -« .« v v i e i e e 521-04-23
(OTOTPAH3UCTOD . . . . . . . v v it i e 521-04-29 sIBJIEHME CMbIKaHusl (Mexny aBymsi P-N mepexo-
¢byuxumsa Gepvu-dupaka . . . . .. ... ... ... 521-01-16 JAMH) .« v vt e i e e e e e e e e e e 521-05-08
X
XapakTepUCTUKA AHOOHAS . . . . . . . . . .. ... 521-08-06 JCHMBOJ . . . . L. e e 521-01-11
XapaKTEPUCTUKA aHOJHO-KATOIHAs (BONBT- T 0 T P 521-01-08

AMIEPHAS) « « v - v v e v i e e e 521-08--06 S-CHUMBOJ & « v e v v v e e e e e e e e e e e e e e e 521-01-10
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INHALTSVERZEICHNIS

Diode, Backward-; Unitunneldiode
Diode, Frequenzvervielfacher- . . . . . .. ... ..
Diode, Halbleiter- . . . . . ... ... ... . ...

Sbvupter Obergang’ .10 Hilopm  Diode. Hableter-Glechrichier- .-
Abschaltthyristor . . . . . o oo 521-04-45 iode, Kapazitits-(Variations-)- . . .. .......
Abschniirspannung (eines Verarmungs-Feldeffekt- D_’Ode’ Misch- ..
transistors) . . . v oo e e e 521-07-18 Diode, Photo- .. ... ....... .. ot
Akzeptor . . . . .. ... 521-02-39 Dgode, Referenz-; Spannungsreferenzdiode . . . . .
Akzeptor-|pRisieRRESeRSrgie-—r——r—r—r—r——r——r 1. 00 A4 Dgode, Sf:halt- .....................
Akzeptornfveau . . . .. ... ... ... ... ... 521-02-41 Diode, Signal- . . . .. ... o e
allmahlichgr Ubergang . . . .. ........... 521-02-72 Diode, Spannungsreferenz-; Re
Anoden-Kathoden-(Spannungs/Strom-)Kennlinie;
Anodenkennlinie . . . ... .. ... ... ..., 521-08-06
Anodenkennlinie, Anoden-Kathoden-(Spannungs/
Strom-)Kennlinie . . . .. ... ... ... ... . 521-08-06
anodenseit|g steuerbarer Thyristor . . . . . ... .. 521-04-47
Anregungspand . . ... ... ... ... ... 521-02-28
AnreicherLElgs-Feldeff ekttransistor . . . . ... ... 521-04-37
Anstiegszeft . . .. ... ... .. .. 521-05-18
Atom, Bohfrsches . . . . ... ... ... ... .. 521-01-06

Backward{Diode; Unitunneldiode . . . . ... ...
Band, Anr¢gungs- . . . . . e e e e
Band, besetztes
Band, Blogh-; Energieband . . . . .. ... ... ..
Band, Enefgie-; Bloch-Band
Band, Enefgie- (in einem Halbleiter)
Band, erlagbtes
Band, leergs
Band, Leitpngs- . . .. ... ..
Band, Obefflachen- . . . .. ..
Band, Storptellen- . . . L
Band, teilWeise besetztes 7 -
Band, Valgnz- . ... .. ."
Band, verb
Ba51s; Bas

521-07-11
521-07-03
521-04-15
521-04-01
521-02-32
521-04-28

[Jbergangs), Lawinen- . . | .
in Riickwirtsrichtung vqr-

Durchlassverzogerungszeit
Durchlasszustand . . . . . . ... ...

Eigenfeld (eines Hallgenerators)
Eigenhalbleiter; I-Halbleiter
Eigenleitung . . . . .. ... ... ... ... L .
Eigenleitfahigkeit . . . ... ... ........ .
Einkristallziehen (nach Czochralski); Ziichtung

(eines Einkristalles) durch Ziehen . . . . . . . -
Einkristallziehen durch Zonenschmelzen

bipolarer §perrschicht Flachentrans1stor 521-04-26 Einraststrom . . . . .« v o v v vt i e i e . .

Bloch-Banld; Energieband™~\_. 7. . ... ... ... 521-02-25 Einsfrequenz. . . . .. .. ... ... ...... ..

Bohrsches|Atommodell . . . ... ... ... .. .. 521-01-06 Einzelelektron . . . . . . ... ... ... . ... ..

Boltzmanrseh¢ Beziehung . . . . ... ... .... 521-01-04 Einzelelement-Halbleiter . . . . .. .. ... .. L.

eleletrisehesFeldinneres——

Elektronenleitung . . . . .. .. ... .. ... ...

C Elektrode (eines Halbleiterbauelementes) . . . . . .

Elektronenhalbleiter; N-Halbleiter . . . . . . .. ..

Corbino-Scheibe. . . . .. ... ...... ..., 521-04-21 Emitter; Emitterzone . . . . .. ... ... .....

Emitter-Basis-Zoneniibergang; Emitteriibergang . .

Emitterschaltung . . . . .. ... ... .......

D Emitteriibergang; Emitter-Basis-Zoneniibergang . .

Emitterzone; Emitter . . . .. ... ... .. ....

Defektelektron; Loch . . . . ... ... .. ..... 521-02-17 Empfindlichkeit einer Feldplatte . . . . . .. .. ..
Diac (Abkiirzung); Zweirichtungs-Thyristordiode . . 521-04-43 Empfindlichkeit (einer Hallsonde), magnetische
Dickschichtschaltung, integrierte . . . . . . .. ... 521-10-09 Empfindlichkeit (einer Hallsonde), Steuerstrom-

Diffusion (in einem Halbleiter) . . . . . . ... ... 521-02-59 Energieabstand; Energieliicke . . .. ... ... ..

Diffusionskoeffizient (von Ladungstrigern); Diffu- Energieband; Bloch-Band . ... ..........

sionskonstante . . .. ... ............ 521-02-61 Energieband (in einem Halbleiter) . . . . . . . . ..

Diffusionskonstante; Diffusionskoeffizient (von . Energieliicke; Energieabstand . . . . ... ... ..

Ladungstrdgern) . . ... ... ... ....... 521-02-61 Energieniveau (eines Teilchens) . .. ... ... ..

Diffusionslange (von Minoritétstrdgern) . . . . . . . 521-02-60 Energieniveau-Diagramm . . ... ... .. .. ..

Diffusionstechnik . . . ... ... ... ....... 521-03-08 Entddmpfungsfrequenz . . . . . . . . . ... ...

521-04-05
521-04-08
521-04-02
521-04-12
521-04-06
521-04-07
521-04-22
521-04-10
521-04-09
521-04-03
521-04-10
521-04-11
521-04-11
521-04-04
521-04-05
521-02-38
521-02-43

. 521-02-40

521-03-05
521-07-08
521-01-11
521-02-58
521-10-08
521-05-05

521-05-04
521-05-07

521-05-06

521-05-06
521-05-08

. 521-05-21

521-08-07

521-09-10
521-02-07
521-02-20
521-02-48

521-03-01
521-03-02
521-08-11
521-07-17
521-01-18
521-02-02

. 521-02-76

521-02-19
521-04-48
521-02-09
521-07-04
521-07-01
521-07-13
521-07-01
521-07-04
521-09-20
521-09-12
521-09-13

 521-02-24

521-02-25
521-02-26
521-02-24
521-01-12
521-01-13
521-06-04
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